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PREFACE

The Manual is an offspring from the well-known Philips Tube Handbook, and
differs from the latter mainly inasmuch as it is a bound volume and not a loose-leaf
one. For the rest it contains the same extensive data and characteristics of our tubes
and semi-conductors.
For all those who are professionally engaged in the field of electronics and need
the extensive information, but for whom it is of secondary importance to continu-
ously receive the latest additions in the form of supplementary sheets, this annually
published Manual is amply sufficient and an indispensable, authoritative and eco-
nomical source of information.
The 1959-series of the Manual consists of the following volumes:

1. Receiving and Picture Tubes.

2. Transistors and Semi-conductor Diodes.

3. Transmitting Tubes, Industrial Tubes, S.Q. Tubes,

Professional Tubes, Miscellaneous Types, etc.

PREFACE

Le Manuel est tiré des Recueils a feuillets mobiles bien connus des Tubes Philips, et
différe principalement de ce dernier par le fait que c’est un volume relié. Pour le
reste, il contient les mémes données et caractéristiques détaillées de nos tubes et
semi-conducteurs.
Pour tous les professionnels travaillant dans le domaine de I’électronique et ayant
besoin de renseignements détaillés, mais pour lesquels il est d’importance secondaire
de recevoir continuellement les derniers addenda sous forme de feuillets supplé-
mentaires, ce manuel publié annuellement est amplement suffisant et constitue
ane source indispensable, autorisée et économique de renseignements.
La série 1959 du Manuel comprend les volumes suivants:

1. Receiving and Picture Tubes.

2. Transistors and Semi-conductor Diodes.

3. Transmitting Tubes, Industrial Tubes, S.Q. Tubes,

Professional Tubes, Miscellaneous Types, etc.

VORWORT

Dieses Handbuch entstand in enger Anlehnung an das bekannte Philips Elektronen-
t6hrenhandbuch in Ringordner-Technik und unterscheidet sich von letzterem haupt-
sachlich dadurch, dass es in Buchform gebunden ist. Ansonsten enthilt es dieselben
ausfithrlichen Daten und Charakteristiken unserer Rohren und Halbleiter.
Allen Berufstitigen auf dem Gebiet der Elektronik, die grossen Wert auf umfassende
Information legen, denen es aber nicht in erster Linie darauf ankommt, fortgesetzt
die letzten Beilagen in der Form von Zusatzblattern zu erhalten, ist dieses jahrlich
herausgegebene Handbuch eine reichhaltige, verldssliche und billige Informations-
quelle, die nirgends fehlen darf.
Die 1959er Ausgabe des Handbuches umfasst folgende Binde:

1. Receiving and Picture Tubes.

2. Transistors and Semi-conductor Diodes.

3. Transmitting Tubes, Industrial Tubes, S.Q. Tubes,

Professional Tubes, Miscellaneous Types, etc.



INDEX. INHALTSVERZEICHNIS

Symbols for Semi-conductors

Symboles pour Semi-conducteurs

Symbole fiir Halbleiter

Germanium Diodes. Diodes a germanium

Germaniumdioden
OA 5 0OA 71 OA 81
OA 7 OA 72 OA 85
0OA 9 2-0A 72 OA 86
OA 31 OA 73 OA 86 C
OA 47 OA 79 OA 90
OA 70 2-0A 79 0A 91
OA 95
Silicon diodes. Diodes au silicium
Siliziumdioden

OA 200 OA 210

0OA 201 OA 211

OA 202 0OA 214

Transistors. Transistrons

Transistoren

0C 16 0C 57 0C 72
2-0C 16 OC 58 2-0C 72
0oC 30 OC 59 OoC 73
2-0C 30 OC 65 0C 75
OC 44 OC 66 OC 76
OC 45 0C 70 oC 77
0oC 71 0C 170

Photo Semi-conductors. Semi-conducteurs photoélectriques

Photoelektrische Halbleiter

OAP 12

ORP 30
ORP 90
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SYMBOLS FOR SEMI-CONDUCTORS

1. BASIC SYMBOLS

Current Iori
Voltage Vorv
Power Porp
Peak value Morm
R.M.S. value eff
Average or D.C. value —_ 1)
Input subscript i
Output subscript o
Crystal Diodes Cathode K or k
Anode Dorad
Base Borb
Transistors Emitter Eore
Collector ) ) Corc

The way in which these symbols are used is shown in fig.1
In this figure a varying collector current is shown with its
constant (D.C.) component 2) and its varying (A.C.) com-
ponent. The same can be done with other currents and with
voltages and powers

The following tabel may be used for indicating the various
quantities:

Instantaneous values lower case letters 1, vorp
Average (D.C.) values capitals I, Vor P

R.M.S. values capitals I, VorPp

with the addition eff
capitals I, V or P,
Peak values { with the subscript U or mj)

are used with

capital subscripts K,D,B,E,C

or powers -or their con-
stant components

Varying components

Total currents, voltages }

are used with
lower case subscripts k.d,b,e,C

1)The average value is understood when no symbol is used for
R.M.S. or peak value

2)The constant component is the same as the average value of
the concerning quantity

3)The capital subscript M is used after the capital sub-
scripts X,D,B,E,C
The lower case subscript m is used after the lower case
subscripts k,d,b,e,c
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Constant component
<— (D.C. value)

<— Total current

Capital suffixes

- o T&@ﬁ)

\/ \ <«— Varying component. Lower case suffixes

I¢ D.C. value
Icu peak value
Ic (eff) R.M.S. value (OF total current
ic instantaneous
value
Icm peak value
Ic (eff) R.M.S. value of varying component
ic instantaneous
value




SYMBOLS FOR SEMI-CONDUCTORS

II. VOLTAGES

Voltages are indicated by the symbols V or v with two
subscripts, the first of which indicates the electrode at
which the voltage is measured and the second one the
electrode with respect to which the voltage is measure?
(usually the common electrode in the case of transistors
When no confusion has to be feared. the second subscript
may be omitted.

Supply voltages are indicated by repeating the first
index. The electrode with respect to which the voltage is
measured is then indicated by the third subscript. Where
difficulties might arise, the supply voltage may be indi-
cated by subscript S.

Base voltage in common emitter cir-

CUltSe v o v o v o 0 o v o 0 o s VBE or Vpe
Collector voltage in common base cir-

cuits. « o o v o v e e e e e Ve or Vep
Collector supply voltage in common

base circuits. « « « « o o o o . Voo
Collector supply voltage in common

emitter circuits + . . . . . . . . Veee
Collector voltage in common emitter

circuits + « v 4 v 0 o 00000 . Veg or Vee
Collector knee voltage in common

emitter circuits . . . . . . . . . VeEK

HF voltage. « « o ¢ o v o o o o Vne
AC input voltage « « « « « ¢« « o Vi
AC output voltage. . « « « . « . . Vo
Oscillator voltage « « .. . . .« . . Vosc
Supply voltage . « + . . « e e Vs

III. CURRENTS

A current flowing in the conventional direction from
the external circuit into the electrode is called positive

Base cu;rent e e e e e e e e e e I or Ip
Collector current. . . . . « . . . Ic or Ic
Collector current in common base
circuit when IE=0. . « « . . . & ICBO
Collector current in common emitter
circuit when IB=0. + « « + &« + & IcEO
Diode current « « « o o o« o . Ip or I
Emitter current. . . . . « . . . . Ig or Ie
Emitter current in common base cir-
cuit when I =0 . . « « + . . . . IEBO
AC input current . . . . . . . . . I3
AC output voltage. . « « « « o .« . Io
Current of supply voltage source . Is
Surge current. .« « « o . o . . . Isurge
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IV. POWERS IX. TEMPERATURES
Collector dissipation. . « « « =+ & Pc Ambient temperature . . . . . . . . Tamb
A.C. power supplied by collector. . k Junction temperature of a transistor Tj
A.C. input power of a circuit . . . Py Variation of the junction temperature AT}
A.C. output power of a circuit. . . Po X. h-PARAMETERS
Power supplied by voltage source. . Pg Common_base circuit
V. CAPACITANCES Input impedance, output short-cir-
- cuited. . « « . o o 0 o 00 e e hi1p
Shunt capacitance of a diode. . . . Cdk
Load capacibance ¢ Reverse voltage ratio, input open . hi2p
P ettt 4 Current transfer ratio, output short-
VI. RESISTANCES circuited . . . . . . . ... L. ~h21p
External resistance in the base lead R or Rp Output admittance, input open . . . h22b
Equivalent internal base resistance oy Common_emitter_circuit
External resistance between base and Input impedance, output short-cir-
eMitter.s o o ¢ v ¢ e e e e e e e RBE or Rbe cuited. . . . . . . . . . .. hi1e
External resistance in the collector Reverse voltage ratio, input open . hi2e
lead, o« &« v o v 0 0 e e e e e R¢ or Rg Current transfer ratio,output short-
Equivalent internal collector re- circuited. . . . . . .. 00 e h21e
sistance « « « + + ¢ o 0 o 0. .. Tre Output admittance, input open. . . hooe
Matching resistance of a push-pull XI. VARIOUS SYMBOLS
amplifier (collector to collector) Ree . B0
. X Bandwidth. . . « .« . . « « .+ .. . B
R.F. damping resistance of a diode
CITCULIL. o v v e e e e e ra Distortion factor . . . . . . . . . a
External resistance in the emitter Noise factor. . . . . . . . . ... F
lead, o v v v o v o e e e e RE or Re Heat resistance . . + . « « « « . . K
Equivalent internal emitter resist- Averaging time of voltages and cur-
ANCE « ¢ ¢ 0 e e e e e e e Te TentS. ¢« v v . e v v e e e e e e tav
Load resistance. « . « « . .+ « . & Ry Current gain factor of a transistor
Equivalent internal transfer resist- in common base circuits. . . . . .. aFB or afy
ance of a tramsistor . . . . . . . ry Current gain factor of a transistor
1. ADMITTANCES ;Etcommoi emitter circuits. . . . . aFE Or afe
CYCLE. v v v 4 v v e e e e
Input admittance of a circuit. . . gi Effi .y © $
ciency. « « v v v v e e o .
OQutput admittance of a circuit . . go ney 4
i Wave 1ength o « v o v v o o o v o W A
VIII. FREQUENCIES
Cut-of f frequency of . arp (= fre-
quency at which the value of aryp is
3dB below its D.C. value aFB). - - fab
Cut-off frequency of are (=frequen-
cy at which the value of areg is 3dB
below its D.C. value aFg). . « » « fae
Resonant frequency. . . . « . « & o
938 2606 Sem 504 7.7.1957 938 2607 Sem 505




SYMBOLES POUR SEMI-CONDUCTEURS

I. SYMBOLES PRINCIPAUX

Intensité de courant I oui
Tension . V ouv
Puissance P oup
Valeur de créte M oum
Valeur efficace eff
Valeur moyenne - I)
Entrée (indice) i
Sortie (indice) o
. Cathode K ouk
Diode a cristal { Anode D oud
Base B oubd
Transistron Emetteur E oue
Collecteur C ouc

La maniére d'utiliser ces symboles est présentée sur la
fig.

Cette figure montre un courant variable de collecteur. son
composante constante (courant continu) 2) et son composante
variable (courant alternatif). Ou peut faire de meme pour
les autres courants et pour les tensions et les puissances.

La table suivante peut é&tre utilisée pour dénommer les
quantités diverses:

Valeurs instantanées types bas de casse i, v ou p
Valeurs moyennes capitales I, Vou P

. capitales I, Vou P
Valeurs efficaces -{ avec 1'addition eff
N capitales I, VouP
Valeurs de créte { avec 1'indice M ou o)

sont utilisés avec

uissances totaux et
P 1'indice (capitales) K+DyB,E,C

leurs composantes con-
stantes

Courants, tensions et }

sont utilisées avec
Composantes variables T'indice (bas de casse) k,d,b,e,c

l)A 1'absence d'un symbole pour la valeur de créte ou la
valeur efficace, il faut comprendre la valeur moyenne

2)1a composante constante est égale a la valeur moyenne de
la quantité concernante

3)%‘%ndice M (capitale) est utilisé aprés les indices
»D,B,E,C N
L'indice m (bas de casse) est utilisé aprés les indices
k,d,b,e,c (bas de casse
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Composante constante

+— (valeur moyenne) Indices capitaux
«— Courant total

A\ A e

(=)

\\\__//// \\ <«— Composante variable. Indices bas de casse

Ic Valeur moyenne
IcM Valeur de créte
Ic (eff) Valeur efficace pdu courant total
ic Valeur X
instantanée
Iem Valeur de créte
Ic (eff) Valeur efficace de la composante variable
ic Valeur ,
instantanee




SYMBOLES POUR SEMI-CONDUCTEURS

II. TENSIONS

Les tensions sont representees par les symboles V ou v aveg
deux indices. Le premier indice indigue l‘electrode a
laquelle la tension est mesurée et le second indice 1'élec-
trode au regard de 1aquelle la tension est mesurée (dans le
cas de transistrons c'est en général 1'électrode commune).
S'il n'y a pas la possibilité de confusion, le second indice

peut étre omis.

Les tensions d'alimentation sont indiquées en répétant le
premier indice. L'électrode au regard de laguelle la tension
est mesuree est alors mdlquee par le troisieme indice. S'il
se presentent des difficultés, la tension d'alimentation

peut étre indiquée par 1l'indice S.
Tension de base (émetteur & la mas-

se). . . e e e e e e e e e s
Tension de collecteur (base a la
masse . . P Y
Tension d'alimentation du collecteur
(base @ 1a masse)s « + « + o « «
Tension d'alimentation du collecteur
(émetteur a la masse). . « « + « «
Tension de collecteur (émetteur &
1a MasS€)e « ¢ v v 4 4 4 4. e e
Tension de genou du collecteur (emet—
teur a la masse) . . e e .
Tension de diode « « + « « . .
Tension H.F. . ¢« ¢« ¢ ¢ ¢« o ¢ o o &
Tension alternative d'entrée . .

alternative de sortie. . .
d'oscillateur. . . . . . .
d'alimentation . . .

III. COURANTS

Tension
Tension
Tension

Un courant circulant en sens conventionnel du circuit
exterieure vers 1'électrode est positif

VBg ou Vpe

Ve ou Vep

Vces

VceE

Veg ou Vee

VeEk

Vp ou Vg
Vne
Vi
Vo
Vosc

Vs

Courant de base . . . . . . . . Iz ou Ip
Courant de collecteur. . . . . Ic ou Ig
Courantde collecteur si Ig = 0 (base
2 1a masse)e « o o ¢ 00 e e a e . IcBO
Courant de collecteur si Ig =0
(émetteur a la masse). . . . . . . IcE0
Courant de diode + « « o « . & . & Ip ouIg
Courant d'émetteur . . . . . . . . Ig ou Ig
Courant d'emetteur si Ig = 0 (bvase
a la masse). . . e e e IERO
Courant alter'natif ar entrée. e . Iy
Courant alternatif de sortie . . . Io
Courant de la sourced'alimentation Ig
Courant accidentel de pointe . . . Isurge
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IV. PUISSANCES X TEMPE’RATURES
Dissipation de collecteur. . . . . Pc T ‘ s
emperature ambiante. . . . . . . T
Puissance de sortie du collecteur. Pc . P . . : amb
Puissance d'entrée d'un circuit. . Py sf’;‘%iggmre de jonct%on ’ un‘ ran. o
Puissance de sortie d'un circuit . Po oo N : J
Puissance de 1a source d'alimentation Ps ‘tfigrl]atlon de la température de jonc a1y
L. CAPACITES X. PARAMETRES h
Capacité d'une diode. . . . . . . Cak ¥
Capacité de charge . « « « « « « . Co Bage_a_la masse . .
9 Impédance d'entrée, la sortie en
‘o , . LL. RESISTANCES court-circuit. . . . . . . . . .. hi1p
Résistance exterieure dans le con-
ducteur de la base. . . . . Rg ou Ry ?%ppgrt de reaczlon detten81on, b
Résistance interne equlvalente de entrée a circuit ouvert. . . . . 12b
1a DSEe v v v v e e e e e e e e Ty Coefficient d'amplification de cou-
I}ésistance extérieure entre base et rant, la sortie en court-circuit . -h21p
émetteur. . . . . .o Rg ou FRpe hdmittance de sortie, l'entrée a
Résistance exterieure dans le con- circuit ouvert. . . . .+« . . ¢ . . hoop
ducteur du collecteur . . . R ou Re Emetteur 3 la masse
Résistance interne equlvalente du === ‘|— == .
collecteur. . . « o « « « « o . . Tc Impedange d. entree, la sortie en
Résistance d'adaptation d'un ampli- court-circuit. « . « « + ¢ 4 . . . hi1e
ficateur push-pull (de collecteur & Rapport, de réaction de tension,
collecteur) Ree l'entrée a circuit ouvert. . . . . hi2e
Resistz_mceid‘axpogtissement H.F. Coefficient d'amplification de cou-
d'un circuit diode. . . . . . . . Td rant, la sortie en court-circuit . ho1e
Résistance exterleure dans le con- . . . c s
ducteur de 1'émetteur. . . . . . . RE ou Rg ﬁ??éﬁingﬁvgﬁ sortie, l'entrée a b
Res1stance ‘interne équivalente de Y T 22e
1'émetteurs « « o o v e e 00 re UANTITE I
Résistance de charge . . . . . . . Ry Largeur de bande. « . . « « .+ o B
Résistance interne équivalente de .
transfert 4'un transistron . . . m Facteur de distorsion. . . . . . . a
VII. ADMITTANCES_ Facteur de bruit. . . . « o + . & F
Admittance d'entrée d'un circuit . gi Résistance thermique . . . . . . . K
Admittance de sortie d'un circuit &o Temps d'intégration d'un courant
VIII. FREQUENCES ou d'une tension . . . . . . . . . tav \
Frequence de coupure de afp (= 1a = Coefficient d'amplification de cou-
fréquence a laguelle la valeur de rant d'un transistron .
afp est de 3dB au-dessous de la va- base a la masse QFB OU afy
leur a courant continu aFB) . ( .. fab émetteur & la masse aFE OU afg
Frequence de coupure de afe (= la
fréquence a laquelle la valeur de Facteur de marche. . . . . . . . . é
are est de 3dB au-dessous dg la va- Rendement. « « « ¢ o ¢ ¢ ¢« o o o & n
leur a courant continu apg) . . . foe Longueur a'ondes . . . o . o o . . X
Fréquence de résonance « « « o« « o fo
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SYMBOLE FUR HALBLEITER

I. GRUNDSYMBOLE

Strom I oder i
Spannung V oder v
Leistung P oder p
Spitzenwert M oder m
Effektivwert eff
Mittlerer Wert - N
Eingang (Index) i
Ausgang (Index) o
Katode K oder k
Kristalldioden {Anode D oder d
Basis B oder b
Transistoren Emitter E oder e
Kollektor C oder c

Die Weise, in der diese Symbole benutzt werden, ist an-
gegeben in Abb. 1. In dieser Abbildung ist ein verander-
licher Kollektorstrom mit ihrer konstanten (Gleichstrom-

Komponente ¢) und ihrer verdnderlichen (Wechselstrom-

Komponente gezeichnet. Das gleiche kann mit anderen Stromen
und mit Spannungen und Leistungen gemacht werden. Die
Andeutung der verschiedenen Grossen geht aus folgender
Tabelle hervor:

Momentanwerte kleine Buchstaben 1, v oder p
Mittlere Werte grosse Buchstaben I, V oder P
N grosse Buchstaben I, V oder P

Effektivwerte mit der Hinzufigung eff

. grosse Buchstaben I, V oder P
Spitzenwerte mit dem Index M oder m3)
Totalstrdme,~spannungen
oder -leistungen oder Indizes, K,D,B,E,C
ihre konstanten Kompo-[grosse Buchstaben Lt it i)
nenten
Verdnderliche Komponen} Indizes, . 4 p.e,c
ten kleine Buchstaben [kt

1)Der mittlere Wert wird gemeint wenn kein Symbol flir Effek-
tiv- oder Spitzenwert anwésend ist

2)Die konstante Komponente ist dasselbe wie der mittlere
Wert der berlicksichtigten Grosse

3)Der Index M (grosser Buchstabe) wird hinter den Indizes K,
D,B,E oder C gebraucht, der Index m (kleiner Buchstabe)
hinter den Indizes k,d,b,e oder c
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Konstante Komponente

<«— (mittlerer Wert) .
Indizes grosse Buchstaben

<— Totalstrom

Tlc(eff)
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\\\-//// \\ <«— Verdnderliche Komponente. Indizes kleine Buchstaben

Ic Mittlerer Wert

Icy Scheitelwert

Ic (eff) Effektivwert des Totalstromes

ic Momentanwert

Icm Scheitelwert

I, (eff) Effektivwert der verdnderlichen Komponente
ie Momentanwert




SYMBOLE FUR HALBLEITER

II. SPANNUNGEN

Spannungen werden mittels der Symbole V oder v und zwei
Indices angegeben. Der erste Index deutet die Elektrode an
an der die Spannung gemessen wird, der zweite die Bezugs-
elektrode. Wenn keine Verwirrung zu beflrchten ist,

—| der zweite Index fortgelassen werden

Ic

Diodenspannung . .
HF-Spannung. . .

Eingangswechselspannung. . . .
Ausgangswechselspannung. . . .
Oszillatorspannung.
Speisespannung . .

0. ..

Eingangswechselstrom .
Ausgangswechselstrom .
Strom der Speisequelle . . . .
Einschaltstromstoss

II1. STROME

Ein Strom in konventioneller Richtung von der Husseren
Schaltung zur Elektrode fliessend, wird positiv bezeichnet

Basisstrom . . . .
Kollektorstrom . .

Kollektorstrom in Ba51sscha1tung
wenn I =

Kollektorstrom
wenn I =

Diodenstrom. . . .
Emitterstrom . . .
Emitterstrom in Basisschaltung wenn

S angegeben werden

o

Speisespannungen werden durch Wiederholung des ersten Indexes
angedeutet.Die Bezugselektrode wird dann von dem dritten In-
dex angedeutet. Wenn sich Schwierigkeiten ergeben, kann die
Speisespannung mittels des Indexes

Basisspannung in Emitterschaltung
Kollektorspannung in Basisschaltung
Kollektorspeisespannung in Basis-

schaltung. . . . . o« e e e
Kollektorspeisespannung in Emitter-
schaltung. . . . . . .
Kollektorspannung in Emitterschal-
tung. . . . ... .
Kollektor-Kniespannung in letter—
schaltung. . . . . P

in Emitterschaltung

kann

VBE oder Vpe
Ve oder Vep

Vees

VeeE

Veg oder Vge

Ve

VD oder Va
Vnr
Vi
Vo
Vosc|

Vs
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EISTUNG:

Kollektorverlustleistung. . . . . Pc
Ausgangleistung des Kollektors . . Pc
Eingangswechselstromleistung einer
Schaltung. . « « v « ¢« « & o & Py
Ausgangswechselstromleistung einer
Schaltung. « « « v ¢« v ¢ v v« o Po
Leistung der Speisespannungsquelle Ps
V. KAPAZITATEN
Kapazitdt einer Diode. . . . . . . Cax
Belastungskapazitdt. . . . . . . . Cy
VI. WIDERSTANDE .
Kusserlicher Widerstand in der Ba-
siszuleitung. « « « « « ¢ « « . . Rp oder Rp
Aquivalenter innerlicher Basiswider-
stand. « v 4 v 0 e e e e e e e Ty
Ausserlicher Widerstand zwischen
Basis und Emitter. . . . . .. . . RBE oder Rpe
Ausserlicher Widerstand in der Kol-
lektorzuleitung . . . . . . . . . Rc oder Rg
Kquivalenter innerlicher Kollektor-
widerstand. . . . . . . . . .. . rc
Anpassungswiderstand einer Gegentakt-
endstufe. . + « « + 4 . ... . Ree
HF-Dampfungswiderstand einer Dioden-
schaltung. . « « « « o « o+ o . . ry
Ausserlicher Widerstand in der Emit-
terzuleitung. . . . . . . . .. . RE oder Rg
Kquivalenter innerlicher Emitter-
widerstand. . . . . . . .. .. Te
Belastungswiderstand . . . . . . . Ry
Aquivalenter innerlicher Hbertra-
gungswiderstand eines Transistors. rm
VII. IEITWERTE
Eingangsleitwert einer Schaltung . gi
Ausgangsleitwgrt einer Schaltung . go
VIII EQUENZEN
Grenzfrequenz von ary (= jene Fre-
quenz beil der der Wert von asy 3dB
unter dem Gleichstromwert app her-
abgesunken ist « « « 4 4 . . . . fav
Grenzfrequenz von are (= jene Fre-
quenz bei der der Wert von ape 3dB
unter dem Gleichstromwert aFE her-
abgesunken ist « .« . . . . . fae
Resonanzfrequenz © s e s s e e e fo
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Ip oder -Ip
Ic oder Ig
IcBo
Iczo
Ip oder Ig
Ir oder Ie
IEBO

Ii

Io
Is
Isurge

Sem 503

IX. TEMPERATUREN
Umgebungstemperatur., . . . . . . .
Kristalltemperatur eines Transistors

Knderung der Kristalltemperatursnnes
Transistors. . . . . . . . .« . e

X. h—VIERPOLGROuSEN

Basisschaltung’
Eingangswiderstand bei kurzgeschlos-
senem AUSEanNZ. « « + + 4 4 . 0 4 .

Spannungsriickwirkung bei offenem
Eingang. . . . . . . . . . . . ..

Stromverstédrkung bei kurzgeschlos-
senem AUSBaNg. + + 4+ + 4 4 4 . . .

Ausgangsleitwert bei offenem Eingang
Emitterschaltung

Eingangswiderstand bei kurzgeschlos-
senem AUSBANZ. « « 4 « o o o 4 . .

Spannungsriickwirkung bei offenem Ein-
BANE. v v 4 e v e e e e e e

Stromverstirkung bei kurzgeschlos-
senem AUSEaNE. « v o v « 4 4 . .

Ausgangleitwert bel offenem Eingang.

h11p
hi2p

-h21p
h22p

XI. VERSCHIEDENE SYMBOLE

Bandbreite. . . . . . . . . . . .
Klirrfaktor. . . . . . . . . . .
Rauschfaktor . . . . . . . . . .
Warmewiderstand. . . . . . . . .

Integrierungszelt eines Stromes oder
einer Spannung . . . . . . . . . .

Stromverstédrkung eines Transistors
in Basisschaltung. . . . . . .

Stromverstiarkung eines Transistors

in Emitterschaltung. . . . . . . .
Arbeitsfaktor . . . . . . . . . .
Wirkungsgrad . . . « « « . + . . .
Wellenldnge. . « + v v o v « . .

2FB oder 2fb

@FE oder %fe
&
n
X
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938 2615
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OAS5

GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in all glass construction,
designed as a general purpose diode

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM 4 POINTE D'OR de comstruc-
tion tout verre, congue pour usages généraux °
GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik fUr allgemeine
Verwendungszwecke

The red dot indicates the po-
sition of the cathode

Le point rouge marque la posi-
tion de la cathode

Der rote Punkt indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions in mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max15 min 37
- HEG=—=
\ g ______Jﬁrﬁ.w
max 15 3

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at,

Valable a } Tamb, = 25 75 %

(2R ¥- 1% N
-Vp = max. 100 50 v¢P)
-V = max. 100 50 v3)
Ip (tav = max. 50 msec) = max. 1195 35 mA3)
Ipy = max. 350 350 mA
ID surge = max., 500 aa®)
ID surge = max. 600 mA5)
ID pulse (8§ = 1%) = max. 1000 6
Tamb = =55 %/475%  7)

Storage temperature
Température d'emmagasinage =
Lagerungstemperatur

-55 9¢/+90°¢

T)Not, tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)Constant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)For derating curves see page D
Pour les courbes de réduction voir page D
Fiir die Reduktionskurven siehe Seite D

4)5)6)7)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2
7.7.1957 939 2488 1.

OAS5

7R05634
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C

= min. | max. = min. | max.
Vp (Ip=0,1ma)|= 0,15 |>0,10 | <0,25| = 0,08 | »0,03 | <0,20 V
Vp (Ip= 10mA)|= 0,4 ]>0,25 | <0,55| = 0,35 |>0,20 | <0,50 V
Vp (Ip=200mA)|= 0,8]>0,50|¢ 1,0] = 0,77 50,48 < 1,0V
Vp (Ip=300mA)l= 0,9 >0,55]| <1,25| = 0,88 |30,55 | <1,25 V
=Ip(-Vp=1,5 V)= 0,8|> 0,2|<¢ 5f= 15|> 5|< 26pa
-Ip(=Vp= 10 V)[[= 1,1|>0,3|¢ 6= 20{>5,5 |< 30 pA
-Ip(-Vp= 50 V)|= 2,5[>0,45|¢ 9f= 32|>7,5 | < 60 pa
-Ip(-Vp=100 V)|= 8(>0,7{¢ 30[= 50]|>» 10 |< 120 pa

4)Max. duration 1 sec
Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

S)Max. duration 0.3 sec
Durée 0,3 sec au max.
Max. Daver 0,3 Selk.,

6)Pulse duration max. 1 usec
Durée de 1l'impuls 1 usec au max.
Izpulsdauer max. 1 pSek.

)During operation
Pendant 1'opération
Wahrend des Betriebs

939 2489 2.
OA5
i 7R05635
1000 FOAS 8-8757 1 Current limits -
= ——=<Limites de couran 3
E Stromgrenzen =
~lp Fr s gt T st :
(5' A ) k amb = amb=
C N
100 £ mime
: s peaE
L ‘/ ”f’
L y A ’,,/’ i
L 4 ]
o /‘/ / ]
- W B
10E = = =
ot Paknp=snans :
- /l
L // |
o PY
N //’ i
18 E
L/ .
0,1k ]
0 50 ~Wp(V) 10010 50 —Yp W) 100
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OA7

GOLD-BONDED GERMANIUM DIOCDE in single-ended all-glass con-
structior designed for high forward current switching
applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre avec les connexions des électrodes d'une cote,
congue pour applications de commutateur a courant éleve
en sens conducteur

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik mit Elektroden-
anschliissen an einer Seite zur Verwendung als Schalter-
diode mit hohem Strom in der Durchlassrichtung

The red dot indicates the
position of the cathode

Le point rouge marque la po-
sition de la cathode

Der rote Punkt indiziertdie
Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max15 min 37

b

?
E
4l

=

15

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)

ma.

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte) Tamb = 75 OC
-VD (tgy = max. 50 msec) = max. 15V
-VDu = max. 25V
-VDgyrge (t = max. 1 sec) = max. 307V
ID = max. 50 mA
Ipn = max. 50 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 400 mA
Tamb = -55°c/+75 °c

Storage temperature
Température d'emmagasinage = -55 C/+75 °C
Lagerungstemperatur

1y Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

938 2969 Tentative data. Vorlaufige Daten 1.

3.3.1958 Caractéristiques provisoires

OA5

200 7R05633
O I Dmax =maximum permissible value of Ip|0458-8-57
A HIDmax =valeur admissible au max. de I
(n';:é\’j( 0 Ipmax=maximal zuldssiger Wert von I
150
Tamb=25°C.
100
50°C
50
75°C
0
20 40 60 80 100
e e ()
H—VDmax =maximum permissible value —\Vp
H—VDmax=valeur admissible au max. de —Vp
0~ Yomax =maximal zuldssiger Wert von -V
100 =
50 ERmnes
25 35 45 55 5 75
[
OA7
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltempératur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la o
jonction en 1'air libre K < 0,4 “C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

Tamb = 25 °C | Tamp = 60 °C
vp ( Ip = 0,1 mA) 0,18 0,12 Vv
vp ( Ip = 10 ma) 0,42 0,38 V
Vp ( Ip = 30 mA) 0,56 0,53 V
-Ip (-Vp = 1,5 V) 0,35 3,5 wA
-Ip (-vp = 10V ) 0,75 5,5 WA
-Ip (-vp = 25 V) 1,9 11 pA

Recovery time, measured at -Vp = 5 V after forward pulse
current of mA

Durée de rétablissement, mesuree a -Vp = 5 V apres une im-
pulsion de courant en sers conducteur de 5 mA

Erholungszeit, gemessen bei -Vp = 5 V nach einem Strom-
impuls von 5 @A in der Durchlassrichtung

(o]
amb = 25 C
Square wave pulse
generator M
tnératecr ool gl T
4 onde carrée 0 E: Oscilloscopel
Rechteck- 3~ |Osziltograf
Impulsgenerator <
Ri=6000 Shunt diode
O= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung

938 2970 Tentative data. Vorlaufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires



OA7 OA7
100 7R05767
Recovery time (continued) = A7 15-1-757]
Durée de rétablissement (suite) InE =
Erholungszeit (Fortsetzung) D\_ .
Pulse data (mA/_ ]
Données de 1'impulsion
Impulsdaten f = 50 kc/s B ]
1 = 0,5 - B
Rise time 6’(’ -
Temps d'accroisement ¢ 0,1 psec r A Y
Anstiegszelt V// 0
- L 4 i
IpM = 5 mA C ,\09 ({\Q ]
VDM = 5V I / ;\0 4
Oscilloscope data i ]
Donnees de l'oscllloscope Cinp = 40 pF 10k
Daten des Oszillografen E 217 =
Rise time o ]
Temps d'accroisement = 0,025 psec r / E
Anstiegszeit 5 yab A B
L /’ ]
0.5 psec after the current impuls i / i
-1p 90,5 usec apreés l'impulsion de courant ¢ 250 pA /
0,5 uSek nach deam Stromimpuls /
3.5 usec after the current impuls /
-1p 43,5 wsec apres 1'impulsion de courant ¢ 25 pA N y ]
3,5 uSek nach dem Stromimpuls L 1
—>t usec) i ]
0 05 ! 15 2 25 3 35 /
0 T T T T T T T 1E 7 =
L4 E 3
= 1 =
V50— ! » ] .
]
1 F 7
100+ |
| : / :
1501 Il B .
|
) Azoo— ! - |
ipleA) ,
250-—- C b
300|- ™o 250uA : :
0,1
0 02 0,4 06 Wp(v) 08
3.3.1958 A
938 2971 Tentative data. Vorléufige Daten 3.
3.3.1958 Caractéristiques provisoires
OA 7
7R05768
100 OA7 15-1-57]
_ID - -
(LA 1
L 4
L i
- |ATomb=60°C 1
10E 3 e
- " d 3
» P 7
- // B
L | A i
- L L HTomb=25°C ]
B = ]
L P d .
1E E
- 4 =
: g ]
[ /' i
i A 4
L | A .
0,1
0 10 20 30 —Vp[V) 40



OA9

GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in single-ended all-glass con-
struction, designed for high-current switching applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINT D'OR en construction
tout verre a sorties d'un cdté; la diode est congue pour
applications de commutation a courants élevés

GERMANIUM-GOT.DDRAHTDIODE in Allglastechnik mit einseitiger
Drahtausfiihrung; die Diode ist bestimmt fiir Schalteranwen-
dungen mit nohen Strodmen

The red dot indicates the po-
sition of the cathode

Le point rouge marque la posi-
tion de la cathode

Der rote Punkt indiziert die
Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max15 min37

3 |
Gl =7

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamb = 75 °C
-Vp = max. 25V
~Vou = max. 25 vV
~VDsurge (t = max. 1 sec) = max. 40V
direct current
Ip § courant continu = max. 100 mA
Gleichstrom
resistive load @
Ip  a charge résistive = max. 100 mA 2)%
mit Widerstandsbelastung

a charge capacitive = max. 65 mA2)3)

capacitive load
Ip
mit kapazitiver Belastung

with pulse signal
Ip | a signal a impulsions = max. 65 mA z)
mit Impulssignalen
Ipy = max. 500 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 800 mA
Tamb = =55 %/ +75 °c

Storage temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-55 °¢c/ 490 °c

OA9

1)...3) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

938 2898 Tentative data.Vorl&dufige Daten 1.,

- 3.3.1958 Caractéristiques provisoires

0OA9

Pulse data _
Données de 1'impulsion f = 50 ke/s
Impulsdaten s = 0,5
Rise time
Temps d'accroisement < 0,1 psec
Anstiegszeit
IpM = S5 mA
-Vpu = 5V
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope Cinp = 40 pF
Daten des Oszillografen
Rise time
Temps d'accroisement = 0,025 psec
Anstiegszeit

psec after the current impuls
usec apres 1'impulsion de courant = 240 pA
uSek nach dem Stromimpuls

5

S

5

5 usec after the current impuls

5 psec apres 1'impulsion de courant = 10 pA
5 uSek nach dem Stromimpuls

5

5

5

usec after the current impuls
psec apres 1'impulsion de courant
pSek nach dem Stromimpuls
st (esec)
0 05 1 15 2 25 3 35
T

"

2 pA

2uA

Page 1; Seite 1

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
2) tav = max. 50 msec
3) Sinusoidal input signal

Signal d'entrée sinusoidal
Sinusférmiges Eingangssignal

938 2900 Tentative data. Vorliufige Daten 3.
3.3.1958 Caractéristiques provisoires

Statical characteristics
Caracteristiques statiques
Statische Kenndaten

Tamb = 25 °C |Tamp = 60 °C
Vvp ( Ip = 0,1 ma) 0,16 V 0,09 V
vp ( Ip = 10 mA) 0,32 V 0,26 V
vp ( Ip = 500 ma)*) 0,74 V 0,70 V

max. 0,9 V

-Ip (-Vp = 1,5V ) 0,9 pa 9 pA
-Ip (-vp= 10V) 1,5 pA 12,5 upA
-Ip (-Vp = 257V ) 3,3 pA 21 pA

Thermal resistance (?unction to free airz
Résistance thermique (de la jonction jusqu'a 1'air libre)
Thermischer Widerstand (vom Kristall bis an die freie Luft)

K £ 0,25 °c/mh

Dynamical characteristics
Caractéristiques dynamiques
Dynamische Kenndaten

cur

f 0,5 Mc/s

Recovery time, measured at -VD = 5V after forward pulse
current of mA

Durée de rétablissement, mesurée a -VD = 5 V aprés une
impulsion de courant en sens conducteur de 5 mA
Erholungszeit, gemessen bei -Vp = 5 V nach einem Strom-
impuls von 5 mA in der Durchlassrichtung

-Vp = 0,75 V } S

Square wave pulse
generator IN|
Generafeur d’impylsions| i i
G onde carrée D S |Oscilloscope
X -
Rechteck- ~ |Oszillograf
Impulsgg;n_erator
=60002 Shunt diode
D= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung

4) Measured with current pulses, § = max. 10 %
Mesuré avec impulsions de courant & = max. 10 %
Gemessen mit Stromimpulsen, § = max. 10 %

938 2899 Tentative data.Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires

Recovery time, measured at -Vp = 10 V after forward pulse
current of 400 mA

Durée de rétablissement, mesurée a -Vp = 10 V aprés une
impulsion de courant en sens conducteur de 400 mA
Erholungszeit, gemessen bei =-Vp = 10 V nach einem Strom-
impuls von 400 mA in der Durchlassrichtung

»
Vv 7l

Mercury rela, .
8V eIa:z ) rr}wlercur}e, < OSC’I_IOSCOPG
Quec szlberrela/s X | Oszillograf

26V +

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schal tung

Pulse data
Données de 1'impulsion
Impulsdaten Ipy = 400 mA
-Vpy = 10V
§ = 20¢%
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope
Daten des Oszillografen Cinp = 15 DF
Rinp = 4 MQ
Rise time
Temps d'accroisement = 0,016 psec
Anstiegszeit

3.5 usec after the current impuls
-ip <3,5 usec apres 1'impulsion de courant = max. 150 pA
3,5 uSek nach dem Stromimpuls

938 2901 Tentative data. Vorldufige Daten 4.
Caractéristiques provisoires
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OA9

7R05774
Forward voltage recovery, measured with current pulses of 7000§ 1 H 111049, 16-1-'57
400 mA In E NN EEE [Tt 3
Rétablissement de la tension en sens conducteur, mesuré DFE =809 =259 =
avec impulsions de courant de 400 mA ’ (mA\- 7(-me—60 ¢ 7;me 5°C |
Erholung der Spannung in Durchlassrichtung, gemessen mit IE 4 N
Stromimpulsen von 400 mA ' [ ]
/|
i { /
008 = 4 3
Pulse generator YETY N / ! 7]
Générateur & impulsions Oscilloscope X / / ]
Impulsgenerator Oszillograf ]00 = T =
© Ri=15000 E E
L = ) - 1 -
Measuring circuit4 circuit de mesure; Mess-Schaltung - I
Current pulse da,‘;a N B
Données de 1'impulsion de courant
Stromimpulsdaten £ = 20 ke/s ot ' ]
timp = 1 usec o ]
Ipy = 400 mA r ]
Oscilloscope data ,0: E
Données de.1'oscilloscope E E
Daten des Oszillografen Cinp = 20 pF E 3
Rise time [ .
Temps d'accroisement = 0,04 sec B
Anstiegszeit N ]
lusec : ]
1E 1 =
i Vom E E
! - =
| - :
t,—c-—-lo,.?ysec -
Current pulse Voltage pulse
Impulsion de courant Impulsion de tension o -
Stromimpuls Spannungsimpuls
Vpy = 0,87V max. 1,4 V E ]
after 0.4 psec 0,7 5 VoV 70 05 v {V) 7
vp § apres 0,4 psec = 0,7V max. 1,0 V
nach 0,4 uSek ’ ’ 0 0, (V) ¢ DIv?
3.3.1958 A
938 2902 Tentative data. Vorldufige Daten 5.
3.3.1958 Caracteristiques provisoires
7R05775
100 0A9 15-1-"57]
—IpE -
(A -
- ° 1
Tamb=60"C
L Py ] ]
I g 4
- ’ﬂ 1
i —a—"’—’ )
10 :
— 5°C 4
F ATamb=2
/
’
L 1 R
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A ]
- -
L ’/’ 1
L 1 1
-
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1E =
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0,1
0 . 10 20 30 —Wp(v) 40
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GERMANIUM JUNCTION DIODE for use as rectifier for medium
currents and voltages

DIODE A JONCTION DE CRISTAL DE GERMANIUM pour utilisation
en redresseuse pour des courants et tensions moyens

GERMANIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fir
mittlere Strome und Spannungen

max22

2
Dimensions in mm
Dimensions en mm d

Abmessungen in mm
E{:[L’f_ fe
\ k
« 15 )

When fastening the diode a torque of 3 cm kg should not be
exceeded

En fixant la diode un moment de torsion de 3 cm kg ne sera
pas surpasse

Beim Befestigen der Diode darf ein Drehmoment von 3 cm kg
nicht Uberschritten werden

20

M4

Limiting values (4bsolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vp = max. 85V
-Vpu = max. 85V
Ip = max. 12 A
IDM = max. 12 A
Ipy max. 90 A ')
See page B
Voir page B

Siehe Seite B
max. 75 °c

o
o
N —A—

Load capacitor 5
Capacité de charge(-Vpy = 85 V) = max.1000 pF °)
Ladekondensator

') During switching on
Pendant la mise en circuit
Beim Einschalten

2) At lower values of -Vpy the load capacitor can be raised
inversely proportional to -Vpy
A des valeurs plus basses de -Vpy la capacité de charge
peut étre augmentée inversement proportionnelle a -Vpy
Bel kleineren Werten von -Vpy kann der Ladekondensator
umgekehrt proportional vergrodssert werden

938 3061 Tentative data. Vorl&ufige Daten 1.
6.6.1958 Caractéristiques provisoires

0A 31

Operating characteristics (continued)
Caractéristiques d'utilisation (suite)
Betriebsdaten (Fortsetzung)

Bridge rectifier circuit
Circuit redresseur en pont
Gleichrichterbriickenschal tung

V.
Vi = 54 Verr :
Io= 74 0000y
Vo = 48 V -
¥ h 4
- - I,,T "3
4 h & +

Three-phase bridge rectifier circuit
Circuit redresseur triphasé en pont
Dreiphasen-Gleichrichterbriickenschal tung

Vi = 31 Vers i

Io = 10,5 A Vi

Vo= 70V

!EJ :hJ -
IT Y

0
. r

OA 31

Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
Ty = 25 °C Ty = 75 °C
vp ((Ip = 0,1 4)|=0,5V
vp ( Ip = a)|=0,5V
Vp (Ip= 124)||=0,6V |<0,7V
-Ip (-Vp= 1 V) |= 25 pA = 1,5 mA
-Ip (-Vp = 85 V)| = 40 pa = 1,8 mA |[< 4 mA

Thermal resistance from junction to
jmounting base

Resistance thermique de la jonction
Jusqu'a la plaque de montage

Thermischer widerstand vom Kristall
bis an die Montageplatte

K = max. 5 °c/w

Operating characteristics
Caracteristiques d'utilisation

Betriebsdaten
Tamb <45 oC; with copper heat sink of 100x80x1 mm per
diode
Tamb <45 OC; avec plaque de refroidissement de cuivre

100x80x1 mm par diode

Tamp $ 45 °C; mit kupferner Kiihlplatte von 100x80x1 mm
pro diode
Half wave rectifier circuit
Circuit redresseur demi-onde
Halbwellengleichrichterschaltung
Vi = 54 Verr ') -
Io = 3,5 4 Vi LiZ W
Vo = 24V T v+

1) When a load capacitor is used the permissible value of
Vi is mex. 27 V X
Si une capacite de charge est utilisee la valeur admis-
sible de Vi est de 27 V au max.
Wenn ein Ladekondensator verwendet wird, ist der zu-
ldssige VWert von Vi max. 27 V

938 3063 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
6.6.1958 Caractéristiques provisoires

938 3062 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires

0OA 31
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Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air

Augmentation de la température de la
jonction en l'air libre

Temperaturerhdhung des
freier Luft

Kristalls in

7R05936
0A31 2-5-756
|
4 1) Diode bottom temperature = Tam
2) With heat sink 100x80x1mm, blackened Cu
{W) 3) Without heat sink
1) Température du fond de la diode=Tamb I
25 Avec plaque de refroidissement 100x80xImm,Cu noirci
12 3) Sans plaque de refroidissement
1) Temperatur des Diodenbodens=Tamb
2% Mit Kiihlblech 100x80xImm, Cu geschwdrzt
3) Ohne Kiihlblech
10
8
+
N
6 \6\%
45
é'//
4
s ) o
<
2
K=50°C/w3)
0 BT :
25 35 45 55 65 Tamb(°C)75
B
OA 47
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

K ¢ 0,45 °C/uW

Tamb = 25 °C | Tamp = 60 °C
vp ( Ip = 0,1 mh) 0,17 0,12 V
Vvp ( Ip = 10 ma) 0,40 0,36 V
Vvp ( Ip = 30 ma) 0,52 0,48 V
-Ip (-Vp = 1,5V ) 1,0 7 pA
-Ip (-vp = 10V) 4,5 17 upA
-Ip (<Vp = 257V ) 30 50 ph

Recovery time, measured at -Vp = 5 V after
current of 5 mA L.
Durée de rétablissement, mesurée a -Vp =

Erholungszeit, gemessen beil -Vp =
impuls von 5 mA in der Durchlassrichtung

5 V aprés une im-
pulsion de courant en sens conducteur de S mA
5 V nach einem Strom-

forward pulse|

Square wave pulse
generator »
Générateur d'impulsions ¢
d onde ¢ carrée D Q |Oscilloscope
Rechteck- ~ |0szillograf
Impulsgenerator
Ri=6000 Shunt diode
D= Diode de dérivation
Ableitdiode
Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung
938 2973 Tentative data. Vorlaufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires

OA 47

GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in miniature all-glass con-
struction designed for high forward current switching
applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre miniature congue pour applications de commu-
tateur a courant élevé en sens conducteur

GERMANIUM~GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik zur
Verwendung als Schalterdiode mit hohem Strom in der Durch-
lassrichtung

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc margue la po-
sition de la cathode

Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max2’) max 2’
£

S8 I d k . o
max 7,6 J
64%25

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

max2,5%
?

Tamp = 75 °c

-Vp = max. 15V
-VpM = max. 257V
~VDsurge (t = max. 1 sec) = max. 307V
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 50 mA
Ipy = max. 50 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 300 mA
Idsurge{tagy = hax. 60°6G) = max. 400 ma
Tamb = -55%/+75 °c
Storage temperature

Température d'emmagasinage = -55°C/+75 °C
Lagerungstemperatur‘

]) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

938 2972
3.3.1958

Tentative data. Vorlaufige Daten 1.
Caracteristiques provisoires

OA 47

Recovery time ! (continued)
Durée de rétablissement (suite)
Erholungszeit (Fortsetzung)

Pulse data
Données de l'impulsion
Impulsdaten £ = 50 ke/s
s = 0,5
Rise time
Temps d'accroisement < 0,1 psec
Anstiegszeit
IDM = 5 mA
-VDN = 5V
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope Cinp = 40 pF
Daten des Oszillografen
Rise time
Temps d'accroisement = 0,025 usec
Anstiegszeit
.5 usec after the current impuls
-ip 90,5 usec apres l'impulsion de courant < 250 pA
b

uSek nach dem Stromimpuls

usec apres 1l'impulsion de courant < 25 uA

5
5
5
.g psec after the current impuls
5 uSek nach dem Stromimpuls

—>t (i sec)
0 05 1 5 2 25 3 35

938 2971

Tentative data. Vorldufige Daten 3.
3.3.1958

Caractéristiques provisoires
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0A 70

GERMANIUM DIODE for use as video detector

C

1

3

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM pour la deétection vidéo
GERMANIUMDIODE zur Video-Demodulation

Dimensions
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Limiting values (Absolute max. values)

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)For the relation between simultaneously allowable maximum

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziertdie

in mm

Katodenseite
max 27) max 2"
e < 50
= DS
L max 12,7
I 100%25

aracteristiques limites (Valeurs max. absolues)

-VpM = max, 22,5 V
-Vp (tgy = max. 50 msec) = max. 15V
Ip = max. 50 mA 9)
Ipy = max. 150 mA
Isurge = max. 400 mA 3)
Tamb = -500C/+75 ©cC

values of -Vpy and Ip see the derating curve (page D).
Operation 1n accordance with this derating curve is
prescribed. The derating curve is valid at Tgpp £ 25 ©C.
At _higher temperatures an extra derating of Ip a factor
Tan® is prescribved.

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et ID
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
(page D). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrite.la courbe de réduction est valable a Tapy £ 25°C
A des températures plus élevées une réduction supplémentaire

de Ip par un facteur Tamd est prescrite.

Fir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist, vorge-
schrieben.Die Reduktionskurve ist giiltig bei Tamb $ 25 Sc,
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion

von ID mit einem Faktor Tamd vorgeschrieben.
)Max, duration 1 sec.

Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

7. 7.1957 939 2437 1.

OA 47

7R05846

100g 0A 47 26-2-"56)
(A Tamb=60°C :
amb=
r AL 1
C pZ ITTTT] Ll 1
Tamb=25°C
L /// / i
I‘/
M p% b ]
L // / _
L L/ /1 _
10k -
P E
] ]
L /| ]
- 4 -
1144 ]
- e
oLl
0 10 20 30 —plv) 40
B
0OA 70
Capacitance
Capacite Cdk = 1 pF
Kapazitat
Characteristics
Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten
vp (Ip = 0,1 mA) > 0,1 < 0,25V
-Ip (-Vp = 1,5 V) > 1 ¢ 30 pA
Operating characteristics as video detector ,
Caractéristiques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video-Demodulator
o Vhfm = 95V
J- i Ry = 3,9 ke
Vit Ce =C; SR, €/ = 107pF
1- Ce = 20 pF
f = 30 Mc/s
) = 62 %
ra = 3 kQ
See also pages E to J .
Voir aussi pages E jusqu'a J
Siehe also Seiten E bis J
Net weight
Poids net 0,6 g
Nettogewicht
939 2438 2.
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OA 71

GERMANIUM DIODE in all glass construction for high inverse
voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
des tensions inversesélevées

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik filr hohe Sperrspannungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der welsse Ringindiziert die

Dimensions 1in mm
Dimensions en mo
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 27 max 27)
s
. d ~N : 5y
== =S
max 12,7 =
100125

e
Limiting values (Absolute max. values )

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Kenndaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at, }
Valable a Tamb  _ _ _ _ .. _=___ .25 __50__ _60°¢
Giltig ver | Zyp2) = max. 60 60 50V
-vpy °) smax. 90 90 75V
Ip (-Vpy = O V)= pax. 35 mA
D (-vpu = 90 Y)o max. 10 mA
IDy = max. 150 150 150 mA
Isurge 5) = max. 200 200 200 mA
Tagb - -50/+60 og

1)Not tinned; non étvamé; nicht verzinnt

2)Constant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)sinusoidal voltage
Tension sinusoidale
Sinusfdrmige Spannung

4)5)see page 2; voir page 2; siehe Seite 2

7.7.1957 939 2441 1

OA 70
7R05622
n OA70-0A73 6-8-°57 17
(%) R1=
o 10kQ]
—T1 =T 6k ]
- ] - O —— T -Il' ﬂ‘_
po? ot
!
A
60 BE 01
u =
— ThO)—
40 i
» ]
60Mc/s Vot Cc'-II= % +C‘1 §R1::
rq
[2%0)
10
= L 1= I
5 10k
L] 8hO
6k
4hQ
2k
kO
0 L 11
0 Z 4 6 Vhrp(V) 8
s J
OA 71
Capacitance
Capaclte Cax = 1 F
Kapazitat
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Tamb = 25 OC Tamb = 60 OC
= Min. Max. = Win., | Max.
vp(Ip= 3 mA){= 0,76 | 0,40 | ¢1,05|= 0,7 | »0,3 | <1,0 V
Vp(Ip= 30 mA)f= 2,8 >1,8 Gyf= 206 | 21,7 | 3,9V
-Ip(-Vp=1,5 V)|= 1,6 50,1 7= 17 | 0,1 <40 pA
-Ip(-Vp= 10 V)|= 3,5 0,5 Q2f= 25 >8 <65 pA
-Ip( VD— 60 V)|= 28 3 A15)= 90 325 | <280 pA
-Ip(-Vp= 90 V)|= 85 >8 250(= 230 | »35 | <500 pa
Net weight
Poids net = 0,68
Nettogewicht

4)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vpy and Ip see the derating curve (page D).
Operation in accordance with this derating curveis
prescribed. The derating curve is valid at Tamp £ 25 °C.
At higher temperatures an extra derating of Ip by a factor

is prescribed.
Tambd P

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et Ip
admissibles simultanement voir la courbe de réduction
(page D). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrite.La courbe de reductlon est valable a Tamp £ 25°C
A des températures plus élevées une reduction suxﬂémentaue

de Ip par un facteur Tamb est prescrite

Fiir die Beziehung zwischen den gleichzeitlg zul#dssigen
Hochstwerten von -VpyM und ID siehe die Reduktionskurve
Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
schrieben. Die Reduktionskurve ist giiltig bei Tamb £ 25 °C
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion

von Ip mit einem Faktor Tﬁgﬁ vorgeschrieben

5)Max.duration 1 sec.
Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

939 2442 2.
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OA 72 2.0A 72

GERMANIUM R.F. RECTIFIER DIODE in all glass construction
with high inverse resistance

TYPE 2-0A72 consists of 2 diodes OA 72 selected for opera-
tion in a ratio detector or similar circuits

DIODE REDRESSEUSE H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM de construction
tout verre, avec resistance inverse élevée

LE TYPE 2-0A72 est compose de 2 diodes 0A72 sélectionnées
pour opération en détectrice ratio ou en circuits analogues

HF-GERMANIUMGLEICHRICHTERDIODE in Allglastechnik mit hohem
Sperrwiderstand

TYPENNUMMER 2-0A72 besteht aus 2 Dioden OA 72 die ausgesucht
sind zur Verwendung als Ratio-Detektor oder in #hnlichen
Schaltungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

1) 21
max 2 m%:

|—=,ir~——d( De—=—8i

max 12,7
100+25

Limiting values (Absolute max. values)
(aracterlstiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at,

Valable a Tamb = 25 60 OC

Gliltig bei ST m s s oo
-Vp ) = max. 30 30 V
-VDy 3) = max. 45 45+ V
Ip(-vpy = 45 V)*) = max. 10 4
Ipy = max.100 100 mA
Isurge 5) = max.200 200 mA
Tamb = -500C/+60 °C

1)Not tinned; non étame, nicht verzinnt

2)Constant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)sinusoidal voltage
Tension sinusoidale
Sinusfdrmige Spannung

4)5)see page 2; voir page 2; siehe Seite 2
7 -

?7.7.1957 i 939 2443

OA 72 2.0A 72

Operating characteristics of a matched pair ¢-0A72 as
atio detector

,aracteristhues d'utilisation d'une paire jumelle 2-0A72
en détectrice ratio

Betriebsdaten eines Diodenpaars 2-0A72 als Ratio-Detektor

2200F ., %00 15402
30pF " ol ¢ 92
b= o T M 3 S
[l -
=] Y sk 7 s cle
e A tad
3000 15k82
12k
1500, S WA
T | K
e
Transformer ratio N
Rapport de transformation _P _
Ubersetzungsverhdltnis Nt
Primary circuit 1
Circuit primaire L= 7,4 uH R =40 kQ ")
Primédrkreis
Secundary circuit 1
Circuit secondaire L =25,5ul R =55 kQ ')
Sekunddrkreis
KQ = 0,79
fo = 10,7 Mc/s
af = 15 ke/s
n = 30 %
f = fo
"{2v<vc<2ov}; 30
f = fo t 25 ke/s
C’{2v<vc<aov 15

fo = resonance frequency; fréquence de résonance;
Resonanzfrequenz

af = frequency sweep; balayage de fréquence; Frequenzhub

n = AM modulation factor, facteur de modulation AM;
All-Modulationstiefe

a = AM suppression factor; coefficient de suppr9551on AM;
AN Unterdruckungsfaktor

1)Undamped
Non amorti
Unged&mpf't

)Measured in the circuit
Mesuré dans le circuit
In der Schaltung gemessen

7.7.1957 939 2458 3

OA 72 2-0A 72

Characteristics

Caractéristiques Tamp = 25 °C
Kenndaten
‘ gtatic vp( Ip = 0,1 ma) = 0,20 V
tatique _ -
Statisch vp( Ip = 10ma) = 1,47
Vp( Ip = 30ma) = 2,47V
-Ip(-Vvp = 1,5V ) = 0,8 pa
-Ip(-Vp= 10V ) = 4,5 uA
-Ip(-¥p= 30V ) = 50 uA
-Ip(-Vp = 45V ) = 130 pA
Dynamic
Dynamique
Dynamisch
vy = 3 Verf
f = 10,7 lic/s
n = 85 %
rq = 17 k@

4)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vpy and ID see the derating curve (page B).
Operating in accordance with this derating gurveois
prescribed. The derating curve is valid at Tamb = 25 C.
At higher temperatures an extra derating of Ip by a factor
25
Tamb is prescribed
Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et ID
admissibles simultanement voir la courbe de réduction
(page B). Une operation en accord avec cette courbe est
prescrite,la courbede reduction est valable a Tamb £ 25 OC
Ades températures plus élevées une réduction supplémentaire
de ID par un facteur__25_est prescrite

Tamb

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Seite B). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vor%e—
schrieben.Die Reduktionskurve ist giiltig bei Tamp & 25
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusitzliche Reduktion

von Ip mit einem Faktor TEES vorgeschrieben
S)Max. duration 1 sec.

Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

939 2444 2.
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OA 72 2.0A 72 0A 73

JR05627

Q
P v GERMANIUM DIODE in all glass construction for use as video
i detector '
z DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
la détection vidéo
N N GERMANIUMDIODE in Allglastechnik zur Video-Demodulation
< Il
S % The white band indicates the
= position of the cathode
| Dimensions in ms L'anneau blanc margue la posi-
Q Al?%)mensions ?n om tion de la cathode
Q / N messungen in om Der weisse Ring indiziert die
N qQ / Katodenseite
w N~ max 27 max 27
o % 8 o ~N_| " . u‘;
g3 f ——__Di—=—=%{
] E 1 max 12,7
E $ 1] 100%25
Y f
E O
% v S 8 Limiting values (Absolute max. values)
Qs s Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Qv
5 4 Grenzdaten (Absolute laximalwerte)
g..'é’ E -Vpy = max, 30V
EB ~ -Vp (tay = max. 50 msec) = max. 20V
g8l Ip (-Vpy = O V) = max. 50 ma %)
Ei’é . Ipy = max. 150 mA
ESE o Isurge = wax. 400 mA J)
IL ||x IL / N Tamb =-500C/+75 ©C
g g E 1 Yot tinned; non étamé; nicht verzinnt
,S“_Q' Q 2)Fo:f‘ the relation between simultaneously allowable maximum
~ values of -Vpy and ID see the derating curve (page D)
/ Operation in accordance with this derating curveis
/ prescribed. The derating curve is valid at Tamb< 25 ©C.
/ At higher temperatures an extra derating of IDbya factor
/
o Tamp 1S Prescrived
Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpp et Ip
/| admissibles simu}tanément voir la courbe de réduction
/ (page D). Une opération en accord avec cette courbe est
/ prescrite.la courbe de réduction est valable a Tgmb< 25°C
A des températures plus €levées uneréduction supplémentaire
7 de Ip par un facteur Tamb est prescrite.
Fur die Beziehung zwischen den gleichzeitlg gzulédssigen
L Hochstwerten von -VDy und ID siehe die Reduktionskurve
’__ o (Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
5T 3 (=) o schrieben.Die Reduktionskurve ist gliltig bei Tamp £ 25°C.
£ £ ™ Bei hoheren Temperaturen ist eine zusétzlichsnkeduktion
!\?\-— von Ip mit einem Faktor T%a%ﬁ vorgeschrieben.
B 3)Max. quration 1 sec.; durée ! sec. au max.;
max. Dauer 1 Sek.
7.7.1957 939 2459 1.
Capacitance 100 T _ Gurrent limits 04 737/?2_5,6_2,957
Capacité Cax = 1 pF E T limites de courant———_94/ /]
Kapazitdt I = I Stromgrenzen 1 E
Characteristics - - o _/N° 7
Caractéristiques Tagp = 25 OC (mA)E Tamp=25"C Tamp=60"C B
Kenndaten Min Max. B i
Vp (Ip = 8 ma) >0,5 < 1,0V L -
Vp (Ip = 0,1 ma) > 0,1 ¢ 0,2V ez p” p3 B
~Ip (-<vp= 1,5V) > 1 < 18 pA B V.e% Pl A L
sIp (-Vp= 10V) > 8 < 100 pA N v y 7 p ]
-Ip (-Vp = - DAy /| i
Ip(-vp= 207V) > 25 < 400 pA B /(| y ,/ / ]
-ID (-VD = 30V) > 45 < 1200 pA N / / // ,/ // .
10 - / 7 /‘ -
Operating characteristics as video detector - =
Caracteristiques d'utilisation en détectrice vidéo o / / £ -
Betriebsdaten als Video-Demodulator - H / ]
_ v .
N Vnfm = 5V }' By BEY;
l g l 1 Ry = 3,9 ke HEEY / Il / 7
Ve .l.cc .l_q ) ¢/ = 105F LA iV 1
< Cc = 20 pF /
= 30 Mc/s F “ / | / |
n = 6212 Crr ] | ]
ra = 3k F| ) | ]
See also page E to J . : | | | / :
Voir aussi page E jusqu'a J l Il
Siehe also Seiten E bis J 1t i =
Net weight 5 j' | E
Poids net 0, 6g i 1
Nettogewicht U 1 R
al il ]
2l | ]
L | ]
L I |
| i
I Tl R
C 1l ]
- l; |
0,1
0 T plv] 20 7wVl 2
7.7.1957 A
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OA 79 2-0A 79
Charact'er'isbics
Caractéristiques
Kenndaten
Tamb = 25°C Tamb = 60°C
= Min. Max. = Min. Max.
vp( Ip = 0,1 mA)||= 0,23 | 0,15 |<0,30|= 0,16 | »0,1 {€0,25V
vp( Ip = 10 mh)l= 1,5| »0,8 | <2,2= 1,4 |>0,7 | 1V
vp( Ip = 30 ma)|= 2,8| 1,4 | <4,0l= 2,6|>1,2 | 3,8V
-Ip(-Vp = 0,1 V )= 0,35 <1,0l= 4,5 <12 s
-Ip(-vp = 1,5V )|= 0,8 | »0,1| <2,8)=  6)>0,8 5uA
-Ip(-Vp = 10V )= 4,5| 20,4 asll= 16]»2,5 | <60upA
-Ip(-vp = 30V )|= 35| »1,5| «150|= 60| >8] <300ua
-Ip(-Vp = 45 V)= 90 >4 | <350[= 170| >15 | <5004uA
Tamp = 29 oc
Vi = 3 Verf
£’ =10,7 Me/s
n = 8%
rg = 15kQ >13,5 kR <19 ke

Caracteéristiques

Operating characteristics as A.M. detector
3 d'utilisation en détectrice A.M.
Betriebsdaten als AM-Signalgleichrichter

Temb = 25 °C

Vi = 0,1 Veff

f = 0,5 Mc/s

V= = 55 mV

Vo = 4,5 mVerr )

ra 40 k@ )
10uF

—>-

L
T

50k

1 c,l
I

'y 15 30 % modulate
Ii modulé de 30

0

I3 30 % moduliert

2) Unmodulated input signal |
Signal d'entrée non module
Nicht-moduliertes Eingangssignal

939 2474

OA 79 2-0A79

GERMANIUM DIODE in all glass construction for use in AM
detection circuits

TYPE 2-0A79 consists of 2 diodes OA 79 selected for oper-
ation in a ratio detector circuit

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
operation en circuits detecteur AM

LE TYPE 2-0A79 est composé de deux diodes OA 79 selection-
nées pour opération en circuits detecteur ratio
GERMANIUMDIODE in Allglastechnik zur Verwendung in AM-Gleich-
richterschaltungen

TYPENNUMMER 2-0A79 besteht aus 2 Dioden OA 79 die ausgesucht
sind zur Verwendung in Ratiodetektorschal tungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de lacathode

Der weisse Ring indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

P 1) Katodenseite
max 2" max 2
A

T N [

-0\
===
max12,7 =

! 100%25

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at, o
Valable & ¢ Tamp = 25 60 “C
Gliltig bey =  — T T T 7 i
-Vp (tav = 50 msec) = max. 30 30V
-Vpy = max. 45 45 v9)
Ip (tav = 50 msec) = max. 35 15 ma®)
Ipy = max. 100 100 mA
Isurge = max. 200 200 wal)
Tamb = -50 °c/+ 60 °C
")Not t1immed
Non étamé
Nicht verzinnt
2)see page 4
Voir page 4
Siehe Seite 4
3)uax, duration 1 sec
Durée | sec. au max.
Max. Dauer ! Sek.
7.7.1957 939 2473 1.

OA 79 2-0A 79

Operating characteristics of a matched pair 2-OA 79 as ratio
detector
Caractéristiques d'utilisation d'une paire jumelle 2-OA 79
en detectrice ratio
Betriebsdaten eines Diodenpaars 2-0A 79 als Ratio-Detektor
_ 5e0
115pF DI iske  4ke  Tamd = 25°C
NV
3301 3¢
A pF 35
S = L==IC= Ve
"I 5
2700 §
F ©
TT TH
- I
Primary circuit Lp = 7,44
For optipum A.M. sup-  Circuit primaire _ )
pression D] must be  primirkreis R =
that diode of the R 40 k')
matched pair which
has the better dynam- Tap
ic forward character- Prise = 0,5
istic Anzapfung .
Afind'obtenir 1la sup~  gecund circult Lsg = 4,4
pression A.M.optimun, Circult Secondaire (- : ‘ILH
Disera cette diode de  Sojunairkreis Q > 15 °7)
la paire jumellequi a R °> 45ke')
la meilleure caracte-
ristique dynamique en  gq = 0,829
sens conducteur ’
Zur Erhaltung der op- fo = 10,7 Mc/s
timalen AM-Unterdriick- af = 15 ke/s
ung muss D1 diejenige - 30 %
Diode des Diodenpaars
seindie die beste dy- f =fo } 2 30
namische Kennlinie in 2V Vg <20V
Durchlassrichtung hat R f = fo * 25 ke/s 2 >
2V Vg <20V
fo = resonance frequency; fréquence de résonance;
Resonanzfrequenz A
Af = Frequency sweep; balayagede fréquence; Frequenzhub
mn = AM modulation factor; facteur de modulation AMN;
AlM-Modulationstiefe
a = AM suppression factor; coefficient de suppression AM;
AM Unterdrickungsfaktor
17)Undamped 2)Measur;ed in the circuit with Vep = 350 oV
Non amorti Mesuré dans le circuit avec Vem = 350 mV
Ungedé&mpf't In der Schaltung mit Vfm = 350 mV gemessen
7.7.1957 939 2475 3.



OA 79 2-0A 79

2)For‘ the relation between simultaneously allowable maximum

values of -Vpy and ID see the derating curve (page E.)
Operation in accordance with this derating curve is
prescribed. The derating curve is valid at Tamb £ 25 °C.
At higher temperatures an extra derating of ID by a factor

is prescribed.
Tamb b

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpu et ID
admissibles s:Lmultanement voir la courbe de réduction
(page E). Une operation en accord avec cette courbe est
prescrite.La courbe de reductlon est valable a Tamy = £ 250¢C
Ades températures plus élevées une réduction supplementaire

2
de Ip par un facteur G est prescrite.

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Héchstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(seite E). Betrieb entsprechend dieser Kurve 1st vor e—
schrieben.Die Reduktionskurve ist gliltig bei Tamh 25

Bei hoheren Temperaturen ist eine zusitzliche Reduktlon

von ID mit einem Faktor ﬁuil.a vorgeschrieben.

938 2552 4,
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GERLANIUM DIODE in all glass construction for high inverse Characteristics
voltages Caracteristiques
DIODE 4 CRISTAL DE GERLANIUY de construction tout verre pour Kenndaten
des tensions inverses élevées Tamb = 25 °C Tamb = 60 OC
GERMANIUMDIODE in Allglastechnik flir hohe Sperrspannungen T lax — o T
. The white band indicates the vp(ID =0,1 mA)= 0,2| >0,1 | <0,25|]= 0,13 [ 50,05 | <0,2 V
Dimensions in mm position of the cathode _
Dimensions en ma L'anneau blanc marque la po- VD(ID = 10 mA)||= 1,4[50,65 | <1,9)= 1,3 50,55 | <1,87
Abmessungen in mm sition de la cathode Vp(Ip = 30 mA)|[=2,45| >1,0 | <3,3|= 2,3| >0,9 |<3,15V
Der weisse Ring indiziert die -Ip(-vp= 1,5 W)= 1,5| >0 @ll- 5 6
) " Katodenseite pl-Vp= 1, =1,5| >0,3 = 1 > <45 pA
max2 "%2 - -Ip(-Vp= 10 V)|= 4| »0,5| «<i1f= 20 9 | <60 pA
‘::’Zd( ﬂ}k:‘=§*gl -Ip(-Vp= 75 V)|= 40| »5,5| <180|= 115| 35| <260 pA
mox 12,7 . -Ip(-Vp= 100 V)|= 75| 10| <275= 190| >60 | <450 pa
100%25

Limiting values (Absolute mex. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at

Valable & }?agb _________ =25 _75°%

Gultig bel J_yp(tav = max.50 msec)= max. 50 75 V
-VDu = max. 115 100 V 2)
Ip(tav = max.50 msec)= max. 50 17 mA2)
Inu = max. 150 150 mA
Isurge = max. 500 500 ma3)
Tamb = -500¢/+75 OC

MNot tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)At, page D derating curves are given representing the
max. permissible valug of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 “C. At intermediate temperatures
the max. permissible values of Ip can be found by linear
interpolation
Sur la page D des courbes de réduction sont données
représentant la valeur max. admissible de Ip en fonction
de -Vpy a Tamb = 25, 50 et 75 9. A des températures
intermediaires les valeurs admissibles aux max. de Ip
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire
Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zulassigen Wert von Ip als Funktion von -Vpy bei Tgmb =
25, 50 and 75 ©C darstellen. Bei zwischenliegenden Tempe-
raturen konnen die max. zulassigen Werte von Ip mittels
linearer Interpolation gpfunden werden

3)Max. duration 1 sec.; Duree 1 sec. au max.;Max.Dauer 1 Sex.

7. 7.1957 939 2476 1. 939 2477 2.
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0A 85

GERKANIUM DIQODE in all glass construction for high inverse
voltages

DIODE A CRISTAL DE GERLANTIUY de construction tout verre pour
des tensions inverses elevees

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik fiir hohe Sperrspannungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 27

] F

k . )

max12.7_|
100125

max 2 7

i:]tzdl

max 58
e

Limiting values (Absolute max. values)
Caracteristiques limites (Valeurs max.

absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at

Valable & }?ar_ub _________ T2 %

Gultig vel J_yp(tay = max.50 msec)= max. 50 75 V
-Vpu = max. 115 100 V 2)
Ip(tav = max.50 msec)= max. 50 17 mal)
Ipy = max. 150 150 mA
Isurge = max. 500 500 mad)
Tamb = -500C/4+75 °C

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)At page D derating curves are given representing the
max. permissible value of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 ~C. At intermediate temperatures
the max. permissible values of Ip can be found by linear
interpolation , ,
Sur la page D des courbes de reduction sont donnees
représentant la valeur max. admissible de Ip en fonction
de -Vpy a Tagp = 25, 50 et 75 . A des températures
intermediaires les, valeurs admissibles aux max. de Ip
peuvent étre trouvees par interpolation lineaire
Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von Ip als Funktion von -Vpy bei Tamp =
25, 50 and 75 °C darstellen. Bei zwischenliegenden Tempe-
raturen konnen die max. zulassigen Werte von Ip mittels
linearer Interpolation gefunden werden

3)Max. duration 1 sec.; Duree 1 sec. au max.;Max.Dauer 1 Sex.

7. 7.1957 939 2476 1.
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Tamp = 25 ©OC Tamp = 60 °C
= Min. Max. = Min. Max.
Vp ( Ip = 0,1 mA)|= 0,2] 50,1 | <0,25|= 0,13 |>0,05 | <0,2 V
Vp ( Ip = 10 ma)[=1,15/50,65| <1,5|= 1,05 50,55 |<i,4 Vv
Vp ( Ip = 30 ma)|=2,05| »1,0 | <2,6|l= 1,95 | 50,9 | <2,5V
-Ip (-Vp = 1,5V )= 1,2| 50,4 | <4,5]= 12| »5,5| <26 ua
-Ip (-<Vp= 10V )|= 2,5 >0,8 )= 17 >8 | <40 pa
-Ip (-Vp = 75V )|= 35| 57| <110[= 100 | >20 |<250 pa
-Ip (-Vp =100V )|l= 75| >10 | <25[= 190 | 30 |<430 pa
939 2478 2.
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0OA 86 0OA86C

GERMANIUM DIODE in all glass construction for use in
computers

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM en construction tout verre
pour utilisation dans les machines a calculer
GERMANTUMDIODE in Allglastechnik zur Verwendung in Rechen-
maschinen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 27 max2) Katodenseite
"y S
== =3
max 12,7
100*2,5
, T X
1 == §le
ki Eg
[emoxi27
max 215
100225

, Clip-in execution (type number OA86C)
Exécution a fixation par pinces (numéro de type 0A86C)
Ausfiihrung mit Klemmfederbefestigung (Typennummer OAS6C)

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at

Valable & }Tamb = 25 60 Oc

Giiltig bei | =~~~ T - == =Tm == ===
-Vp(tay = 50 msec) = max. 60 60 Vv
-Vou = max. 90 90 v 2)
Ip(tay = 50 msec) = max. 35 15 ma®)
Ipy = max. 150 150 mA
IDsurge = max. 200 200 mad)
Tamb = -509C/+600C

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)3)See page 4; voir page 4; siehe Seite 4

7.7.1957 939 2479 1.
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Characteristics '
Caractéristiques
Kenndaten
Static
Statique
Statisch .
) Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
= Min, Max. = Min. Max.

vp(Ip =0,1 ma)
vp(Ip = 5 ma)
Vp(Ip = 10 ma)
Vp(Ip = 30 mA)
-Ip(-Vp=1,5 V )|=
-Ip(-Vp= 10 V)
-Ip(-Vp= 60 V )
-Ip(-Vp= 90 V)

0,18 50,14 [ <0,25|= 0,1 |>0,07 | <0,20 V
0,78 | >0,6 <1,0|= 0,72 | »0,5|<0,95 V
1,12 >0,82 [ <1,47||= 1,02 | »0,72 1,4V
2,15 »>1,5 GLy0ll= 1,9 »1,3 2,8V
0,3 <4|= 9 >3 <28 pA
2,5| »0,8 7= 20 >6 <40 pA
35| 5,7 92f= 75 »25 <200 pA
130. 13 <250|= 170 >50 <500 pA

[
w

[

Dynamic

Dynamique

Dynamisch
Inverse resistance
Resistance inverse f
Sperrwiderstand

55 °OC
50 c¢/s
-V/p =20-50 V

TInverse resistance
Résistance inverse > 400 kQ
Sperrwiderstand

Recovery time, measured at -VD = 35 V after forward pulse
current of 30 mA N .
Durée de rétablissement, mesurde & -Vp = 35 V apres une
impulsion de courant en sens conducteur de 30 mA
Erholungszeit, gemessen bei -VD = 35 V nach einem Strom-
impuls von 30 mA in der Durchlassrichtung

Square wave pulse

3
&
o

generator Al
énérateur d'impulsions| i
G onde carrée D G |Oscilloscope)
Rechteck- ~ |0szillograf
Impulsgﬂeraror

Ri=6000 Shunt diode

D= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung

939 2480 2.
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2)For the relation between simultaneously allowable maximum

values of -Vpu and ID see the derating curve (page D).
Operating in accordance with this derating curve is
prescribed. .The derating curve is valid at Tamb < 25 “C.
At higher temperatures an extra derating of ID by a fac-

tor Tambd is prescribed

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -VDM et ID
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
(page D). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrlte La courbe de réduction est valable a Tagp £ 25°C.

A des températures plus €levées une réduction supplémentaire

de ID par un facteur T2 est prescrite
amb

Fir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zulédssigen
Hochstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge—
schrieben.Die Reduktionskurve ist gliltig bei Tamp £ 25

Bei hoheren Temperaturen ist eine zus&tzliche Reduktion

Pulse data
Donnees de 1'impulsion
Impulsdater T = 50 ke/s
§ = 0,5
Rise time
Temps d'accroisement < 0,1 usec
Anstiegszeit
Ipu = 30 mA
-Vpy = 35V
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope -
Daten des Oszillografen Cinp 40 pF
Rise time
Temps d'accroisement = 0,025 usec
Anstiegszelt
0.5 usec after the current impuls
-1p{0,5 usec apres 1l'impulsicn de courant = 380 < 700 pA
0,5 uSek nach dem Stromimpuls
3.5 usec after the currert impuls
-1p<{3,5 psec aprés 1'impulsion de courant = 36 <87,5 pA
3,5 pSek nach dem Stromimpuls
—> ¢ (usec)
0 05 1 15 2 25 3 35
0 T T T T T T T
b e
2001 i max 87,5uA
400 |
|
600+ :
v 800
—ip (u4) 'max 700uA
1000
3.3.1958 938 2903 3.
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von Ip mit einem Faktor Tiﬁi vorgeschrieben
3)Max, duration 1 sec.
Dureée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.
938 2555 4.
OA 86 OA 86 C
7R05668
1000 Fozgs 757577 Current limits E
E —==9qLimites de courant 3
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: / / A |
B 7 v ]
100k SL4Ruys 4 ]
5 # =
= y y. =
= / y, 3
= / 7 .
| / /' -
L4 / ]
L / / / v
r 4 / b ]
REN v d ]
70; - / - / - 1 E
an y 2 E
4 7 B
] .
H 1/ V4 ]
1/ i
/
71 :
JERV e ]
Tt -
7 .
I} ]
0,10 .
0 50 )y 10010 50 _y ) 0



OA 86 OA 86 C

» T
[ |
2 !
g E
N >
~3
N o
{en)
A -~
aJ
o~ RS
=] | |
() - W [~
=~ o< g
&
N
()
| s
3+
S
I
i
L9 S
S
{3 !
||
Q Q
£ E
K515 o
B3 ! S
- i
]
@ | >
N Q
<
g i
=
i
7.7.1957 (o4

0A 90

GERMANIUM DIODE in miniature all glass construction for
use as video detector

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
miniature pour utilisation en détectrice vidéo
GERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung zur Video-
Demodulation

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziertdie

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max2 max 2!

SN
o \ .
g2y . "
S — =dp
£ : K T

max 7,6 |

64125 |

1

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp = 75 °C

-Vp (tay = max. 50 msec) = max. 20 V «—
-Vpu = max. 30V
-VDsurge = max. 40 V%)

ID (tav = max. 50 msec) = max. & ma3) fe—
Ipu = max. 45 mA
IDsurge (t = max.1 sec) = max. 200 mA

Tamb = =550C/+75 OC

Storage temperature
Température d'emmagasinage = -550C/+90 OC
Lagerungstemperatur

!)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
2)Allowable in a video detector circuit.See also page F.

Admis dans un circuit détecteur vidéo.Voir aussi page F.|e—

Erlaubt in einer Video-Demodulationsschaltung.Siehe auch

3)At the max. allowed value of -Vpy Seite F.
A la valeur max., admissible de -Vpy
Bei dem max. zuldssigen Wert von -Vpy

JMax, duration 1 sec.
Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

3.3.1958
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Statical
Statique
Statisch
Tamy = 25 °C Tamb = 60 °C
= min. |max. = min. max.
vp(Ip=0,1 ma) |=0,18 |>0,1 |<0,25 | =0,12 - |<0,20 V
vp(Ip= 10 ma) | = 1,0 [>0,5 | <1,5[=0,95]>0,4 | <1,4 V
Vp(Ip= 30 mA) | = 2,0 [>1,1 | <3,2=1,95]|>1,0| 3,17V
-Ip(-Vp=1,5 V) | = 2,4 - Aaof= 11 - <40 pA
-Ip(-Vp= 10 V) |= 20 - 135 = 45 - €270 pA
-Ip(-Vp= 20 V) |= 90 - <450 | = 140 - <650 pA
-Ip(-Vp= 30 V) [ = 300 - |<1100 | = 400 - | <1500 pA
Dynamical °
Dynamique Tamb = 25 C
Dynamisch
Vnfm = 5 1,4 0,5q¢ 57V
R = 3 3 3 319 kQ
() ¢, S/ C = 10 10 10 10 pF
f = 40 40 40 30 Mc/s
n = 63 54 34 >60%
T4 = 2,4 2,8 3,7 %2,9 kQ
Operating characteristics for use as video detector
Caractéristiques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video-Demodulator
220pF
I v NI o
1L T a
S -JI..Ct = F—‘.Ez __Cz= 7A
. STBpF WZ T0pF|
-] | @‘>
4 —
¢
O
‘ Vs =190V
Q of the tuned circuit = 19 (diode removeqd
Q du circuit accordé =19 §diode éloignée
Q des abgestimmten Kreises = 19 (Diode entfernt
Iam = 2,5 0,25 mA
Vo =2,7 0,20 V
B =4,7 4,1 Mc/s
i 938 2910 2.
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GENERAL PURPOSE GERMANIUM DIODE in miniature all gl
construction for high inverse voltages

miniature pour les usages généraux a tension inve
élevée
ALLZWECKGERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung
hohe Sperrspannungen
The white band indicates

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

L'anneau blanc marque la po

Katodense
max2" max 2"

a \
Eﬂ::d =
| K o
le___max 76

64125
Limiting values (Absolute max. values)

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at, o
Valable a Tamb = 25 75 ¢
GUltigbel —— === — = = — - - - - _

-Vp (tav = max. 50 msec) = max. 90 75 v
-Vpu = max. 115 100 V

IDM = max. 150 150 mA
IDsurge(t = max. 1 sec) = max. 500 500 mA
Tamb = -559c/+75%
Storgge temperature o o
Température d'emmagasinage -55-C/+75°¢C

3 Lagerungstemperatur

) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
2) At page D derating curves are given representing

max. permissible value of Ip as a function of -Vpy
Tamb = 25, 50 and 75 °C. At intermediate temperatu

interpolation

de -Vpy a Tamp = 25, 50 et 75 OC. A des températu
intermédiaires les valeurs admissibles aux max. de
peuvent étre trouvées par interpolation lindaire

Tamb = 25, 50 und 75

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre

position of the cathode

tion de la cathode
Der weisse Ring indiziertdie

Ip (tav = max. 50 msec) = max. 50 17 mA 2)

the max.permissible values of ID can be found by linear

Sur la page D des courbes de réduction sont données
représenpant la valeur max.admissible de Ip en fonction

Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von IB als Funktion von -Vpy bei

C darstellen. Bei zwischen-

liegenden Temperaturen kdnnen die max. zuldssigen Werte
von Ip mittels linearer Interpolation gefunden werden

ass

rse
fiir
the

si-

ite

the
at
res

res
Ip

3.3.1958 938 2911
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50 OAS0 20-2-58
IDmax
(mA)
I Dmax=maximum permissible value of Ip
IDmax="valeur admissible au max. de Ip
40 Dmax=maximal zuldssiger Wert von Ip
30 =
Tt~
T
] 7—
9mp =250
—~l7 :ggz C?
20
10
Tomb= 75°C
0
0 10 20 30—Vpm(v)
F
Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
Thermal resistance (Jjunction to free
( air)
Résistance thermique (de la jonction N o
i Jjusqu'a 1'air libre) K = Bax.0,4 “C/mW
Thermischer Widerstand (vom Kristall
bis freier Luft)
Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
= min. max. = min.| max.
Vp ( Ip = 0,1 wa) |l =0,18 | > 0,1 | <0,25 ||= 0,1[>0,05 [<0,2 V
vp ( Ip= 10 ma)| = 1,2 50,65 < 1,9 |=1,05]50,55|<1,8 v
vp ((Ip = 39 ma) || = 2,1 > 1,0 )< 3,3 0= 1,9 0,%[<GI5 v
SIp (RVp = L3V )= 1,5 > 03 < 7= 15y él< 45 m
SIp(-Vp= 10V )= 4|>0,5]|< 11]= 20> 9 1< 60 pa
-Ip (-Vp= 75V )= 40|>5,5|<180 = 115|> 35[<260 pa
-Ip (-Vp =100V )| = 75|> 10]|< 275 [= 190> 60|<450 ua
938 2912 2.
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GENERAL PURPOSE GERMANIUM DIODE in miniature all glass
construction for high inverse voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
giniature pour les usages generaux a tension 1nverse
élevée

ALLZWECKGERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung fir
hohe Sperrspannungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weisse Ring indiziert
die Katodenseite

) max 2!

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max2,58

max 7,6
64%25
Limiting values (Absolute max. values)

7

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

valid at,
Valable a
Gliltig bei
-Vp (tav =
-Vpy
Ip (tagy =
Ipu

IDgur
ge
Tamb

1

75
100
17
150

max. 50 msec)

non
B
o
>

max. 50 msec)

(t = max. 1 sec) 500 500
-559¢/4+75°%C

nou

Storage temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

n

-55%¢/+75°C

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) At page E derating curves are given representing the
max. permissible value of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 ©°C. At intermediate temperatures
the max. permissible values of ID can be found by
linear interpolation

Sur la page E des courbes de réduction sont données
representant la valeur max.admissible de ID en fonction
de -vpy a Tamb = 25, 50 et 75 OC. A des températures
intermediaires les yaleurs admissibles aux max. de ID
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire

Auf Seite E sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von %9 als Funktion von -Vpy bei
Tamb = 25, 50 und 75 °C darstellen. Bei zwischen-
liegenden Temperaturen konnen die max. zuldssigen Werte

von ID mittels linearer Interpolation gefunden werden

3.3.1958 938 2913 1.
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Thermal resistance (Jjunction to free
air
Résistance thermique (ge la jonction _ On /v
> jusqu'a 1'air libre) K = max. 0,4 “C/mW
Thermischer Widerstand (vom Kristall
' bis freier Luft)
Tamb = 25 °C Tamb = 66 °C
= min, max. min. max.
vp(Ip = 0,1 mA) | =0,18] >0,1 [<0,25 ||= 0,1 [>0,05 | < 0,2V
vp(Ip = 10 mA)| =1,05(>0,65 | <1,5 [[=0,95 | 50,55 [< 1,4V
vp(Ip = 30 ma)| =1,85| >1,0 | <2,6 [|=1,75| »0,9 | ¢ 2,5V
e
-Ip(-Vp = 1,5 V) || = 1,2] »0,4 | ¢a,5 = 12| 55,5 [¢ 26ph
-Ip(-Vvp = 10V)|=2,5/ 0,8 | ¢ 7= 17| > 8|< 40pa
-Ip(-Vvp = 75 V)| = 35| »5,7 | <110 |= 100 | > 20 | < 250 pA
-Ip(-Vp = 100 V)| = 80| » 10 | <250 = 200 | > 30 | < 430 pa
- 938 2914 2.
0A 95
7R05870
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0OA 200 OA 200

GENERAL PURPOSE SILICON DIODE in miniature all-glass con- 1000 7R05675
struction with low inverse current for operation at high FOA200 4-9-57
ambient temperatures E

DIODE A SILICIUM de construction tout verre miniature avec
petit courant inverse pour les usages généraux aux tempéra- I
D

adalily

Xgigs ambiantes élevées

WECKSILIZIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung mit N 0

niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Verwendung bei (mA) 70mb=25 C 70m
hohen Umgebungstemperaturen -

100°C

1

Dimensions in mm The white band indicates the
Dimensions en mm position of the cathode
Abmessungen in mm L'anneau blanc margue la posi-
tion de la cathode 100 / 4

Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite

T T 17
~
~
g
I

TTTTTTT

N
IRNNEREEN

max2" max2')

S
ks, . . - / 4
= == . /
__max 76

64125

1

f—

1

>
Limiting values (Absolute max. values)

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte) 0

TTTT

-Vp = max. 50 V
-Vpu = max. 50 V
Ip (tav = 50 msec)= max. 50 mA -
Ipy = max. 150 mA -
Tamb =-50°/+125 ¢ L

TIT[T[T]T
-
RERNINN

0]
1

1

——
1

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

TTTT
—
———]
L1l

Tamb = 25°C Tamp = 100%

T
INEREREIN

Vp (Ip = 0,1 ma) = 0,53 0,38 V
vp (Ip = 10 ma) = 0,80 0,70 V
Vp (Ip = 30 mA) = 0,90 0,80 V

-Ip (-vp= 50 v ) T 905 o I

-

T
1

1

L

T
P
P
s
L1l

. 0155

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

) M0 85 oy W

939 2485 Tentative data. Vorliufige Daten 1.
7.7.1957 Caractéristiques provisoires

OA 201 0A 201

GENERAL PURPOSE SILICON DIODE in miniature all-glass con- 1000 = - 7R0265¢
struction with low inverse current for operation at high E0A201 4-9-'57
ambient temperatures E
DIODE A SILICIUM de construction tout verre miniature avec
petit courant inyersg pour les usages generaux aux tempera- ID n
tures ambiantes élevees A
ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung mit (mA)
niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Verwendung bei
hohen Umgebungstemperaturen

INERNENIN

il

T
)
Q
3
o
Il
¥}
(8,1
o
IS
]
Q
3
o
il
S
<
O
1

T
1

L

Il 11

Dimensions in mm The white band indicates the

Dimensions en mm position of the cathode 4 4
Abmessungen in mm L'anneau blanc margue la posi- 100

tion de la cathode

Der weisse Ring indiziert die

Katodenseite

JRNEEINIT

TTTIT[T[T
E Y

T
i~
~
!

max2 1 max2’)

=}
T

T
!

max3,5%

S

l__max 76

St ] \ i
64%25 l

TT1TT1T
L1

Limiting values (Absolute max. values) 0
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-

g
cladebily

ARABRRRILIL

-Vp = max. 100 V
-Vpu = max. 100 V

Ip (tav = 50 msec) = max. 40 mA I
IpyM = max. 120 mA
Tamb = =50 OC/+125 ¢

1

TTTT
—
L1l

Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten

IBRELELIN
ledalely

Tamb = 25 °C Tamb = 100 °C -
3

"

vp (Ip = 0,1 mA)
Vp (Ip = 10 mA)
Vp (Ip = 30 ma)

-Ip(-Vp= 100 V )

0,93 0,38 V
0,80 0,70 V
0,90 0,80 V

= 0,0? 5 uA
< 0] pA
, 0,1

i

TTTT
P —
——

—
L1l

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt A

939 2486 Tentative data, Vorldufige Daten 1.
7.7.1957 Caractéristiques provisoires



0OA 202 0A 202

1000 7R05697
GENERAL PURPOSE SILICON DIODE in miniature all-glass con- FOA203 4-9-57- 3
struction with low inverse current for operation at high = - =
ambient temperatures E =
DIODE A SILICIUM de construction tout verre miniature avec F E
petit courant inverse pour les usages généraux aux tempéra- ID - ]
tures ambiantes élevées n 5E0 0,
ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfihrung mit (mA) Tamb=25°C Tamp=100°C] 1
niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Verwendung bei | i
hohen Umgebungstemperaturen
Dimensions in mm The white band indicates the N 7]
Dimensions en mm position of the cathode 100
Abmessungen in mm L'anneau blanc marque la posi- E v E
tion de la cathode E Y, =
Der weisse Ring indiziert die F 7 =
.Katodenseite - 7
max2" max 27 o J, V4 B
u&’ {-—. N I / B
afs - .
EI:J::]_'!:C’ x = B ]
max 76 I [
64125 | r 3
Limiting values (Absolute max. values) 70_ ]
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues) E £ =
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte) g 3
) = max. 150 V o =
-VDM = max. 150 v n I .
Ip (tav = 50 msec) = max. 30 mA
IDM = max. 100 mA B T
Tamb = -50 %¢c/+125 % F / ]
1E =
Characteristics E 1 =
Caractéristiques - 1 -
Kenndaten o g
Tamb = 25°C Tamb = 100°C
Vp (Ip = 0,1 mA) = 0,53 0,38 V 5 }
Vp (Ip = 10 ma) = 0,80 0,70 V ' 1
Vvp (Ip = 30 ma) = 0,90 0,80 V C / / ]
“Ip (-p= 150 v ) 003 o ua oL o - G o |
' ww) 7 ? Www) ”
) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt A
939 2487 Tentative data. Vorliufige Daten 1.
7-7.1957 Caractéristiques provisoires
04202 20-3-58 - 7R05672 SILICON JUNCTION DIODE for use as 127 volts mains rectifier
—VDMmax—VDmax=maximum permissible values of —Vppm and —Vp in television receivers ieats X
— — = s/l — — DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseuse
DMmaxs—YDmax=valeurs admissibles au max. de —Vpm et —Vp de réseau de 127 volts dans les récepteurs de télévision
—VOMmaxs—VDmax=maximal erlaubte Werte von —Vpm und —Vp SILIZIUN-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fir
200 127 Volts-Netze in Fernsehempfingern
VM ' Dimensions in mm .
D( n)va . Dimensions en mm' max9,3 max9
12 Abmessungen in mm [y
-V ' C o Cohe
Dmax = s
) " = i N
(V) 5 :Hfﬂ;v ) ] ':I:‘\%ET
& | F d° | '8
100 M4 max 24
97 -l
Limiting values at Tgpp = 70 °c (Absolute max. values)
Caractéristiques limites & Tamp = 70 OC(Valeurs max.absolues)
0 Grenzdaten bei Tamb = 70 °C (Absolute Maximalwerte)
C 20 40 60-Ip(mA -Vpu = max.400 V
Ip (tay = max. 50 msec) = max.0,5 A
Ipy = max. 5 A
200 -
Crilt = max.200 pF
M ~ '
Imax Ry, 1) = min. 4 Q
{V) Tamb = max. 70 °C
'VDmax Storage temperature .
? 0
{V) Température d'emmagasinage = max.150 “C
Lagerungstemperatur )
100 1) Rt = min. required circuit resistance. When a trans-
former is present between the mains and the diode
Rt = Rs + N2Rp + Rq .
Rt = la résistance de circuit requise- au min. S'il
Yy a un transformateur entre le réseau et la diode
Rt = Rs + N2Rp + Ri :
Rt = Mindestwiderstand der in der Schaltung anwesend
sein soll. Wenn ein Transformator zwischen Netz und
Diode geschaltet ist, ist Rt = Rg + N2Rp + Rq
-~ A
0
0 50 100 150 Ippm(mA) Ry
Crirt
.3.1958 B
7:N. .o
Re=Rs+N?Rp+R;

938 3349 - Tentative data. Vorl&ufige Daten 1.
12.12.1958 Caractéristiques provisoires



OA 210
7R06031
’0000: Mounting base temperature=125°C 04210 1610758
Ip E Température du fond de la diode=125°C 4<—
s Temperatur des Diodenbodens=125°C ]
[mA)E .
I p ]
/7 f ]
7
v ]
5 /
L /
1000k :
5 4 ]
7 .
Y
100k =
- ' =
» ’ :
] ]
) } | |
0 05 ! 15 W) 2
10.10.1958 A
0OA 210
250 ’ Q70 A5
Vo HHH
L ; I H
v) Tl (To=500mA)=] 3 Aeff ] L, Rt o> +
== =127 Veff H
2005HR = 4.0 (7W) v c w0
-HC =2004F T
150
100
50 L
0 !IQ({‘ %(?Q 30? 4})0 I,{mA)500
11 11 1 |
11 || -
430 i (1,=500mA) = 1,4 Aeff ! -
0 Vi =220Veff m
(v) Ry = 70 (14 W) M
—~0C =100pF H
3005 o _
200
100
0 100 200 300 400 I, (mA 500

10.10.1958 c

OA 210

7R06032

1000

Mountin

iting base temperature=125°C
Température du fond de la diode=125°C J=—
emperatur des Diodenbodens=125°C ]

|1 0A 210 IG-IO-’SG“‘

TTTTTTTIT

(A

T

T

T T°T

100

Lol )]

TTTTTTTITT

I //’ gl 1
10_{ ]
it ]
0 100 200 300 —VD{ V) 400
B
OA 210
7R06027
0A 210 1571058
700
Vo
(v) L, R Lo,
+
600 Vi LIJC W,
Ii(Io=500mA)=1,4 Actt
— ;] Vi =250Veff
500 R=6.0.(16W)
C =100pF
400
300 5
200
100
0
0 . 100 200 300 400 Io(mA)SOO
D



OA 210

200 ‘ o
Vo : HHHHH
72 i C I,

) Ti(1o=500mA)=19erf[] 1> 1% I;_ B

— Vi =127 Vetf : i

400 Re= 4.0 (14W) Vi = ATICZ V

Cr=Co=200uF 1oy

300 iR ms

200

C 100 200 JQQ értl)(? Io(mA fJ)OO

500 H A
Vo —l————ol—a’ +
(e}

v) ::::ll{Io-SOOmA) =194 L. R * G

—HHV =127V g Vo

400 1R = 4.0 (14 W) i - F 2T

HCy=Cp = 200pF $—
= 8| S )| I
300
200
0 100 200 300 400 Io(mA) 500
10.10.1958 E
0OA 211

]) Rt = min. reguired circuit resistance.
former is 5esent between the mains
Rt = Rg + N°Rp + Ry

Rt = Rg + N°Rp + Rj
Rt = Mindestwiderstand der in der Schal
sein soll, Wenn ein Transformator zwi
Diode geschaltet ist, ist Rt = Rs + N
R
—
Ro= | 2Rs I
Critt

1:N
Ri=Rs+NRy+FRy

Rt = la résistance de circuit requise au min. S'il y
a un transformateur entre le réseau et la diode

When a trans-
and the diode

tung anwesend
gchen Netz und
Rp + Rq

938 2974 Tentative data. Vorlédufige

Caractéristiques provisoi

Daten 2.
res

0A 211

SILICON JUNCTION DIODE for use as 250 volts mains rectifier
in television receivers
DIODE 4 JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseuse
de réseau de 250 volts dans les récepteurs de télévision
SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiir
250 Volts-Netze in Fernsehempféngern

Dimensions in mm. Heat sink and mounting parts can be
supplied separately
Dimensions en mm. Plaque de refroidissement et pieces de
montage peuvent étre fournies séparément

Abmessungen in mm. Kilihlplatte und Montagezubehdr kodnnen

getrennt geliefert werden
max9,3 max9

max.
IRY a e
1934 S l— L.
Sl S ERC| b
7 ar g2
X E & £
M4 max 24
97

Limiting values with heat sink of min. 5 cm? at Tamb = 60 °C
(Absolute max. values)

Caractéristiques limites avec lague de refroidissement de
5 cm?® au moins a Tamb = gC Valeurs max. absolues)
Grenzdaten mit Kuhlflache von mindestens 5 cm? bei

Tamb = 60 °C (Absolute Maximalwerte)

-Vpu = max. 800 V
Ip (tav = max. 50 msec) = max. 0,4 A
Ipm = max. 4 A
Crilt = max. 100 pF
Ry 1) = min. 8¢
Tamb = max. 60 °C

Storage temperature °
Température d'emmagasinage= max. 150 °C
Lagerungstemperatur

‘) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

938 2939 Tentative data. Vorliufige Daten 1.
3.3.1958 ) Caractéristiques provisoires
OA 211
7R06033
70000j Mounting base temperature=125°C o +0A 211 16-10-56 |
Ip E Température du fond de la diode= 125° =
E Temperatur des Diodenbodens=125°C ]
(At ]
: ZSNARARE
7/ ]
- ’,
L /V T
i / 1
L / 1
1000} 3
- ,’ 1
o 4 B
100 E
= l B
L ' i
10 |
0 05 T 15 plv) 2
10.10.1958 A



0OA 211

7R06034

0OA 211

7R06029

! 000: Mounting base temperature=100°C |-0A2!l 16-10-58]
=IpE Température du fond de la diode=100°C 1<—
C Temperatur des Diodenbodens=100°C ]

(oA v -
100 .
10} T :
N 1 i
| ]
i 4

0 200 400 600 —\p(v) 800

OA 214

SILICON JUNCTION DIODE for use as 220 volts mains rectifier
in television receivers

DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseuse
de réseau de 220 volts dans les récepteurs de télévision

SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiir
220 Volts-Netze in Fernsehempfédngern

Dimensions 1in mm. Heat sink and mounting parts can be
supplied separately .
Dimensions en mm. Plaque de refroidissement et pieces de

montage peuvent étre fournies séparement
Abmessungen in mm. Kihlplatte und MontagezubehOr konnen
getrennt geliefert werden

max 9,3 max9
ma{l¢$
2 S R, -
5| = D=l
& | F - £
M4 max 24
97

Limiting values with heat sink of min. 5 cm?® at Tapp= 70 ¢
(Absolute max. values
Caracteristiques limites avec gla ue de refroidissement de
cm? au moins a Tapp = 70 OC (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten mit KiUhlfl&che von mindestens 5 cm? bei
Tamb = 70 OC (Absolute Maximalwerte)

-VDu = max. 700 V
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 0,5 A
Ipu = max. 9 A
Crilt = max. 100 uF
Rt ]) = min. 7Q
Tamb = max. 70 OC

Storage temperature
Temperature d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

max. 150 °C

I

1) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

Tentative data. Vorldufige Daten 1.

938 2940 :
Caractéristiques provisoires

3.3.1958

0A 211 15-10-’58
700
Vo
v) . g 5
600 ' ‘TC i
Ti(1o=400mA) =1, 2Aets
Vi = 250Vets o
500 Re= 80 (11W)
C =100uF.
400
300
200
100
0
o 100 200 300 400 I,{mA)500
10.10.1958 c

OA 214

Rt = Rg + N

sein soll.

") Rt = min. required circuit resistance. When a trans-
former is pgesent between the mains and the diode

Rp + Ry

Ro

Rt = la résistance de circuit requise au min. S'il y|
a un transformateur entre le réseau et la diode
Rt = R + N°Rp + Ry

Rt = Mindestwiderstand der in der Schal tung anwesend

Wenn ein Transformator zwigchen Netz und

Diode geschaltet ist, ist Rt = Rs + NRp + R

Ry
=2

Rs
L==ICript

——o0

1:N
. Re=Rs+N*Ry+Ry

938 2974

Tentative data.

Vorlaufige Daten 2.

Caractéristiques provisoires



0OA 214 OA 214
10000¢ —— 7ROSCS! 7R06036
Iy FE T limodreture s ford de o dodectel H L TH e <— (OO FFF T Hounting base tompercturepoc, FOEA¢ eT
i — 0, — E = ]
(mA)E Temperatur des Diodenbodens=125°C ] I DE rﬁTn’ffoa?Z . dgs Diodonbo d:r):se=125°c ]
: ySARRE (A ]
- 4 — i ]
- ‘/ 1 | n
C 1 . - 1
- : /? N : :
L / 7 L 1
1000k ] 100k |
. 7 ] s .
i ] : AT = :
i ] e |
- / g L/ |
100 ] E 70_{ |
g Il E E E
10 ‘_ I | 1 I T
0 05 1 15 Wplv) . 2 0 200 400 600 —Vp (V] 800
10.10.1958 A .
OA 214
7R06030
0A 214 15-10-58
700
Vo
(v)
600
I/‘(Io=500mA) =14 Aeff
Vi =220Veff -—
500 Re=70 (14 W)
C =100uF
400
30057 5
200
100
0 :
100 200 300 400 I,(mA)500

0
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0Cle 2-0C16

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type for class A and B
power output stages at voltages of 7 and 14 V, and for
switching circuits

TYPE 2-0C 16 is composed of 2 transistors OC 16 selected
for operation in a class E circuit with low distorsion and
low spread in quiescent currents

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour
etages de sortie classe A et B a des tensions de 7 et 14 V,
et pour circuits de commutations

LE TYPE 2-0C 16,est composé de 2 transistrons OC 16 selec-
tionnés pour operation en circuit classe B avec distorsion
faible et avec dispersion faible des courants de repos

p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR fiir Klasse A und B Endstufen bei
Spannungen von 7 und 14 V, und fir Schalteranwendungen.
DAS TRANSISTORPAAR 2-0C 16 besteht aus 2 Transistoren OC 16
die zur Verwendung 1in Klasse B Schaltung mit geringer
Verzerrung und kleiner Streuung der Ruhestrome, ausgesucht
sind

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vop = max. 32V -I¢ (tav = max.20 msec) = max.1,5 A
-Vcpy = max. 32 V ~Icy =max. 3 A
-7 See page E Ir (tav = max.20 msec) = max.1,6 A
CE < Voi E
r page In _ A
~Vopy | Siehe S. E EM = max.3,3
-Ig (tav = max.20 msec) = max.0,2 A
~VEg = max. 10V ~Ipy = max.0,5 A
-Vgpy = max. 10 V
See page F
Pe Voir page F
Siehe S. F
continuous operation o
Tj{service continu = max.75 C
Dauerbetrieb
intermittent operation 1
Tj{service intermittent = max.90%")
aussetzender Betrieb
Storage temperature o
Température d'emmagasinage = =55/+75°C

Lagerungstemperatur

1) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is alsc dependent upon the
type of application , ;
Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opé-
ration optimum a cette température est aussi dépendante
du genre de 1'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von der

L___Verwepqungsart bestimmt,

3.3.1958 938 2890 1.

0C1l6 2.0C16

0Cle 2-0C16

~

Mica washers }5/
Rondelles de mica geld max 25

Glimmer Unterlegscheiben max 18,5
2

Characteristics o
Caractéristiques Tamb = 25 “C
Kenndaten
Common_base; Bage_a_la magse; Basisschaltung
-Igpo (-Vep = 14 V) = 0,02 < 0,1 v
-Iggo (-Vgg = 7 V) = 0,01 < 0,05 mA
- = 7
fab Ves V1o 200 ke/s
Ig =0,3 4
Common_epitter; Emetteur & la masse; Emitterschaltung
-Icgo (-Vecg = 14 V) = 0,6 < 2,9 mA
- = ]
fae VeE Tl 545 < 3 ke/s
Ig = 0,5 A
Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors
{
I
|
I
|
|
{
|
! —ee (V)
-I¢ =3 A
the value at which -I¢ = 3.3 Awhen -VCE =17V
-Ip =<la valeur a laquelle -IC = 3,3 A si -Vcg=1V
der Wert bei dem -ICc = 3,3 Awenn -VCE = 1 V
-Vorg = 0,4 <0,8V

Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fir grosse Signale

Common_enitter; Emgtteur_a_la masse; Emitterschaltung

Ig | -VcE -VBE (V) aFg

(a) | (W) = min. max. = | min. | max.

0,03 14 |=0,19|> 0,15(< 0,23 [=40|> 17| < 110

0,3 7 [=0,32]>0,25[< 0,45 [=45]|> 16|< 90

2,0 1 (= 0,8 - ¢ 1,0 [=22]> 11|<¢ 56

3,0 1 |= 1,0 - - =18]|>6,5 -
3.3.1958 938 2892 3.

) Nylon insulating ring
Anneau isolant de nylon ] 2
Nylon Isolierungsring I E

3) Brass washer,nickel plated T
Rondelle de laiton nickelée | )

Messing Unterlegscheibe, 1 le-M8 %
vernickelt S g

4) Soldering tag ;

Cosse a souder u sy
Lotose - o <
I 065¢ €

5 -77101 ]

) g;giédlocx washer nickel M 53
Rondelle d'acier & den- ')
ture, nickelée
Stdhlerner Zahnring,ver = =
nickelt nring :;E;%
1);

6) Nut torque max. 50 cm kg i’"”@—‘l .
Nut torque for good heat BNz N, W
conductance min. 20 cm kg .86 ]

Moment de torsion a 1'écrou marlio 3
50 c¢m kg au max. =]
Moment de torsion a 1'écrou 5)
pour une bonne conductance I__75 @
thermique 20 cm kg au min. - S
«
Drehmoment an der Mutter ‘)
max. 50 cm kg -
Drehmoment an der Hutter
zur Erhaltung einer guten
Warmeleitfahigkeit min.20
cm kg
i o
Dimensions 1in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm
938 2891 2.
Characteristics of matched pair 2-0C 16 o

Caractéristiques d'une paire jumelle 2gOC 16 Tamb = 25 C

Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C 1

Ratio of afFg of the two transistors of the 2-0C 16
(at Ig= 0.34, -VCE= 7 V) = max. 1.37
(at Ig= 2.04, =Vgg= 17V) max. 1.37

Ratio of Ig of the two transistors of the 2-0C 16
(at -Vgg= 0.20 V, =-VgE = 14 V) . = max. 3

Rapport de aFg des deux transistrons du 2-0C 16
(a Ig = 0,34, =-Veg= 77V) 1,37 au max.

(a Ig = 2,04, =Vgg= 17V) = 1,37 au max.
Rapport de I des deux transistrons du 2-0C 16

(& ~Vgg = 0,20 V, -VCE = 14 V) = 3 au max.
Verhdltnis von eFg der zwel Transistoren des 2-0C 16

(vei Ig = 0,3 4, =-=Vgg= 77V) = max., 1,37

(vei Ig = 2,04, -Vogg= 17V) = max. 1,37
Verhdltnis von Ig der zwel Transistoren des 2-0C 16

(vei-Vgg= 0,20 V, =VCE = 14 V) = max. 3

938 2893 4,



0C1l6 2-0C1l6

TEMPERATURES

Temperature rise from the bottom of
the transistor to the Jjunction X

For the mounted transistor has to be
taken 1into account for the mica's K
and for the thermal contact resistance. K
When the transistor is mounted on
a chassis the %bYottom temperature
can be determined by measuring the
stud temperature (with a thermocou-
ple) and taking into account between
the bottom and the stud K
See also page F

For good heat conductance the nut of the

max.1.0 °¢/W

0.4 5c/w
0.3 °c/w

0.2 %c/w

of min. 20 cm kg

TEMPERATURES

Augmentation de la temperature du

fond du transistron Jusqu'a la jonc-

tion K=

Pour le transistron monté il faut tenir

compte pour les rondelles de mica de

et pour la résistance de contact
thermique de K=

S1le transistron est monté & un chés-

sis, la température du fond peut étre

déterminée en mesurant la temperature

du gougon (avec un couple thermoélec-

trique) et en tenant compte entre le

fond et le goujon de K=
Voir aussi page F

Pour obtenir une bonne conductance ther-

max.1,0 °¢/W

K= 0,4 %c/w
0,3 %c/m

0,2 %c/m

tron avec un moment de torsion de 20 cm kg
au min.
TEMPERAT

Temperatursteigung vom Boden des
Transistors bis am Kristall

Beim montierten Transistor soll den
Glimmerscheibén Rechnung  getragen
werden mit K
und dem thermischen Kontaktwiderstand mit K
Wenn der Transistor auf einem Chassis
montiert 1st, kann die Bodentempera-
tur bestimmt werden indem die Tempe-
ratur der Stiftschraube gemessen wird
(mittels eines Thermoelements) und
berlicksichtigt wird dass zwischen iy
Boden und Stiftschraube K= 0,2 “c/w
Siehe auch Seite F

Zur Erhaltung einer guten Warmeleitfihigkeit

=
"
8
K
°
Q
=

Drenhmoment von mindestens 20 cm kg angedreht
werden

938 2894 5.
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1) Supply voltages of 7 V and 14 V have been chosen as these
values are normal practice when a car is running
Des tensions d'alimentation de 7 V et de 14 V ont été
choisies parce que ces valeurs sont normales en pratique
quand une automobile marche
Speisespannungen von 7 V und 14 V sind gewdhlt weil diese
Werte normal in der Praxis vorkommen wenn ein Wagen fahrt

2

~—

The values of these resistors are in accordance with a
D.C. resistance (RS) of the secondary of the driver
transformer of 4 Q

Les valeurs de ces résistances correspondent & une
résistance en courant continu (Rg) de 1l'enroulement
secondaire du transformateur intermédiaire de 4 @

Die Werte dieser Widerst#inde entsprechen einem Gleich-
stromwiderstand der Sekunddrwicklung des Treibertrans-
formators von 4 Q

w
~

Due to the non-linearity of the afg curve an output power
Po of max. 2.2 W can be obtained without exceeding a
total harmonic distortion of 10 Z. If proper feedback is
applied Po may increase to max. 2.

A cause du courbe non-linéaire de aFE une puissance de
sortie Po de 2,2 W au max. peut étre obtenue sans dé-
passer une distorsion non-linéaire totale de 10 %. Avec
une réaction propre Po augmentera jusqu'a 2,5 W au max.

Wegen der Nichtlinearitdt der aFE-Kurve kann eine Aus-
ﬁgngsleistung Pop von max. 2,2 W erreicht werden ohne

erschreitung einer nichtllnearen Verzerrung von 10 %.
Bei gee;gneter Gegenkopplung wird Pp ansteigen bis zu
max. 2,5 W

4

—

Measured with Rp =
Mesuré avec Rp =
Gemessen mit Rp =

30Q
30 Q
30 Q

transistor must be tightened with a torque|<—

mique 11 faut serrer 1l'écrou du transis-|e—

muss der Mutter des Transistors mit einemje—

P

3.3.1958 938 2896
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Operating characteristics as class A output amplifier
(based on K = 4.5 °C/W)
Caractéristiques 4' Utlllbatlon en amplificateur de sortie
classe A (admis que X = 4,5 OC/W
BeLriebsdaten als Klasse A Endverstarker (basiert auf
= 4,5 OC/W)
The data below have been designed for contlnuous operation
up to Tamb = 45 °C at which TJ = pax. 75 °C, and for
stable operation up to Tamb = 55 OC at which Tj may be
90 OC for max. 200 hours
Les caractéristiques ci-dessous ont ete congues pour
operablon continue Jjusqu'a Tagb = 45 OC a laquelle
Ty = 75 OC au max., et pour opération stable Jusqu'a
Tamb = 55 OC & laguelle Tj peut étre de 90 °C pendant
200 heures au max.
Die untenstehenden Daten sind hergestellt fir Dauerbetriebd
bis zu Tamp = 45 °C wobei Tj = max. 75 °C, und fir sta-
bilen Betrieb bis zu Tamb = 55 °C wobei Tj = 90 ¥C sein
_kann wdhrend max. 200 Stunden
O
— 0
Rp 1:1
Vee
Rs o
Pé Re -l-Cz E
vee = 14 7v')
-I¢ = 0,44 0,95 A
R1 = 12 6 0°)
R2 = max.100 max.50 Q
RE - 3 0,8 @2)
C1 = 500 500 wF
C2 = 200 1000 uF
Re = 26 5,5 R
Po = max.2,5 2,23) W
Ipp (Po = max.) = 16 44,5 mA
dtot (Po = max.) = 7 10 %)
Ivm (Po = 50 oW) = 2,5 5,8 mﬁ
dtot (Po = 50 mW) = 1 2 247)
938 2895 6.
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Operating characteristics as class B output amplifier
(based on K = 7 °C/W for each transistor)
Caractéristiques d'opération en amplificateur de sortie
classe B (admis que K = 7 OC/W pour chaque transistron)
Betriebsdaten als Klasse B Endverstdrker (basiert auf

= 7 OC/W fiir jeden Transistor)

The data below have been designed for stable operation up
to Tamb = 5 o¢c

Les caractéristiques cl-dessous ont été congues pour
opération stable jusqu'a Tamb = 55 ©

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fir stabilen
Betrieb bis zu Tamb = °c

vee = 7 7 14 v
Ig (V4 =0) = 2x30 2x30 2x30 2x30 m
Ry = 4 4 4 4 Q 2)
Ry max. = 200 200 300 300 Q
Rg = 0 0 0,8 0,8 2 2)
Rec = 26 13 50 33 ¢
Pe max. = 2x1,6 2 x3,¢ 2x3,35 2x 5 W
P, max. = 3,2 6,4 6,3 9 W
-Icm(Po=max. )= 1,0 2,0 1,0 1,5 A
-I¢ (Po=max.)= 2x0,16 2x0,32 2x0,16 2x0,24 A
Vi 5 _ 2x0,56 2x1,17 2x1, 2x2,0 Vg
im ) max.2,2 max.6,0 max.3, max.5,6 V °)
Ton (Po=max.)= . %g max.zgg max. %g max.1gg gﬁ 6)
dgot(Po=max.)= <10 <10 7) <10 <108 ¢
Ipy (Po=50mW)= 3,2 4,6 2,2 2,8 mA
dtos(Po=50md)= 3,0 2,0 7) 2,0 1,5% %
1)2) See page 7; voir page 7; siehe Seite 7
5)...8) See page 9; voir page 9; siehe Seite 9

- 938 2897 8.
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E)Vim is the peak value of the required secondary E.M.F.
voltage of the transf‘ormez‘, so the voltage drop in the
bias resistance and in the secondary of the transformer
(Rg = 2x4 Q) are included in these figures

Vim est la valeur de créte de la tension F.E.M. requise
de 1'enroulement secondaire du transformateur. Les chutes
de tension a travers la resistance de polarisation et a =
travers l'enroulement secondaire du transformateur 2()0——IB(mA)“~0 5 77——VCE(V)’“75
(Rg =éax4 Q) sont donc comprises dans les valeurs men-
tionnées

Vim ist der Scheitelwert der EMK der Sekundérwicklung des
Transformators. Die Spannungsverluste im Vorspannungs- 1
widerstand und in der Sekundarwmklung des Transformators
(Rg = 2x4 @) sind also in den genannten Daten. einbegriffen / —I5=30mA

-

o

6)’I‘hese max. values are the maximum required total values }
of Vim and Ipm, which may occur due to the spread in the i
transistor data -

4
Ces valeurs max. sont les valeurs totales de Vim et Ivm /'$ 90
requises au max., qui peuvent se présenter par suite des :j“e/ 20
tolérances des données des transistrons L

Diese Maximalwerte sind die maximal erforderlichen Total-
werte von Vim und Ibm,die infolge Streuung der Transistor-
daten vorkommen kdnnen -—VB
7)With feedback factor 3 T/V)

Avec coefficient de réaction de 3
Mit Gegenkopplungsfaktor 3

8)With feedback factor 2
Avec coefficient de réaction de 2
Mit Gegenkopplungsfaktor 2 3.3.1958 A

1 180

939 2308 3.3.1953 9
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(A) Lower current limits
N —-IC = ====| imites inférieures de courant
Untere Stromgrenzen

Current limits
== === imites de courant
Stromgrenzen N

T 25
T 1 2 ?

—Vce=1v 3
Tamb=25C \

1,5

1,5

AY

-

P

05 y
05

-
-y

L

400 —Ig (mA]300 200 100 0 0 02 04 06 08 —Vgelv) 1

B 3.3.1958 ¢
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0C30 2-0C30

0C30 2-0C30

GERMANTIUM TRANSISTOR of the p-n-p type for class A and B
power output stages at voltages of 7 and 14 V
TYPE 2-0C 30 is composed of 2 transistors OC 30 selected
for operation in a class B circuit with low distortion and
low spread in quiescent currents

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour
étages de sortie classe A et B a des tensions de 7 et 14 V
LE TYPE 2-0C 30 est compose de 2 transistrons OC 30 selec-
tionnés pour opération en circuit classe B avec distorsion
faible et avec dispersion faible des courants de repos

p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR fir Klasse A und B Endstufen bei
Spannungen von 7 und 14 V
DAS TRANSISTORPAAR 2-0C 30 besteht aus 2 Transistoren
0C 30 die ausgesucht sind zur Verwendung in Klasse B
Schaltung mit geringer Verzerrung und mit kleiner Streuung
der Ruhestrome

Limiting values (Absolute’max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vep =max. 16V -Ig = max. 1,44
-Vepy = max. 32 V -Igy = max. 1,4 A
~Vog = max. 16V ) Ig = max. 1,5 A
-Vopy = max. 32 V ') Igy = max. 1,5 A
-Vgg = max. 10 V -Ig .= max. 0,25 A
-Vgpy = max. 10 V -Ipgy = max. 0,25 g

Tj = max. 75 “C
Storage temperature o
Température 4'emmagasinage = =55/+75 "C

.Lagerungstemperatur

Characteristics at a temperature of 25 OC. of the bottom|
of the transistor (measured with thermo-couple)

Caractéristiques a une temperature du fond du transistron
de 25 °C (mesurée avec un couple thermoélectrique)

Kenndaten bei einer Transistorbodentemperatur von 25 “C
(gemessen mit einem Thermoelement)

-Icpp (-Vgg = 14 V) = 12 < 40 pa
-Igpo (-Vgp = 7 V) = 10 < 40 pA
-Vgcg= 7V
bt = 300 kc/s
a® { Ig =0,1 4 /

1) Based on an emitter to base impedance of max. 500 Q
Fonde sur une impédance entre émetteur et base de 500 @
au max.
Gegriindet auf eine Impedanz zwischen Emitter und Basis
von max. 500 @

938 3220 Tentative cdata. Vorldufige Daten 1.
7.7.1958 Caractéristiques provisoires
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Dimensions in mm Mica insulation
Dimensions en mm Isolement de mica

_ Abmessungen in mm Glimmerisolierung

23 23

131135 . B1 145

E

18,5

o5

B
30
14,3
(" B
réw N
1 — O3
R I -
[15)
o) H)
N
Bore-hole dimensions for
heat sink

Dimensions des trous dans
la plaque de refroi-
dissement

Bohrmasse fiir die Kiihl-
platte

Insulation tubes ,
Isolateurs de traversée
Durchfiihrungsisolatoren

The parts for insulating the transistor from the heat sink
can be supplied under No. 56203

Les pieces détachées pour isoler le transistron de la plague
" de refroidissement peuvent étre fournies sous No. 56203

Die Einzelteile zur Isoclierung des Transistors von der
Kihlplatte kOnnen unter Nr. 56203 geliefert werden

It is recommended to fix the transistor with screws M3.5

I1 est recommande de fixer le transistron par des vis M3,5

Es wird empfohlen den Transistor mit Schrauben M3,5 zu
befestigen

') Gold plated

Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

Common_emitter; Emetteur_&_la magse; Emitterschaltuneg

-Icgo (<Veg = 14 V) =0,3 <1 mA
fee [TVCE= TVL o ke/s
Iz = 0,14

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

(4)

!
15! £
4

|
|
|
|
|
|
|
)

—Veex
-Ig = 1,44
the value at which -I¢ = 1.55 A when -VCE=17V
la valeur a laquelle -I¢c = 1,55 A si -VgcE=1V
der Wert bei dem -Ic= 1,55 Awenn -Vgg =1V
-VeEk = 0,25 < 0,5V
Large signal characteristics

Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fir grosse-Signale

Common_emitter; Emetteur a_la masse; Emitterschaltung

@ |6 | @ | e

0,01 | 14 | 0,14 32

-IB =

0,1 7 | 0,22 36
0,8 1 ] 0,38 28
1,5 1| 0,47 22

Thermal resistance (3unction to
,bottom of transist?r

Resistance thermique (de la jonction _ 0
Jjusqu'au fond du transistron) K = max. 7,5 "C/W

Thermischer Widerstand (vom Kristall
bis am Boden des Transistors)

938 2920 Tentative data. Vorl&dufige Daten 2
T Caracteristiques provisoires

0C30 2-0C30

Dore

Vergoldet
938 3219 Tentative data. Vorl#ufige Daten 3.
7. 7.1958 Caractéristiques provisoires

Characteristics of matched pair 2-0C 30 at a temperature
of 25 OC of the bottom of the transistor (measured with
thermo-couple)

Caractéristiques d'une paire jumelle 2-0C 30 a une tempé-
rature du fond du transistron de 25 OC (mesurée avec un
couple thermoélectrique)

Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C 30 bei einer Tran-
sistorbodentemperatur von 25 OC (gemessen mit einem
Thermoelement )

Ratio of aFg of the two transistors of the 2-0C 30
(at Ig =0.14, =-Vgg=7V) = max.

1.
(at Iz =0.84, =-Vog=1V) = max. 1.3
Ratio of IC of the two transistors of the 2-0C 30
(at -VBg = 0.14 V, -Vgg =7 V) = max. 3
Ra%port de arg des deux transistrons du 2-0C 30
a Ig )

= 0,1 A, Vg = 7V) = 1,3 au max.
(& Ig =0,84 =-Veg=17V) = 1,3 au max.
Rapport de I¢ des deux transistrons du 2-0C 30
(& -Vg =0,14V, -Veg=77V) = 3 au max.
Verhdltnis von apg der zwei Transistoren des 2-0C 30
(vei IF = 0,1 4, -Vecg = 7 V) = max. 1,3

(vei Ig =0,84, =-Vgg=1V) = max. 1,3
Verh8ltnis von Ic der zwel Transistoren des 2-0C 30

(bei -Vpg= 0,14 V, -Vgg =7 V = max. 3
Operating characteristics as class A output amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe A
Betriebsdaten als Klasse A Endverstirker Tamb = 25-45 °C
—— 0 —

|

R2

i
—

Hhlel

A |

n
T

Vee

AA
4
[Ty
S

+

938 2921 Tentative data.Vorlaufige Daten 4.
Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as class A amglifier(continued)
Caractéristiques d'utilisation en amplificateur c%assi ?
suite

Betriebsdaten als Klasse A-Verstdrker (Fortsetzung)

Minimum dimensions (in mm) of heat

sink (blackened Al) 100%x120%1.5
Dimensions minimum (en mm) de la

plague de refroidissement (Al

noirci) 100x120%1,5
Mindestabmessungen (in mm) der
Kiilhlfldche (Al geschwarzt) 100x120x1,5
Vee = 12 6V
-Ic = 200 410 mA
R1 = max. 50 pax. 50 @ )
Ry = 220 82 0 %)
Rce = 60 12 Q
Iim = 6 15 mA
Vim = 140 170 mV_
Po = 1 1w 3)
see page F
a = voir page F

\ siehe SeiteF

Transformer data
Données du transormateur

Transformatordaten
Core Dynamo sheet Air gap
Noyau EI42 Tole de dynamo IV; 0,35 mm  Entrefer 50 u
Kern Dynamoblech Luftspalt
Wire : enamelled Cu N3 and (N14N2) bifilarly weund
Fil : Cu émaillé N3 et (N1+N2)bobinés bifilairement

Draht: emailliertes Cu N3 und (Nj+H2) bifilar gewickelt

0C30 2-0C30

Wire diameter | Coil resistance
%0%1 ﬁumger gf Eurns Diametre du fil | Résistance de
ESkCyd Pt St TS| Drantdurch- la bobine
pule indungsz messer Spulenwiderstand
i N1y 92 0,4 mm 0,9 Q
W Np 208 0,4 mm 2,25 Q
(&)
o N3 300 0,25 mn 10 Q
= | N 108 0,35 mm 1,46 Q
ji Np 52 0,35 mn 0,79 @
S| Ny 160 0,35 mm 2,25 @
1)2) See page 7; voir page 7; siehe Seite 7
3) See page 8; voir page 8; siehe Seite 8
938 2922 Tentative data.Vorlédufige Datent 5.
3,3.1958 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics of 2-0C 30 as class B amplifier
(continued)
Caracteristiques d'utilisation du 2-0C 30 en amplificateur
classe B (suite
Betriebsdaten der 2-0C30 als Klasse B-Verstirker (Fortsetzung)

Data of the driver stage with 0C72
Donnees de 1l'etage preamplificateur avec 0C72
Daten der Treiberstufe mit 0C72

Minimum dimensions of the heat sink 12 cm2
Dimensions minimum de la plaque de P
refroidissement 12 cm
Mindestabmessungen der Kiihlflédche 12 cm2
-VCE = 8,2 4,9V
-Ic = 5,4 10,6 mA
R] = 15 3!3 kQ
R2 = 8,2 1,2 xQ
R3 = 820 150 @

I (Po = 50 mW)

3,7 10 pA

Data of the transformers Tr; and Tr
Données des transformateurs Trj et Irp
Daten der Transformatoren Tri und Trp

Core Dynamo sheet Air gap
Noyau | T6le de dynamo | Entrefer
Kern Dynamoblech Luftspalt
Ty, | VCC = 14 V| EI42 IV; 0,35 mm 20 u
Vec = 7 V| EI48 IV; 0,35 mm 20
- Vee = 14 V| EI48 IV; 0,35 mm 50 p
¢lvee = 7 V|EI48 | IV; 0,35 mm 20 p

Wire of all windings : enamelled copper
Fil de tous les enroulements: cuivre émaillé
Draht aller Wicklunsgen . emailliertes Kupfer

h Ry is used for adjusting -Ig
Rq1 est utilise pour le reglage de -Ig
Rt dient zur Einstellung von -Ig

2) To diminish the influence of fluctuations in Vgc it is
recommended to use an incandescent lamp (12 V/50 mA
or 6 V/50 mA)instead of Rp

Afin de diminuer 1'influence de fluctuations de Vgc il
est recommande d'utiliser une lampe a incandescence
(12 vV/50 mA ou 6 V/50 maA) au lieu de R2

An Stelle von R2 wird zur Verringerung des Einflusses von
Anderungen in VcC die Verwendung eines Glihlampchens
(12 v/50 mA bzw. 6 V/50 mA) empfohlen

938 2924 Tentative data.Vorl&dufige Daten 7.
3.3.1998 Caractéristiques provisoires

Operating characteristics of matched pair 2-0C 30 as class B
output amplifier (Tamb = 25 to 55 °C)

Caractéristiques d'utilisation d'une paire jumellg 2-0C30 en
amplificateur de sortie classe B (Tamb = 25-55 °C)

Betriebsdaten eines Transistorpgars 2-0C 30 als Klasse B-

Endverstirker (Tamb = 25-55 °C)

Vec
Rs
It
Minimum dimensions (in mm) of heat sink
(vlackened Al) per transistor (tran-
sistor mounted without insulation) 50x100x1.5
Dimensions minimum (en mm) de la plaque
de refroidissement (Al noirci). par
transistron (transistrons montés sans
isolement) - 50x100x1,5
Mindestabmessungen (in mm) der Kiinlflache
(Al geschwirzt), je Transistor (Tran-
sistor-Montage ohne Isolierung) 50x100x1,5
Vee = 14 7V
-I¢ (Vi = 0) = 2x15 2%20 mA
Ra = max. 200 max. 100 @ 4)
Rs5 = 3
Ré = NTC B8 320 01A/4E
R7 = 390 270 @
RE = 0,25 - Q
Ree = 90 28,4 @
Icm = 0,6 1 A
Vom = 2x195 2x155 mV
Tom = 18 32 mA
Po = 4 3 W
a - See page G; volr pageG

siehe Seite G
4) See page 8; voir page 8; siehe Seite 8

938 2923 Tentative data.Vorliufige Daten 6.
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0C30 2-0C30

Wire of all windings : enamelled copper
Fil de tous les enroulements: cuivre émaillé
Draht aller Wicklungen . emailliertes Kupfer

Coil |Number of turns|Wire diameter
Bobine|Nombre de tours|Diametre du fil
Spule |Windungszahl Drahtdurchmesser
Vog = 14 v | W1 1760 0,12 mm
T N2 2x220 0,3 mm
r1 Veg= 77 N1 1020 0,2 mm
Np 2x170 0,4 mm
N1 128 0,45 mm
Voo = 14 v | T2 42 0,7 mm
N3 42 0,7 mm
Trp Na 128 0,45 mm
N 55 0,7 mm
Vg = 7V N2 45 0,7 mm
N3 45 0,7 mm
Na 55 0,7 mm
3

) Max.output power in the primary of the output transformer
Puissance de sortie max. dans le primaire du transfor-
mateur de sortie
Maximale Ausgangsleistung an der Primdrseite des Aus-
gangstransformators

4) R4 is used for adjusting -Ic
R4 est utilise pour le réglage de -Ig¢
Rq dient zur Einstellung von -Ig

938 2925 Tentative data. Vorldufige Daten 8.
Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction especially suitable for converter and mixer-
oscillator applications

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre specialement propre aux applications
de convertisseur et de mélangeur-oscillateur
p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik speziell zur
Verwendung als Frequenzumformer und als Mischer-Oszillator

Dimensions 1in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VcB = max. 15V -Ic = max. 5 mA
-VCcBM = max. 15V -IcM = max. 10 mA
-VCE See pageCC JIg = max. 5 mA
_ Voir page =
VCEM Siehe SeiteC Tey = max. 10 ma
- = See page D
VEB = max. 12V e Voir page D
-VEBM = max. 12V Siehe Seite D
continuous operation °
Ty service continu = max. 75 °C
Dauerbvetrieb
intermittent operation 0.3
T) service intermittent = max. 90 °¢?)
aussetzender Betriebd

Storqge temperature
Temperature d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-55/475 ¢

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
3)Tota’l duration max. 200 hours

Duree totale 200 heures au max.
Gesamtdauer max. 200 Stunden

3.3.1958 938 2915 Vo
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Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Jgnction 8emperature rise in free air of
0°C to 75°C i

Augmentation de la température de la . <
Jonction en l'air libre de SSC Jusqu'a 75°C K = 0,6 %AW
Temperaturgrhbhungodes Kristalls in freier

Luft von 0° bis 75°C

1)qut method of ruyy' (see page 2)
Méthode d'essai de rpy' (voir page 2)
Verfahren zur Priifung von ryr' (siehe Seite 2)

f=0,5Mc/s
a’?max 2Veff

The collector must be screened statically from the rest
of the circuit. D.C. working point of the transistor:
-VCE =6 V, IE = 1 mA

In position 1 the reading of the H.F. voltmeter is ad justed
to a certain value. In position 2 the reading of the volt-
meter is adjusted to the same value with the aid of the
variable resistor R. Now the value of rpp' is the same
as that of R

Le collecteur doit étre blindé d'une fagon électrostatique
du reste du circuit. Point de fonctionnement du transistron:
-VcE =6V, Ig =1 mA

Dans la position 1 la lecture du voltmétre H.F. est réglée
a une certaine veleur. Dans la position 2 le voltmetre est
regle a la méme valeur a 1'aide de la resistance variable R.
La valeur de ruy' est alors égale a la valeur de R

Der Kollektor muss elektrostatisch von der librigen Schal-
tung abgeschirmt werden. Arbeitspunkt des Transistors
=Vcg =6V, Ig = 1 mA

In Stellung 1 wird der HF-Voltmeter auf einen gewissen
Wert eingestellt. In Stellung 2 wird der Voltmeter mit
Hilfe des verdnderlichen Widerstandes R auf denselben
gerg einggstellt. Der Wert von ryy' ist dann gleich dem
ert von

939 2313 3.3.1958 : 3.
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Characteristics °

Caractéristiques Tamp = 25 ~°C

Kenndaten

la_masse; Basisschaltung

Min, Max.
-IcBo (-Vep = 2 V) = 0,5 < 2,0 uA
-IcBo (-VcB = 15 V) < 10 pA
-IgBO (-VEB = 2 V) = 0,4 < 2,0 pA
~Igo (-VEB = 12 V) < 40 pA
fab (TI0B 6V L s 05 ¢ 30k

Common_emitter; Emetteur_a_la masse; Emitterschaltung

“Icgo (-Vcg = 2Vv) = 25 <75 ua
~VBE §£§CE T W= 1% > 125 Cissav
aFg ECE VI = 00 s a5 <o

Small signal characteristics o
Caractéristiques pour petits signaux Tamb = 25 “C
Kenndaten fir kleine Signale

Cb'c
rpp’ b I
b AAAAA AMAWY c
’ gblc l ‘?
|
b I
el gb'egz ==Cv'e gmvb'el Jee Vee
r | f
_ 3
Min., Max.
Measured at { -VCE = v
Mesurees a -
Gemessen bei e = ! mA
Co'e = 10,5 > 7 < 14 pF
Co'e = 410 PF
&ce = 40 < 100 pA/V
8b'e = 390 wA/V
8b'c < 0,5 ud/vV
ém = 39 HA/V
oy = 110 <250 )
ropt/fab = 7,3 > 3,5 < 20 QsMc
1)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
939 2311 - i 2.

Operating characteristics as mixer—osc%}lator at an input
signal frequency of 1 Mc/s. Tamb = 25 “C.

Caractéristiques d'utilisation comme melangeur-oscillateur
a une fréquence du signal d'entrée de 1 MHz. Tamb = 25 “C.
Betriebsdaten als Mischer-Oszillatorogei einer Eingangs-

signalfrequenz von 1 MHz. Tamb = 25

Mixing_transistor; Transistron mélangeur; Mischtransistor

-VCE = 587V
Ig = 0,4m
Vosc = 0,3 Vere!)
gi (H.F.) = 0,3 mA/V
8o (I.F.; L.F.; 2F) = 17 A/
% 2 = 28 4B

Oscillator_transistor; Transistron oscillateur;_  Oszillator-
Ytransistor

-VCE = 4,8V
Ig = 0,3 mA
across tuned circuit | 1
Vosc { sur le circuit accordé = 5,7 Veff
lber Abstimmkreis
between collector and base
Vosc § entre collecteur et base = 3,5 Verf
zwischen Kollektor und Basis )
between emitter and base
Vosc { entre émetteur et base = 0,3 Verse
zwischen Emitter und Basis
1)2)gee page 5; voir page 5, siehe Seite 5
939 2314 4,
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For coil data of the circuit diagram on page 4 see page 6
Pour les données des bobines du schéma sur page 4 voir
page 7

Fir die Spulendaten des obigen Schaltbildes auf Seite4
siehe Seite 8

1)Oscillator voltage between emitter and earth
Tension d'oscillation entre émetteur et la masse
Oszillatorspannung zwischen Emitter und Erde

2)Conversion gain (Po/Py) 1is the ratio between the I.F.
power in a 680 Q load resistor connected to the output
terminals of the I.F. transformer and the available H.F.
power in the aerial circuit. (680 @ is the input re-
sistance of an OC 45)

L'amplification de conversion (Po/Pi) est le rapport
entre la puissance M.F. dans une résistance de charge
de 680 Q, connectée aux ‘bornes de sortie du transformateur
M.F. et la puissance H.F. disponible dans le circuit
d'antenne (680 Q@ est la résistance d'entrée du OC 45)

Die Mischverstérkung (Po/P1) ist das Verhdltnis zwischen
der ZF-Leistung in einem Belastungswiderstand von 680 Q,
angeschlossen an den Ausgangsklemmen des ZF-Transformators
und der zur Verfiigung stehenden HF-Leistung im Antennen-
kreis. (680 @ ist der Eingangswiderstand des OC 49).

939 2333 " 331958 5.
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Coil data (See page 6)
Donnees des bobines
Spulendaten (Siehe Seite 8)

BOBINE D'ANTENNE

Baguette: ferroxcube 4B; dimensdions 10 x 200 mm
S1: 77 tours de fi] toronné de 32 x 0,04 a couche
de soie enroules Jjointifs sur un mandrin d'un
diametre de 12 mm .
Q, sans, amortissement additionnel a 1 MHz: 150
(monté dans le chéssis
L = 480 pH

Sp: 7 tours de fil de cuivre émaillé de 0,3 mm,
enroulés jointifs sur l'extremitée mise a la
terre de S
Earth side Sy Coil former

S Mandrin

Coté mise g la terre. Sotenkbrper

Geerdete Seite

BOBINE D'OSCILLATEUR

La bobine d'oscillateur est montée dans un noyau

en pot D 18/12, ferroxcube 3B3; entrefer 0,5 mm

S3: 43 tours de fil toronné de 32 x 0,04 a couche
de sole; pris pour le collecteur a 26 tours a
partir de l'extrémité mise a la terre
Q,sans amortissement additionnel a 1,5 MHz: 45

S4: 2 tours de fil de cuivre €maille de 0,3 mm

Sg: 8 tours de fil de cuivre émaillé de 0,3 mm

S3 S5 S4

Pl ~Coil former
SONNNONN

Mandrin
Spulenkorper

TRANSFORMATEUR M.F.
Le transformateur M.F. est monté dans un noyau

Sg: 65 tours de fil toronné de 16 X 0,04 a couche
de sole; pris pour le collecteur a 52 tours a
partir de l'extremite mise a la terre
Q,sans amortissement additionnel: 110

Sp: 3 tours de filsd% cuivre émaillé de 0,3 mm

6 S7

en pot D 18/12, ferroxcube 3B3; entrefer 0,3 mm )

3.3.1958 N 938 2916 7
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Coil data
Données des bobines (voir gage 7)
Spulendaten (siehe Seite 8

AERIAL COIL

Rod: ferroxcube 4B; dimensions 10 x 200 mm

Sy: 77 turns of 32 x 0.04 silk insulated Litz wire,
closely wound on a former. diameter 12 mm
Unloaded Q at 1 Mc/s: 150 (mounted in chassis)
L = 480 pH

Sp: 7 turns of 0.3 mm enamelled copper wire, closely
wound at the earth side of §;

Earth side S2 (A::‘;Ldfolzmer

Coté mise d lo terre S ri
Geerdete Seite \ Izi 7 Spulenkorper

OSCILLATOR COIL

The oscillator coil is mounted in a potcore D 18/\«,

ferroxcube 3B3, air gap 0.5 mm

83: 43 turns of 32 x 0.04 silk insulated Litz wire;
collectortap at 26 turns from earth side
Unloaded Q: 45 at 1.5 Mc/s

S4: 2 turns of 0.3 enamelled copper wire

S5: 8 turns of 0.3 enamelled copper wire

Sg Ss S4

T

I"~Coil former
Mandrin
Spulenkorper

I.F. TRANSFORMER

The I.F. transformer is mounted ip a potcore D 18/12,

ferroxcube 3B3; aér gap 0.3 mm

Sg: 65 turns of 16 x0.04 §1lk insulated Litz wire;
collector tap at 52 turns from earth side
Unloaded Q: 110

Sp: 3 turns of 0.3 enamelled copper wire

Sﬁ S7

939 2315. 6

Coil data (see page 6)
Données des bobines (voir page 7)
Spulendaten

ANTENNENSPULE

Stab: Ferroxcube 4B; Abmessungen 10 x 200 mm

Sq1: 77 Windungen von seidenisoliertem Litzendrant
32 x 0,04 anschliessend gewickelt auf einem
Spulenkérper mit Durchmesser von 12 mm
Q,ohne Belastung,bei 1 MHz, montiert im Chassis:
150. L = 480 pH

Sp: 7 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht,

—_ iiber 81 auf der geerdeten Seite anschliessend
aufgewickelt
Earth side Sy Coil former

Coté mise ¢ la terre.
Geerdete Seite

S Mandrin
Spulenkdrper

OSZILLATORSPULE

Die Oszillatorspule hat einen Topfkern D 18/%¢, |

ferroxcube 3B3; Luftspalt 0,5 mm

S3: 43 Windungen von seidenisoliertem Litzendrant
32 x 0,04; Kollektoranzapfung 26 Windungen von
d%r geerdeten Seite. Q,ohne Belastung,bei 1,5 MHz
4

S4: 2 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht

S5: 8 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht

S3 S5 S4
k\“‘\\\,

ANNNNNNANNY

Coil former
Mandrin
Spulenkorper

ZF-TRANSFORMATOR

Der ZF-Transformator hat einen Topfkern D 18/12z ,

ferroxcube 3B3; Luftspalt 0,3 mm

Sg: 65 Windungen von seidenisoliertem Litzendrant
16 x 0,04;Kollektoranzapfung 52 Windungen von éer
geerdeten Seite. Q,ohne Belastung: 110

s7: 3 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht

S6 S7

P
- SN

938 291% 8.
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Operating characteristics as frequency @hanger at an input
signal frequency of 1 Mc/s. Tamb = 25 °C
garacter;stiques d'utilisation comme changeur de frequense
a une frequence du signal d'entrée de 1 MHz. Tamb = 25°C
Betriebsdaten als selbstschwingender kischer bei einer
Eingangsfrequenz von 1 MHz, Tapp = 25 °OC

pF 7-190
1 PE
1
|
|
|
|
|
|
|
I
|
I
|
: 6V
S o -
'VCE = 5,1V
Ig = 0,4 mA
across tuned circuit 3
Vosc sur le circuit accordé = 2 Verr
liber Abstimmkreis

entre collecteur et terre = 0,12 Verr

between collector and earth
Vosc
Zwischen Kollektor und Erde

between emitter and earth
Vosc 9 entre émetteur et terre = 50 mVers
zwischen Emitter und Erde
g1 (B.F.) = 0,5 mA/V
8 (I1.F.; M.F., 2F) = 17 wA/V
292) = 28 4B
Py

For ccil data of the above circult diagram see page 10
Pgur les données des bobines du schéma ci-dessus voir page 10
Fiir die Spulendaten des obigen Schaltbildes siehe Seite 11

2)See page 5; voir page 5, siehe Seite 5

0C 44
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ANTENNENSPULE S1, S2

Diese Spule ist dieselbe als die auf Seite 8 beschriebene
Antennenspule, mit Ausnahme von Sp, die hier 5 anstatt 7
Windungen hat.

0821 ORSPULE

Die Oszillatorspule hat einen Topfkern D18/12, Ferroxcube
3B3; Luftspalt 1 mm

S3 : 54 Windungen von seidenisoliertem Litzendraht 32x0,04
Q ohne zusdtzliche Ddmpfung bei 1,5 MHz: 55

S4 : 2 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht
S5 : 5 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht

§—Coil former
Mandrin
Spulenkorper

ZF- SF

Der ZF-Transformator ist derselbe als der auf Seite 8
beschriebene ZF-Transformator

AERIAL COIL S4, Sp
This is the same as the aerial coil described on page 6,
but for S having 5 turns instead of 7
SCILIATOR COIL

The oscillator coil is mounted in a potcore Di18/12,
ferroxcube 3B3; air gap 1 mm

83 : 54 turns of 32x0.04 silk insulated Litz wire
Unloaded Q : 55 at 1.5 Mc/s

S4 : 2 turns of 0.3 enamelled copper wire
S5 : 5 turns of 0.3 enamelled copper wire
S3 S5 S4

%of 1 dfarrner
RN andrin
* Spulenkorper

1.F. TRANSFORMER Sg, So

This transformer is the same as that described on page 6

BOBINE D'ATENNE S, S

Cette bobine est la méme que celle décrite sur page 7,
a l'exception de Sp, qui a 5 tours au lieu de 7

BOBINE D'OSCILLATEUR

La bobine d'oscillateur est montée dans un noyau en
pot D18/12, ferroxcube 3B3; entrefer 1 mm

83 i 54 tours de fil toronné de 32x0,04 & couche de soie.
Q sans amortissement additionnel a 1,5 MHz: 55

S4 : 2 tours de fil de cuivre émaillé de 0,3 mm

85 : 5 tours de fil de culvre émaillé de 0,3 mm
53 ﬁs Sy

ANSNONE
. ma——SatoN
B

wovwi —~Coil former
§ 55 Mondrin,
Spulenkorper

JIRANSFORMATEUR M.F.

Ce transformateur est le méme que celuil décrit sur page 7

2320 - 11.
.3.1958
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R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass Characteristics °
construction especially suitable for I.F. use Caractéristiques Tamb = 25 C
TRANSISTRON H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en Kenndaten
ggrgégugt;og tout-verre spécialement propre pour 1l'utili- Common_base;_Base a la_masse; Basisschaltung
HF p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik speziell ¥in. Max.
zur Verwendung bei Z.F. -Icpo (-VeB= 2V ) = 0,5 < 2,0 pA
Dimensions in mm -Icgo (-Vegg = 15V ) < 10 pA
Dimensions en mm
Abmessungen in mm -Iggo (-VEB= 27V ) = 0,4 € 2,0 ua
-Igpo (-Vgp = 12 V) < 40 pA
max 15 min 37 i £ab 5;%013 : ? uVmg = 6 >3 < 12 Mc/s
1
e
121 r:,,[ % Common_emitter; MQtLeur a_la masse;_Emitterschaltung
——
17)—"12) I -Icgo (-Vgg= 2V )= 12 < 40 pA
max 1.5 < - =
vpp (OB V- 470 145 <95 aw
-Vcg = 6V
Limiting values (Absolute max. values) @FE glgcn = 1 mAg = 50 »>25 <125
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte) Small signal characteristics o
- = _ _ Caractéristiques pour petits signaux Tamb = 25 C
Ves max. 15V Ic = max. 5 mA Kenndaten fir kleine Signale
-VcBy = max. 15V -IcM = max., 10 mA Cre
-VCE ‘&;ee page CC Ig = max. 5 mA . il
ir bb' '
~VCEM S?ehepggite c TEM = pax. 10 mA byt A ‘
c
v _ See page D T p. =
VEB wax, f2 v Pe Voir page D 2 gy Vb,l 2 V.
-VEBM = max. 12V Siehe Seite D tbe es TECoe  gmib N
continuous operation
Tj service continu = max. 75 °C G
Dauerbetrieb ¥ B
n. Max.
intermittent operation 0.3
Ty service intermittent = max. 90 °C°) Measured at | -VCE = 6 v
aussetzender Betrieb Mesurees a g - 7 nA
Storage temperature Gemessen bel ' -
Température d'emmagasinage = -55/475 °¢ Co'e = 10,5 > 7 <14 pF
Lagerungstemperatur Cv'e = 1000 pF
&ce = 15 < 40 uaA/v
m dot indicates the collector gb'e = 760 WA
Le point rouge marque le collecteur
_ Der rote Punkt indiziert den Kollektor 8b'c <0,5 pa/v
€)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt em = 39 na/v
3)ggtal duration max. 200 hours Todb! = 75 <200 Q')
ree totale 200 heures au max. g = p
Gesamtdauer max. 200 Stunden T Tob/Tap = 12,5 > 5 €30 as/le
)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

3.3.1958 938 2941 . P
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Circuit fondamental d'un amplificateur M.F. stable a deux étages. Pour les données vo

Pour les transformateursM.F. voir page 5.

56pF*5%

Junction temperature < &5
Température de la jonction rﬁ
Kristalltemperatur %
Junction temperature rise in free air of ?
00C to 750C o 5 g 3
sugmentation de la température de la < o S o
jonction en l'air libre de 09C jusqu'a 75°C K 2 0.60C/mk M + 3 | el
Temperaturerhdhung des Kristalls in freler Q Q 2 3 R
Luft von 0° bis 75°C j T T g 2
RN £ 5
P §= o . § <
1)T(gst, method of Trpp' (see page 2) = s s
Méthode d'essai de ryp' (voir page 2) - ~ - l—-"-—‘ s ©
Verfahren zur Priifung von rvb' (siehe Seite 2) I —wwwe @ b
s o 3 | st e g
™ © 3 <
HS 3
5 p
C f=0,5Mc/s ozl )
max 2Veff
8
S|
«
S
»
o~
=]
L=}
©

The collector must be screened statically from the rest
of the circuit. D.C. working point of the transistor
-Veg = 6 V, IE = 1

In position 1 the reading of the H.F. voltmeter is adjusted
to a certain value. In position 2 the reading of the volt-
meter is adjusted to the same value with the aid of the
variable resistor R. Now the value of rypyp' 1s the same
as that of R

Le collecteur doit &tre blindé d'une fagon électrostatique
du reste du circuit. Point de fonctionnement du transistron:
~Vcg = 6V, IE = 1 mA

Dans la position 1 la lecture du voltmétre H.F. est réglée

)

1k0¥5%

der Eingansspannungsquelle

g2 = load admittance; admittance de la charge;
Basic circuit of a stable two stage I.F. amplifier. For data see page 6. For I.F. transform-

ers see page 5

input source admittance

a une certaine valeur. Dans la position 2 le voltmetre est - N i

réglé a la méme valeur al' alde de la résistance variable R. I l l

La valeur de rpp' est alors égale a la valeur de R S

Der Kollektor muss elektrostatisch von der {ibrigen Schal- W "
tung abgeschirmt werden. Arbeltspunkt des Transistors : vV —

V, Ig = 1 mA &
n gtelluug 1"wird der HF-Voltmeter auf einen gewissen
Wert eingestellt. In Stellung 2 wird der Voltmeter mit
Hilfe des verdnderlichen Widerstandes R auf denselben
Wert eingestellt. Der Wert von rpp' ist dann gleich dem
Wert von R

Musterschaltung eines stabilen, zweistufigen ZF-Verstdrkers. Fir Daten siehe Seite 6.

ZF-Transformatoren siehe Seite 5.

»

939 2337 3.3.195¢ 3 939 2338
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I.F. transformers of circult diagram page 4 T T, T3
Transformateurs M.F. du schéma de page 4
ZF-Transformatoren des Schaltbildes Seite 4 Tuning capacitor
A, For a selectivity factor of 5 at a detuning of 9 kc/s Condensateur d'accord | C1=390pF | C2=390pF|C3=390pF
Pour un facteur de sélectivité de 5 a un desaccord de Abstimmkondensator
9 kHz
Flir einen Selektivitatsfaktor 5 bei einer Verstimmung unloaded
Q 4 sans charge 160 160 160
von 9 kilz unbelastet
Core material
l}gatiéri ;i_vixaxi:oyau Ferroxcube loaded. nominal
ernmate transistors
T T, chargé, transis-
! 2 B QY trons nominaux 80 80 80
Tuning capacitor belastet, nominel-
Condensateur d'accord [C=220pF |C2=220pF |C3=220pF le Transistoren
Abstimmkondensator
Turn ratio; Rapport de transformation; Windungsver-
unloaded hdltnis
Q 4 sans charge 110 70 110 Terminals
unbelastet Broches Ty T2 T3
Klemmen
%oadetii.tnominal 3758
’ -
ckﬁg?‘Ze? gsa.nsis- 5 5 35 2-3/1-3 v———a""lo 3 0,307 0,225
Q trons nominaux 3 3 =7 =2 2
velastet, nominel- 4-5/1-3 3,82°10 5,21:10 3,82-10
le Transistoren 2,25 3
5-6/1-3 - - V=~1o'
82
Turg 1rtat,iio, Rapport de transformation; Windungs-
verhdltnis
Data of circuit diagram page 4
Terminals T Caractéristiques du schéma de page 4
ngggggxsa T T2 3 Daten des Schaltbildes Seite 4 , 2
2-3/1-3 312 -3 0,35 0,256 £ =450 450 kc/s
ver - -Veg = 6 6 Vv
14-5/1-3 4,34 .1075,92.1072| 4,34-10 1o = 1 om
312 T = 25 25 ©c
5-6/1-3 - = 10'3 amb
VEz
: Po -2 60 57 aB
B. For a selectivity factor of 40 at a detuning of 9 kc/s P
Pour un facteur de sélectivité de 40 a un désaccord de
9 kHz s9 = 5 40
Fur ginen Selektivitdtsfaktor 40 bei einer Verstimmung
von kHz PR
Core material 1)For a selectivity factor of 5 at a detuning of 9 kc/s
Matiere du noyau Ferroxcube (Sg =5) , , . ,
Kernmaterial gour u.r()sfacteur de sélectivité de 5 a un désaccord de
kHz
Fiir einen Selektivitdtsfaktor 5 bei einer Verstimmung
2,von 9 kHz (89 = 5)
)For S9 = 40; pour S9 = 40; fiir S9
939 2339 $.3.1958 . 5. 939 2340 - 6,
0C 45 0C 45
—Ig=T160uA 7R05484 7R05485
T ] 17—0 A [ ]‘Lfi 0C45 1-5-57) 1000F Cap 15,7
! I Yol 4 HH = ‘LII e
RN (mA) 40p/ - A Iceo!
TN < y AT /-
‘“{\ y, ll'/ % - ]
% C 7 ,/ j B ,/ T
20uA L / |
N » /
- - / .
6 I / 4~ Lcao]
\ ab 100uA I / s ]
- f 100k A v 4
T N F E
b0 TeeofT) | / -
i Togo(li=25%C)F Rd 1
LY 4 CeolJ IF Ré ]
ot .
Sagmadn Icgo(Tj=25% /
. m = A CBO(.I" )A / i
N SNRSC A i / 1
Tj=457C T 40u AT / /
N2 = TTTTT L 4 % i
- I NN N / 4
RAgH [ A1/ .
. ZOyA I L /1 i
\ EEE, 10k .
10pATH - : E
200~Ig(uAJ100 0 5 10-VeeV)ii5 : panvs :
» v 3
- / .
1 L 4
/
0,7 Ig=1T1 i /’/ i
20u4 /,/
y 40uA L Y ]
v 60uA i / ]
o 80uA L 4
L
B R
~ | (o,
= Ve 14054 20 40 60 80 71;(°C)
TTITT (] 60 1A
200uA B
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maximum permissible values of —Vogm and —Vog

-—l@_:max=valeurs admissibles au max. de —Vcem et —VcE

—VCEMmax s VCEmax
—VeEMmax

0C 45 0C 45

(I

S
1S 7R05483
S ‘ 1= 100 TT 0C45 1-5-57
82 : A -
oI 1 - Cmax
b 24 -
5§ °8 = (mw)
wla 3 e 1=
L g‘;g o 1y o P ppax=maximum permissible P¢
.lb 2 §.§§§ N PCmax =Pc admissible au max.
Jfe i ; P,
@ Q \ =
S8 €59¢ 80 PC oy =maximal erlaubte Pc
=€ ES§S f ] \
W o8 ] T !
SR OEF. 1 7
| | ’:C% 4 N\
E2XE S
S|ESEeHEY S,
2873 / E N
AT E
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8% / AY
5 [ / ]
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p Characteristics (continued) o
type in hermetically sealed-in metal case construction Caractéristiques (suite) Tamb = 25 C
for use in hearing aids CRISTAL DE GERMANTUM Kenndaten (Fortsetzung)
TRANSISTRON SUBMINTATURE A JONCTION A CRISTA GERMAN . - s . s
du type p-n-p en construction bolte métallique scqllée Common_emitter; Emgtteur_a la masse; Emitterschaltung
hermetiquement pour utilisation dans les protheses -IcEQ (-VCE = 2 V) < 100 pA
auditives - - - . - o
p-n-p-GERMANTUN-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit IcE0 (-VCE = 2 V; Tagb = 45 °C) < 800 pa
hermetisch abgeschlossenem Metallgehduse zur Verwendung
in Horgeraten
The red dot indicates the collec- (A -1,
Di ions in am tor connection Collector knee voltage L
Lmensio n Le print rouge marque la connection Tension de coude du !
g;men51ons en oo au collecteur cc 1lecteur
messungen 1n mm Der rote pPunkt indiziert den Kol- Kniespannung = ies Kol- |
lekvoranschluss lektors |
max 4 37 _i :
i
o I
==, = 1 e )
L -Ig = 10mA CEK
S the value at which  -Ic = 11 mA when -VCE = 1 V
-Ip = <la valeur a laguelle =-I¢ =11 mA si -VCg =1V
( ) der Wert bei dem -Ic =11 mAwenn -VCE = 1 V
Limiting values (Absolute max. values _ - 1
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues) VCEK 0,187 ¢ 0,25V o
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte) Small signal characteristics at Tamb = 25 C
-VcB = max. 7 V -I¢ (tav = max.20 msec) = max. 5 mA garagtfrisg;quﬁi poursfaib%esbsignaux a9q-VCE = 2V
“Vepy = max. 7 U “Ion - max. 10 mA enndaten fir kleine Signale bei IE = 0,5 mA
-VCE = max. 3 v Ig (tav = max.20 msec) = max. 5 mA -IB = 10 uA
-VCEM = max. 7 V1) IR = gax. 10 mA -VBE = 145 'l
-VgB = max. 7 V PC = gax. 10 of %) h-par:%ege£s1migsgred hile = 2,9 kQ
q = 5 o ~ ’ =
-VEBM = max. 7 V Tj = max. 55 °C paranétres h mesurés h21e 50.4 »40 <60
Storage teamperature 0u/, 550 a f =1KkHz hize = 17x10
Temperature d'emmagasinage = =55 C/+55 C _ h -
Lagerungstemperatur n-Paraneter gemessen sze = 28 u?/V
o = D
Characteristics 1 -
Caractéristiques Tamp = 25 °C ae = 210 ke/s
Kenndaten
Common_basg; Base_a_la masse; Basisschaltung < %unc@ion temperature
_ _, _ = emperature de la jonction
IcBo (-vcp = 2 V) 15 ua Kristalltemperatur
-1cBO (-VeB = 2 V; Tamp = 45 °C) = 8 ua o )
» tal Junction temperature rise in free air
-IERO (-Vgg = 2 V) = 1,5 uA Augmentation de la température de la 5o
_ _ - _ Jonction en 1l'air libre K< C/mw
7 F (-vcp = 2 U3 Ip = 0,5 ma) < 10 dB Temperaturerhohung des Kristalls in =
) Zgg = max. 10 k@ < freier Luft
2) See also page B; voir aussi page B; siehe auch SeiteB
938 3076 Tentative data. Vorliufige Daten 1. —
676.1958 Caractéristigues provisoires 9383077 Tentative data. Vorlidufige Daten 2.

Caractéristiques provisoires
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7R05852 7R05853
0C57 4-3- 50 10 ‘_.'Ig[_ p 12 PCmax=maximum permissible P¢ OC57 4-3758
T,=45° i, ¢ LI4F100u A Crmax Pcpmax="Pc admissible au max.
[mA) =T (ij PCax= maximal erlaubte P¢
N max—
Q
AY - 0
Y i I
FoA\ Lt L80 \
mumn SN =
A\ \
2 6
\
A - Ll 60 8
\
A
40
Y
EEEEEE 30 6
ol \
p=y =3 20
\ SEREREREE 0
\
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100 —Ip (2A)5¢ 4 —Vee(V)3 \
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haracteristics (continued)
SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p ¢ _ o
type in hermetically sealed-in metal case construction %aragtgrls%%quis gsuiti) Tamb = 25 °C
for use in hearing aids enndaten (fortsetzung
TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANTUM Common_emitter; Emetteur_a_la masse; Emitterschaltung
du type p-n-p en construction boite métallique scellee _ _
hermétiquement pour utilisation dans les protheéses Icgo (~VeE = 2 V) o < 100 pa
auditives ) -Icgo (-VCE = 2 V; Tamb = 45 °C) < 800 pA
p-n-p-GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehduse zur Verwendung
in HOorgerdten
The red dot indicates the collec- Collector knce voltage (4) —Ip
i tor connection Tension de coude du gff--=
g%z:gzigg: ég E Le point rouge marque la connection collecteur 10— }
: du collecteur Kniespannung des Kol- I
Abmessungen in mm Der rote Punkt indiziert den Kol- v & lektors |
lektoranschluss I
max 4 37 :
c | }
o -
= gT = E 1 —VeelV)
BE&._____'ﬁ" ﬁ -Ig = 10mA ~Veex
E S the value at which -Ic = 11 mA when -VCcE= 1V
-In = < la valeur a laquelle -I¢ = 11 mA si =-VCE=17V
( der Wert bei dem -Ic = 11 mA wenn -VCE=17V
Limiting values (Absolute max. values) - -
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues) Vezk = 0,18V < 0,25V
Grenzdaten (Absolute Uaximalwerte) Small signal characteristics at Tamb = 25 °C
-VcB = max. 7V -I¢ (tav = max.20 msec) = max. 5 mA Caracterlsthues pour faibles signaux a -VeE = 2V
-VeBM = max. 7 V -Icy = max. 10 mA Kenndaten flr kleine Signale bei Iy 0.5 ma
= b
-VcE = max. 3 V') IE (tay = ©ax.20 msec) = zax. 5 g -IB = 8 A
~VCEM = max. 7 V 1) IEM = max. 10 mA ) -VBE = 135 oV
-VEB = max. 7V Fc = max. ’_O 1(1)1&7 ) h-parameters measured  hite = 4,0 kQ
-VEBM = max. 7 V Tj ) = max. 55 °C at £ =1 ke/s h21e = 65 550 <€0
Storage temperature paramgtres h mesurés - -4
Temperature d'emmagasinage = -55°0/+55°C a f=1KkHz hi2e =17x10
Lagerungs temperatur h-Parameter gemessen h22e = 80 uA/ v
Characteristics o bei f =1 kiiz Co = 60 oF
Caractéristiques Tamb = 25 °C fae = >10 ke/s}
Kenndaten
Common_base; Base_a_la masse; Basisschaltung <« 5 o1 . .
_ . _ _ unction temperature
IcBO (-Vgp = 2 V) . 1,5 pA Température de la jonction
-1cBO (-VgB = 2 V; Tamp = 45 °C) = 8 pa Kristalltemperatur
-IEBO (-VEB = 2 V) = 1,5 pA Junction temperature rise in free air
_ _ . _ Augmentation de la température de la
; F (-vep = 2 V; IE = 0,5 mA) ¢ 104dB jonction en 1'air libre K<1,5 Oc/mw
) Zpg = max. 10 kQ <« Temperaturerhdhung des Kristalls in
X . . . freier Luft
) See also page B; voir aussi page B; siehe auch SeiteB
G38 3076 Tentative data. Vorliufige Daten 1. 938 3078 Tentative data. Vorldufige Daten 2.

6.6.1558 Caractéristiques provisoires Caractéristiques provisoires
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for use in hearing aids

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM
du type p-n-p en construction boite metallique scellee
hermétiquement pour utilisation dans les protheses
auditives K o

p-n-p-GERMANTUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehduse zur Verwendung
in Horgerdten

The red dot indicates the collec-
tor connection

Dimensions in mm .
Dimensions en am Le p»int rouge marque la connection
Abmessungen ip mm du collecteur
Der rote Pupkt indiziert den Kol-
lektoranschluss
max 4 37

Z%I Eg

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-V = max. 7V -I¢ (tav = max.20 msec) = max, 5 mA
-VCBM = max. 7 V -IcM = max. 10 mA
-VCE = max. 3 V) IE (tay = max.20 msec) = maX. 5 mA
-VCEM = max. 7 V')  Imy - max. 10 @A
-VEB = max. 7V PC = max. 10 mWZ)
-VEBYM = max. 7 V Tj = max, 55 °C

Storage temperature 0 o
Temperature d'emmagasinage = =55 C/+55°C

Lagerungstemperatur
Characteristics
Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten
Common_base; Bage_a_ la magse, Bagisschaltupng
-IcBo (-VgB = 2 V) = 1,5 ua
-ICBO (-VeB = 2 V; Tamp = 45 °C) = 8 ua
-IEBO (-VEB = 2 V) = 1,9 pA
—_— F (-vgp =2V, IE = 0,5 m4) ¢ 10 dB

;) Zgg = max. 10 kQ
) See also page B; voir aussi page B; siehe auch SeiteB

938 3026 Tentative data. Vorldufige Daten
6.6.1958 Caractéristiques provisoires 1

0C 58

12 - 7R05653
3 PC max= maximum permissible P¢ 0C57 4375
‘max| Pemax=Pc admissible au max.
(mw) PCmax=maximal erlaubte P¢
10
\
\
8
\
\
6
\
\
4 -
Y
\
2
\
0 \
)25 35 45 55 Tamb(°C) 65
B
0C 59
Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite) Tamp = 25 °C

ienndaten (Fortsetzung)

~Icgo (-Veg = 2 V)

-I0E0 (-VCE = 2 V; Tamp = 45 °C) < 800 pA

< 100 pA

Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise
hugmentation de la tempe

_IC
(4)
Collector knee voltage []
Tension de coude du i
collecteur | |
Kniespannung des Kol- | |
lektors : !
! 1
|
| 1
!
v 1 —Vee (V)
“Ic = 10mA —Veex
the value at which -IC = 11 mA when -VCE =1V
-Ig = <la valeur a laquelle -IC = 11 mA si -VCE =11V
der Wert bei dem -Ic = 11 mA wenn -VCE = 1V
-Verg = 0,18 V. < 0,25V
Small signal characteristics at R Tamp = 25 O¢|
Caracteristiques pour faibles signaux a -V _ 2V
Kenndaten flr kleine Signale beil CE =
Ig = 0,5 mAl
-IB = 6 uA
h-parameters measured -VBE = 125 mV
?t £f=1 kc/s, hite = 5,7 k9
parametres h mesures -
2t -1 wHz hate = 90_4 >70 <120
h-Parameter gemessen hize =17x10
bei £ =1 kHz hooe = 100 uA/v
Co = 60 pF
fae = >10 ke/s

in free air
rature de la

jonction en l'air libre X < 1,5 °C/ow
Temperaturerhdhung, des Kristalls in -
freier Luft
938 3079 Tentative data. Vorléufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires
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0C 65

GERMANIUM MINIATURE TRANSISTOR of the p-n-p type in metal
construction for use in hearing-aids

TRANSISTRON MINIATURE A CRICTAL DE GERLANIUM du type p-n-p
en construction métalligue pour utilisation dans 1les
protheses auditives

p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR in Miniaturtechnik mit Metall-
gehduse zur Verwendung in Horgerdten

Dimensions in mm 3 .
Dimensions en mn ] — F?i:'
Abmessungern in mm SN Iﬁ
S
L max7 37 |
e |
5 i
o — =

7)
Limiting values (Absolute max. values at Tamp, = 45°¢C)

73

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues_a Tamb=45°C)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte bel Tamb = 45°C

-VCE = max. 10V -Ic = max. 10 mA
-VCEM = max. 10V Ik = max. 10 mA
-VEB = max. 10V -IB = max. 2 mA
-VEBM = max. 10V PC = max. 25 mW
-VcB = max. 10V Ty = max. 65 °C

-Vcpy = max. 10V

Storage temperature o
Température d'emmagasinage = max. 65 °C

|

Lagerungstemperatur
Characteristics °
Caractéristiques Tamb = 25 C
Kenndaten

Comgmon_base;_Base & la_masse; Basisschaltung

Measured at | 'CB = 2 v
Mesure a IE = 0,5 A
Gemessen bel £ - 1000 /s
h11b = 71 Q
-h21b = 0,968
h22p = 0,7 pA/V
h12p = 7-107%
-Iceo (-VcB = 4,5 V) = 5 <12 ph
1) see page 2; voir page 2; siehe Seite 2
3.3.1958 938 2944 - 1.

0C 59

7R05853
p 12 PCmax=maximum permissible P 0C57 4-3758
Cma){ Pemax="Pc admissible au max.
(mw) PCmax=maximal erlaubte PC
10
\
\
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\
\
\
6
\
\
4
\
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\
\
0 \
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B
0C 65

Characteristics (continued) o
Caractéristiques (continuation) Tapp = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung)

Common_emitter; Emetteur_a_la masse;_ Emitterschaltung

Measured at ~VCE = 2 v
Mesuré a I = 0,5 mA
Gemessen bei r = 1000 o/s
hiie = 2,2 kQ
h2te = 30
hpge = 23 wa/v
hige = 9'10_4
fae = 15 ke/s
F2) = 9 <15 aB
-IcE0 (-VCE = 4,5V ) = 110 <225 pA
-IB -VCE= 2V |= 15 uA
-VBE IE =0,5mAj= 115 mV
-Is {—ch = 2V }= 99 pA
-VBE IE = 3mAj= 175 oV

Junction temperature
Température de la jonction
Kristall temperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la
jonction en 1'air libre
Temperaturerhthung des Kristalls in
freier Luft

k £ 0,65 %/uW

])The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Noise factor with input source impedance of 500 Q
Is‘ggtgur de bruit avec impédance de la source d'entree de
Rauschfaktor bei einer Impedanz der Eingangsspannungs-
quelle von 500 Q

939 2403 2.



0C 65

Common emitier
Emetteur a la masse
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0C 66

Characteristics (continued) o
Caractéristiques (continuation) Tamb = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung)

Common_emitter; Emetteur & la masse; Emitterschaltung

Measured at |["VCE = 2 v
Mesuré a Ig = 3 mA
Gemessen bel £ - 1000 /s
hite = 0,8 kR
hote = 47
hzpe = 80 pA/V
hi12e = 5,410 4
fae = 10 kc/s
Fl) = 9 <15 4B
~ICEO (-VCE = 4,5V ) = 150 <325 pA
-1IB -VCE = 2V = 9 BA
-VBE (IE =0,5mA]= 110 oV
-Ip V= 2V |= 65 pA
-VBE IR = ImAj| = 170 mV
Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur
Junction temperature rise in free air
Augmentation de la temperature de la < o
jonction en 1'air libre K = 0,65 °C/mW

Temperaturerhthung des Kristalls in
freier Luft

1)Noise factor at Ig=0.5 mA with input source impedance
of 500 @ R i
Facteur de bruit a Ig=0,5 mA avec impédance de la source
d'entrée de 500 @
Rauschfaktor bei IE=0,5 mA bei einer Impedanz der Ein-
gangsspannungsquelle von 500 Q

939 2405 , 2.
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0C 66

GERMANIUM MINTATURE TRANSISTOR of the p-n-p type in metal
construction for use in hearing-aids

TRANSISTRON MINIATURE A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p
en construction metallique pour utilisation dans les
protheses auditives

p-n-p GERMANTUMTRANSISTOR in Miniaturtechnik mit Metall-
gehduse zur Verwendung in Horgeradten

Dimensions in mm e .

Dimensions en mm :H:(iﬂ

Abmessungen in mm Sy \ o ©
o

37

max3.2

max 3,4 . max7

lin
i

)

Limiting values (Absolute max. vgalueé at Tamb = 45 °C) 0
Caractéristiques limites (Valeurs max, absolues a Tamb=45 C)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte bei Tambh = 45°C)

-VCE = max., 10V -I¢c = max. 10 mA
-VeEM = max. 107V I = max. 10 mA
-VEB = max. 107V -Ip = max. 2 mA
-VERM = max. 10V P = max. 25 mW
-V =max., 107V Ty = max. 65 °C
-VeBy = max. 107V
Storage temperature °
Température d'emmagasinage = max. 65 °C
Lagerungstemperatur
Characteristics o
Caractéristiques Tamb = 25 “C
Kenndaten

Common_base; Base 3 »a_masse; Basisschaltung

Measured at -VcB = 2 v

Mesuré a Ix = 3 mA

Gemessen bei £ - 1000 /s
h11p = 17 Q
-h21p = 0,979
h22p = 1,6 wA/V
hzp = 8-107%

-I¢po (-Vgp = 4,5 V) = 5 <12 pA

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

3.3.1958 938 2945 1.
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0C 66

Common emitter
Emetteur & la masse
7R05598 Emitterschaltung

5.5.1957 A
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0C 70

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en, con-
struction tout-verre, prévu pour les usages generaux
p-n-p-GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

E N

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vecg = max. 30V 3) Ig = max. 12 mA
-VeopM = max. 30 V 3) IEM = max. 55 mA
-I¢ = max. 10 mA -IB = max. 2 mA
-Icy = max. 50 mA -Ipy = max., 5 mA

see page N
Pe voir page N
siehe Seite N
continuous operation
T3 < service continu = max. 75 oC
Dauerbetried

intermittent operation 4
Ty { service intermittent = max. 90 °C %)
aussetzender Betrieb

Storage temperature
Température d'emmagasinage = =55/+75 OC
Lagerungstemperatur

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)*)see page 2; voir page 2; siehe Seite 2

3.3.195¢ 938 2946 1.

0C70

Characteristics (continued)
Caractéristiques (continuation)

Tamb = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung

Min, Max.

Measured at -Veg = 2 v

gz;lelggenabei -Ic =05 A
= 1000 c/s

hite = 2,2 > 1,2 < 3,6 k@

ho1e = 30 > 20 <40

h22e = 23 < 53 pA/v

hioe = 9.10-4 < 27.10-4
fae = 15 kc/s

F) = 10 < 15 dB

-Icgo (-Veg = 4,57V) = 110 < 225 pA

-Ic [-Vcg=4,5V |= 0,4 > 0,21 < 0,65 mA

-VBg |-Ip = 10 pAf= 110 > 75 <150 mV

-Ig {—VCE=4,SV }: 10 > 4,6 < 13,2 mA

-VBg |(-IB =250 pAj = 275 > 200 < 385 mV

Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristall temperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la temperature de

la jonction en 1l'air libre
Temperaturerhohung des Kristalls

in freier Luft

i~

0,4 °c/mw

1)Noise factor with input source impedance = 500 Q
g‘gcteur de bruit avec impédance de la source d'entrée =
0 Q
Rauschfaktor bei einer Impedanz der Eingangsspammungsquelle
= 500 @

5.5.1957 939 2389 ' 3.

0C 70

Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten

Tamb = 25 OC

re Ierm re
e c
™
O— 3 0o
Min. Max.
Measured at -V¢B = 2 v
Mesure a _ _ }
Gemessen bei | "1E = 0,5 mA
f = 1000 c/s
Tre = 39 o
rp = 1000 Q
re = 1,43 -
'nm = 1 ,38 MQ
hi1p = 71 > 58 <88 @
“h21p = 0,968 > 0,952 <0,976
haop = 0,7 < 1,3 pA/v
hi2p = 7.107¢
-Icpo(-VCB = 4,5 V) = 5 <12 uA

3)These values are permissible at VBg 2 0.1 V. See also
page M .
Ces Vﬁleurs sont admissibles a VBE 2 0,1 V.Voir aussi
page
Diese Werte sind erlaubt bei VBE 2 0,1 V. Siehe auch
Seite M

4)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opération
optimum a cette température est aussi dépendante du genre
de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wir auch von
der Verwendungsart bestimmt

939 2344 2.

0C 70

Common base
Base a la masse

IR05494 Basisschaltung
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Small voltage curves
Courbes pour petites tensions

0C 70

Common base
Base a la masse

Kurven fiir niedrige Spannungen Basisschaltung
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Small current curves

Courbes pour petits courants

0C70

Common base
Base a la masse

Kurven fir kleine Strome Basisschaltung
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0C70 0C70

Small voltage curves Common emitter Small current curves Common epnitter
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0C 170 0C71

250 7R05505
0C70 9-5-'57 GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes
TRANSISTRON' A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre, prévu pour les usages généraux
p-n-p~GERMANIUKM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik
PCnax =maximum permissible P Dimensions in mm
P, =P . Dimensions en mm
Cmax— C admissible au max. Abmessungen in mm
PCrnay=maximal erlaubte PC
200
D,
Cmoax
(mw)
150 i Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)
-Veg = max. 30 V 3) Ig = max. 12 mA
-VeEy = max. 30 V 3) Igy = max. 55 mA
-Ic = max., 10 mA -IB = max. 2 mA
-Icy = max. 50 mA -Ipy = max. 5 mA
P see page N
c voir page N
100 siehe Seite N
continuous operation
Ty < service continu = max. 75 oC
Dauerbetried
intermittent operation
Ty { service intermittent = max. 90 OC 4)
aussetzender Betriebd
Storage temperature
50 Température d'emmagasinage = -55/+75 OC
Lagerungstemperatur
])Tha red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor
0 2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
HMHs .
25 45 65 657&mb{oc) )7)See page 2; volr page 2, siehe Seite 2
N -
3.3.1958 938 2946 1.
Characteristics (continued)
Characteristics Caractéristiques (continuation) Tamb = 25 °C
Caractéristiques Tamp = 25 OC Kenndaten (Fortsetzung)
Kenndaten . Common_emitter; Emetteur 3 la masse; Emitierschaltuns
Common_basg; Base a la_masse; Basisschaltung Keasured at “Vep = 2 v
Mesuré a - _
. Term Gemessen bei e = 3 mA
e e ¢ =
oMW ——(U—Wiw—oc £ = 1000 c/s
EEF@ hite = 0,8 50,4 <1,5 kR
hp1e = 47 330 <75
© b ° hoze = 80 <200 pA/V
hi2e = 5,4+10” a7-1074
Min. Max. foe = 10 ke/s
Measured at -V = 2 v F $)
= 10 <15 4B
Mesuré a -Ig = 3 mA
Gemessen bei £ - 100‘0 c/s “IcEo(-VeE = 4,5 V) = 150 325 A
re = 65 @ -I¢ {VCE =4,5vV)= 0,7 0,33 1,20 mA | e—
T = 500 Q -VBg |-IB = 10 pAf = 110 >80 <155 mV
re = 625 ko -I¢ {‘VCE 4,5V = 14 37,2 € @1 mA
Ty = 611 kQ -VBg (~IB = 250 pA 270 >210 <385 mV
hi1p = 17 >10 @5 @
-h21p = 0,979 0,968  <0,987 Junction temperature
hoop = 1,6 2,7 wA/NV Température de la jonction
hizp = 8.107% Kristalltemperatur
iunction temperature rise in free air
- - =4,5V) = 4 ugmentation de la température de la
Icgo (-VcB=4,5 V) )5 <12 pA Jonction en 1'air libre K 2 0,4 °%/uw
Températurerhdhung des Kristalls in
S EE— freier Luft
3)’I.'hese values are permissible at Vg 2 0.1 V. See also
page M
Ces valeurs sont admissibles & Vpg 2 0,1 V. Voir aussi
page M
Diese Werte sind erlaubt bei Vgp 2 0,1 V. Siehe auch
Seite M —
1
4)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per- )ggésg factor at -I¢ = 0.5 mA with input source impedance =
formance at this temperature is also dependent upon the ,
- Facteur de bruit a -I¢c = 0,5 mA avec impédance de la
type of application source d'entrée 500 Q ’ °
Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opération Rauschfaktor bei -I¢ = 0,5 mA bei einer Impedanz der]
optimum a cette température est aussi dépendante du genre Eingangsspannungsquelle = 500 @
de 1l'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

939 2391 2. 3.3.1958 938 2948 3.



0C71

Operating characteristics as driver of push-pull output
stage with 2-0C 72 ,

Caractéristiques d'utilisation comme préamplificateur d'un
étage de sortie push-pull avec 2-0C 72

Betrievsdaten als Treiber fiir eine Gegentaktendstufe mit
2-0C 72

Tamp = 25 °C

17,

S

S0 Vs
— 34

For the data of the push-pull output stage please refer
to the operating characteristics of the OC 72

Pour les donnees de 1'€tage de sortie push-pull voir les
caracteristiques d'utilisation du 0C 72

Flir die Daten der Gegentaktendstufe siehe die Betriebs-
daten des 0C 72

A, 2-0C 72 with cooling fins

2-0C 72 avec ailettes de refroidissement

2-0C 72 mit Klihlschellen
Vs = 12 9 6 6V
-VCE = 10,5 - 4,1 4,5 4,2V
1 = 1,3 3,0 4,0 2,3 mA
R1 = 68 12 15 39 k@
R2 = 8,2 15 4,7 15 kQ
R3 = 820 1500 270 470 @
Tvg (P0') =50 mA) = 7 10,5 1 3,64
Iig (Bo') = 50 mW) = 8,4 12 13,5 4,0 pA
Fpr/Nsec®) = _}:_]q % (S PS]

1)Output power of the push-pull output stage
Puissance de sortie de 1'étage de sortie push-pull
susgangsleistung der Gegentaktendstufe

2)Transfonmer ratio of the driver transformer A
Rapport de transformation du transformateur intermédisire
Transformationsverhdltnis des Treibertransformators

939 2397 4.

0C71
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0C71

Operating characteristics as driver of push-pull output
stage with 2-0C 72 (continued) ,

Caractéristiques d'utilisation comme préamplificateur d'un
étage de sortie push-pull avec 2-0C 72 (continuation)
Betriebsdaten als Treiber fiir eine Gegentaktendstufe mit
2-0C 72 (Fortsetzung)

Tamb = 25 °C
B. 2-0C 72 without cooling fin
2-0C 72 sans ailettes de refroidissement
2-0C 72 ohne Kiihlschellen
Vs = 6 4,5V
-VCE 4,5 3V
IE = 4,8 6,5 mA
R1 = 8,2 6,8 kQ
R2 2,7 2,2 kQ
R3 = 220 120 @
1 o
Itm (Po') = 50 mW) = 14 23 upA
Iin (Po') = 50 W) = 17,5 31 uA
2 1 1
Npr/Nsec®) = —T%? T:%

1)Output power of the push-pull output stage
Puissance de sortie de 1'étage de sortie push-pull
Ausgangsleistung der Gegentaktendstufe

2)Transformer ratio of the driver transformer ,
Rapport de transformation du transformateur intermédiaire
Transformationsverhdltnis des Treibertransformators

5.5.1957

Small voltage curves
Courbes pour petites tensions

939 2398 5.

0C71

Comm‘on base
Base & la masse

Kurven fiir niedrige Spannungen Basisschaltung
0C 71 _20-5-’57 Ty
& —Ic
3 — (mA)
& Tomb=25C bt £=
19 10mA
A
A 9
"
= 8
7
4V 7
74 y
///,’ = 6
A A -
LA 14 19 5
S X AL 1
IV 7 TA T A 4
yAV.AV.4p. ] 32
/ yAV.Ay.4 o ]
V.4 AV.av.ap. P 2
Y /14 yd A1 7 -
/XA A AL !
/1 / [ 1/ o —
A { |4 P
T+es (V)05 0 05—a[V)
IE:
e ImA
/ 2
3
17202 1§
!/ 10
04
VEg
(V)
L




0C71 0C71

Small current curves Common base 1000 7005500
Courbes pour petits courants Base & la masse ! E 70 9-5-'57
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0C71 0C171
Common emitter Small voltage curves Common emitter
Emetteur a la masse Courbes pour petites tensions Emetteur & la masse
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Small current curves
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0C72 2.0C72

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type for A.F. medium
power class A and B output stages and for switching and
pulse oscillating circuits. The transistor can be used with
a cooling fin which can be ordered separately.

TYPE 2-0C72 consists of 2 transistors 0C72 selected for
operation in a class B circuit with low distortion at small
and large signals and with low spread in quiescent currents.
TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour
étages de sortie B.F. classe A et B, de puissance moyenne et
pour circuits de commutation et d'oscillation pulsee. Le
transistron peut étre utilisé avec une ailette de refroi-
dissement qui peut étre commandee separement.

LE TYPE 2-0C72 est composé de 2 transistrons 0C72 selec-
tionnés\pour opération en circuit classe B avec distorsion
faible a des signaux faibles et €levés et avec dispersion
faible des courants de repos.

p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR fiir NF Klasse A und B Endstufen
mittlerer Leistung und fir Schalt- und Impulsoszillations-
stromkreise. Der Transistor kann mit einer Kiihlschelle
verwendet werden, die separat bestellt werden kann.
DIE TYPENNUMMER 2-0C72 besteht aus 2 Transistoren 0C72
die ausgesucht sind zur Verwendung in Klacse B Schaltung mit
geringer Verzerrung bel kleinen und grossen Signalen
und mit kleiner Streuung der Ruhestrome.

max 15,7 min 37 4"

ll
ool

v—J’gi
max15
03 5
—f— %5 Dimensions in mm
Dimensions en mm
© Abmessungen in mm
N

195

Cooling fin 56 200
Ailette de refroi-

dissement 56 200
Kiihlschelle 56 200

")The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

0C72 2-0C72

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vep = max. 32 V. -IC (tgy = max.20 msec)=maX. 50 mA
~Vepy = max. 32 V  -Igy =pax.125 ma ')
-Veog { ggirpggzeFF Iy (tay=max.20 msec) =max.125 mA 2)
-Vogy | Siehe S. F  |Tcy]| nax.250 maA 2)
-Vgg = max. 10V IE (tay=max.20 msec) =max. 50 mA 1)
-Vgpy = max. 10 V. Ipy -max.130 mA ')
See page ¢ IE (tay=max.20 msec) =max.125 mA 2
e { B o 50 1 2
’ -1 (tgy=max.20 msec) =max. 20 mA 2)
|15y -max.125 mA 2)

{fonbinuous operation
T service continu =max. 75 °C
Dauerbetriedb

service intermittent =max. 90 OC 3)

aussetzender Betried

Storage temperature
Température d'emmagasinage =-55/+75 oC
Lagerungstemperatur

{intermitbent operation
Ty

1)Based on low distortion requirements in class A or B
amplifiers

Fondé sur les exigences de faible distorsion dans le cas
de amplificateurs classe A ou B

Basiert auf den Bedingungen fiir geringe Verzerrung in
Klasse A oder B Verstadrkern

2)}3‘or switching or oscillating purposes
Pour 1'usage comme commutateur ou oscillateur
Bei Verwendung in Schalt- oder Oszillatorstromktreisen

3)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon
the type of application

Durée totale 200 heures au max. La probapilité d'opération
optimum a cette température est aussi dépendante du genre
de 1l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit

optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

3.3.1958 939 2347 1.

0C72 2-0C72

Characteristics
Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten
Common_base; Base_a_la masse; Basisschaltung
Min.  Max.
-Icpo (<VeB = 10 V) = 4,5 <10 pA
-Iggo (-VEB = 10 V) = 4,5 <10 pA
-Vgp= 6V
fab { Ig = 10 ma = >350 ke/s
Common_emitter; Emetteur_a_la masse; Emitterschaltung
-Icgo (=Veg = 6 V) =125 >50 <300 pA
-Ig {+“;g§ go?? X =745 >3 <15 pa
- = 6V .
fae { z;E =10 mA} >8 kc/s
-Vgg = 2V
Fl) {IEE =O,5m} <15 a8

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

|
b
|
|
|
|
I
|
I
1

o —lee V)
-Ic = 125 mA

the value at which ~Ig¢ = 135 mA when -VCg =1V
B { 135 mA si -Vgg =17V

135 mA wenn -Vgg =1V

la valuer a laquelle -I¢
der Wert bei dem -Ic
-Veogg € 0,4 V

1)Noise factor measured at 1000 c/s with an input source
impedance of 500 @

Facteur de bruit mesuré a 1000 Hz avec une impédance de la
source d'entrée de 500 @

Rauschfaktor gemessen bei 1000 Hz mit einer Impedanz der

938 2949 2.

0C72 2-0C72

Eingangsspannungsquelle von 500 Q

5. 5.1087 939 2349 3.

Characteristics (continued)
Caractéristiques (continuation)
Kenndaten (Fortsetzung)

Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse Signale

-VCE IE -vgg (V) aFE
() (ma) Min. Max. = Min. | Max.
6 1,5 > 0,13 | < 0,17
5,4 10 70| > 45| < 120
0,7 80 < 0,45 50> 30| <90
0,7 125 < 0,70 y 25
1 250 > 15

Junction temperature
Température de la jonction

Kristalltemperatur
Junction temperature rise in free air
without cooling fin and heat sink K = 0.4 °C/mW
with cooling fin type 56200 and
heat sink of at least 12.5 cm? K = 0.3 OC/mW

Augmentation de la température de la jonction
en l'air libre
sans allette de refroidissement et
sans plague additionnelle de re-
froidissement K = 0,4 O°C/mWw

avec ailette de refroidissement
type 56200 et avec plaque addi-
tionnelle de refroidissement de
12,5 cm? au moins X = 0,3 °C/mW

Temperaturerhdhung des Kristalls in freier Iuft
ohne Kiihlschelle und ohne zusdtzliche

Kiih1fl4che = 0,4 O°C/mW
mit Kiihlschelle Type 56200 und mit

zusdtzlicher Kihlfldche von mindestens

12,5 cm? = 0,3 °C/mW

Characteristics of matched pair 2-0C72
Caractéristiques d'une paire jumelle 2-0C72 Tamb = 25 S
Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C72

Ratio of aFE of the two transistors
both at IE = 80 mA and at IE = 10 mA 1.15 >1.0 1.3

Rapport de oFE des deux transistrons
alE=80mAetalE=10mh 1,15 >1,0 1,3
Verhdltnis von aFg beider Transistoren

bei IE = 80 mA und bei Ig = 10 mA 1,15 31,0 1,3

939 2357 rn
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Operating characteristics as class A amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificateur classe A
Betriebsdaten als Klasse A Verstirker _ )
Tamb = 29 °C
With cooling fin type 56200 mounted on a heat sink of min.
12.5 cm? . The design of this circuit is based upon inter-
changeability of the transistor and upon stable operation
up to Tapmp = 45

Avec ailette de refroidissement type 56200 montée & une
plague de refroidissement de 12,5 cm?® au moins. Ce circuit
est prevu pour le remplacement du transistron et pour une
opération stable jusqu'a Tagp = 45 OC

Mit Kiihlschelle Type 56200 auf einer zusitzlichen Kiihlfliche
von mindestens 12,5 cm? montiert. Diese Schaltung ist fir

Auswechselung des Transistors und fir einen stabilen Betrieb
bis zu Tampb = 45 ©OC vorgesehen

Vece v
-Ic mA
Ry kQ
R2 kQ
RE Q
Pe max. oW
Re Q
Ip (Pc = ma%.) =0,16 0,11 0,09 mAeff 1
I3 (Pc = max.) = 0,22 0,13 0,09 mAeff

dtot (Pc = max.) = 3,6 3,8 3,6 %

')Due to the spread of the transistors Ij may increase 50 %
Par suite des tolérances des transistrons Ij peut augmen-
ter de 50 %

Infolge der Streuung der Transistoren kann Ii 50 %
héher sein

5.5.1957 939 2393 5.

0C72 2-0C72

Operating characteristics of the 2-0C72 as class B amplifier
; (continued)
Caracteristiques d'utilisation du 2-0C 72 en amplificateur
classe B (continuation)

Betriebsdaten des 2-0C 72 als Klasse B Verstdrker (Fortsetz;
ung

Tamb = 25 °C

Circuit diagram of page 6 but without cooling fins

Scheéma de circuit de la page 6 mais sans ailettes de refroi-
dissement

Schaltbild von Seite 6 aber ohne Kiihlschellen

Vs = 6 4,5V
Ig (Vi = o) =2x1,5 2x 1,5 mA
R4 = 3,3 2,7 @
Rs = 100 100 @
RE3) = 10 50
Pc (max.) =2x 175 2 x 130 mW
Po (max.) = 275 220 mW
Ree = 140 115 @
-1¢ (Po = max.) = 40 40 mA
-IcM(Po = max.) = 125 125 ma
Vbm (Po = max.)4)5) =2x 2,8 2X 2,1V
Itm (Pp = max.)”) = 4,9 4,9 mA
dtot(Po = max.) = 9,5 9 %
Vom (Po = 50 wh)*) = 2x 0,80 2% 0,63V
Ibm (Po = 50 mW) = 0,74 1,0 mA
dtot(Po = 50 mW) = 5,0 5,5 %

1)2)3)%)%)see page 8; Voir page 8; Siehe Seite 8

5.5.1957 939 2395 7.
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Operating characteristics of the 2-0C 72 as class Bamplifier
Caractéristiques d'utilisation du 2-0C 72 en amplificateur
classe B R
Betriebsdaten des 2-0C 72 als Klasse B Verstédrker

Tamp = 25 °C
Each transistor with cooling fin type 56200 mounted on a
heat sink of min. 12.5 cm?. The design of this circuit is

based upon stable operation up to Tamb = 45 °C. For data
of the driver stage please see the data sheets of the OC 71

Chagque transistron avec ailette de refroidissement type
56200 monté a une plague de refroidissement de 12,5 cm?
au moins. Ce circuit est prévu pour une operation stable
jusqu'a Tamb = 45 °C. Pour les données du préamplificateur
voir les feuilles de données du 0C 71

Jeder Transistor mit Kiihlschelle 56200 auf einer zusédtz-
lichen Kiihlfliche von mindestens 12,5 cm? montiert. Diese
Schaltung ist fUr einen stabilen Betrieb bis zu Tagp = 45 °C
vorgesehen. Fir die Daten der Treiberstufe siehe die Daten-
bldtter des 0OC 71

o —

> W72

2
A

X : zF
] N
Vg = 12 9 6 6V
1E (Vi = o) = 2x1,5 2x1,5 2x1,5 2x1,5 mA
R4 = 4,7 4,7 3,3 1-3 ngQ
R5 = 100 100 100 NTC “)e
RE ) = 30 14 0Q
Pe (max.) = 2x250 2x210 2x175  2x120 mW
Po (max.) = 390 355 310 240 mW
Ree = 430 305 160 280 @
-I1¢ (Po = max.) = 27 32 40 2; mA
- Po = max. = 8 100 12 85 mA
V%gMEPg = m:x.gg)E) - 2x3,2 2x2,4 2x2,? 2x0,6 V
Ipn (Po = max.)’) = 2,8 3,2 4,9 2,8 mA
dtot(Po = max.) = 8,5 8,5 9,5 8,5 %
Vom (Po = 50 mM)*) = 2x1,0 2x0,66 2x0,53 2%0,20 V
Ibn (Po = 50 mwg = 0,42 0,49 0,70 0,56 mA
dtot(Po = 50 mW = 4,5 4,5 5,0 5.5 %

])...5) See page 8; Voir page 8; siehe Seite 8

o
.
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1)Rg is a variable resistor of 1-3 kQ
R4 est une résistarce variable de 1-3 kQ
R4 ist ein verdnderlicher Widerstand von 1-3 kQ

2)35 consists of an 85 Q rssistor in pagallel with an NTC
resistor of 130 @ at 25 “C (b = 4500 °K) i
R5 est une résistance de 8509 en parallele avec une ré-
sistance NTC de 130 2 a 25 °C (v = 4500 %k
R5 besteht aus der Parallelschaltung eines Widerstandes
von 85 Q ugd eines NTC-Widerstandes von 130 @ bei 25 “C
(b = 4500 °K)

3)The circuits with a resistor RE have the advantage over
the circuit with an NTC resistor that the transistors
are fully interchangeable
In order to reduce the distortion at small signals the
common RE can be replaced by 2 separate emitter resistors;
the value of each resistor must be 1.15 times the value
of the common RE in order to ensure the same thermal
stability. The load resistance should be adapted to this
higher value.

Les circuits avec une gésistance RE ont l'avantage sur
le circuit avec une résistance NTC que les transistrons
sont interchangeables sans aucune réglage

Afin de diminuer la distorsion aux faibles signaux la
resistance commune RE peut étre remplacée par 2 résistances
d'émetteur séparées; pour assurer la méme stabilité
thermique, la valeur de chaque résistance doit étre
1,15 fois la valeur de la resistance commune RE. La ré-
sistance de charge sera adaptée a cette valeur plus élevée

Die Schaltungen mit einem Widerstand RE bieten iiber der
Schaltung mit NIC-Widerstand den Vorteil voller Austausch-
barkeit der Transistoren

Zur Verringerung der Verzerrung bei kleinen Signalen kann
der gemeinsame Widerstand Rg ersetzt werden von 2 getremn-
ten Widersténden. Jeder dieser Widerstidnde soll
den 1,15-fachen Wert des gemeinsamen Widerstandes haben.
Der Belastungswiderstand soll diesem hdheren Wert ange-
passt werden

4)The losses in R5 and in the resistances of the driver
transformer are included
Y-inclus les pertes dans R5 et dans les résistances du
transformateur intermédiaire
Einschliesslich Verluste in R5 und in den Widerstinden
des Treibertransformators.

S)Maximum required driver voltage and current in case of
the most unfavourable distribution of the spread of the
transistor data

Tension et courant d'entrée requis au max. dans le cas
de répartition la plus défavorable des tolérances des
donnees des transistrons

Maximal erforderliche Eingangsspannung und Strom bei un-
glinstigster Verteilung der Transistorstreuungen

939 2396 8.



0C72 2-0C72

Operating characteristics as D.C. converter .
Caractéristiques d'utilisation comme convertisseur a tension
continue

o i g y b
Betriebsdaten als Gleichspannungswandler Tamp = 25 OC

é‘—‘ﬂ"—*—_*\ +
‘i 0485 N

Ny
Q y i
§ S ! =32 | No
EX | uF
. i Ne
1 |
No J -t
] Vs
oas S T-
)

Without cooling fin. The oscillation is initiated by means
of the switches S; and S2 which are mechanically coupled,
so that Sp opens after S has been closed.

Sans ailette de refroidissement. L'oscillation est démarrée
par moyen de S; et S2 qui sont couplés mgcgniquement, de
fagon que S2 soit ouvert apres que S1 a ete ferme.

Ohne Kiithlschelle. Schwingungseinsatz wird erreicht mittels
der Schalter S1 und Sp. die derart gekoppelt sind dass
S offnet nachdem S1 geschlossen ist.

Na _ Np _ Vs = 6V
N_t = 0,12 NE = 0,32 Is _ 28 mA
Yo . 0,058 o= 0,5 P3 = 168N
Iy Nt Vo = 45V
Nt = Na + Np + N¢ + Na 1 3 ma
fo) =
Po = 135 oW
7 = 81 %

Total transistor dissipation
Dissipation totale du transistron = 11,7 oW
Gesamtverlustleistung des Transistors

Total diode losses
Pertes de diode totales
Gesamtverluste in den Dioden

Total transformer losses
Pertes de transformateur totales = 14,3 oW
Gesamtverluste im Transformator

Total resistor losses

it

6,1 mW

5.5.1957 A

Pertes de resistance totales = 0,9 mW
Gesamtverluste in den Widerst&nden
“"|output resistance
Résistance de sortie = 2 k@
Ausgangswiderstand
S 8 2610
5.5.1957 % 9
0C72 2-0C72
Common base
Base & la masse
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0C72 2-0C72

Operating characteristics of two transistors 0C72 as push-
pull D.C. converter

Caractéristiques d'utilisation de deux transistrons 0C72
comme convertisseur a tension continue push-pull
Betriebsdaten von zwei Transistoren 0C72 als Glelchspan-

nungswandler Tamb = 250C
47000pF uF
) —
Ng
0Ag5, |
N X -
d 0485

Ne
8uF —
T szom y g,\,
VAAAAAAs (] b

-+

Without cooling fin
Sans allette de refroidissement
Ohne Kiihlschelle

Vg = 6V
Ig = 154 mA
Ng____ 10 Pg = 924 mW
T - 1,37 + 1,37 v, - sy
ﬂ—% = 2,7 Io = 9,4 mA
Po = 710 oW
7 = 77 %

Total transistor dissipation
Dissipation totale destransistrons = 86 mW
Gesamtverlustlelstung der Transistoren

Total diode losses
Pertes de diode totales = 39 oW
Gesamtverluste in den Dioden

Total transformer losses
Pertes de transformateur totales = 35 mW
Gesamtverluste im Transformator

Total resistor losses
Pertes de resistance totales = 54 mW
Gesamtverluste in den Widersténden

Output resistance

Résistance de sortie < 1,4 k2
Ausgangswiderstand
938 2620 10.
0C72 2.0C72
Small voltage curves Common base
Courbes pour petites tensions Base @ la_masse
Kurven fiir niedrige Spannungen Basisschaltung
h T I
e
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0C72 2-0C72

Common emitter

Emetteur & la masse
Emitterschaltung

Courbes pour petites tensions
Kurven fur niedrige Spannungen

Small voltage curves

0C72 2-0C72

Emetteur ¢ la masse
Emitterschaltung

Common emitter
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0C72 2-0C72

250 7R05547
PCmax= maximum permissible P 0C72 5-6-'57
PCmax =Pc admissible au max.
PCmax =maximal erlaubte P
2
00 a:Without cooling fin
Pemax Sans ailette de refroidissement
(m W) Ohne Kiihlschelle
b:With cooling fin 56200 and heat sink
of at least 12,5cm?2
Avec ailette de refroidissement 56200
b montée a une plaque de refroidissement
NCH g 2aeme, o mens
N it Kihlschelle 56200 auf einer zusdtz—
150 N lichen Kiihiflache von mindestens 12,5¢cm?
montiert.
AN
N
d
AN
N
100
N\
N
N
\\
N
50 \C
N
\\
N
0
25 45 65 85 Tamb(°C)
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0C73 0C73
GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con- Characteristics
struction for general purposes Caractéristiques Tamb = 25 o¢

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout verre pour les usages generaux
p-n-p GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

Dimensions 1in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Kiﬁ
o
E

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

max 15 min37 _,

/
—
—
[—]

043—y,

—

max 1.5

-V¢g = max. 32 V -I¢ = max. 10 mA
-Vopy = wax. 32V I1g = max. 10 mA
-VCg = max. 30V See page LL
_ _ Pc Voir page
VCEM = max. 307V Siehe Seite L
-VEB = max. 30V
-VERM = max. 30V
continuous operation o
Tj service continv = max. 75 °C
Dauerbetrieb
intermittent operation 0n3
T service intermittent = max. 90 °C°)
aussetzender Betrieb

Storage temperature

Température 4d'emmagasinage = -55/+75 °C
Lagerungstemperatur
1)The red dot indicates the collector 2)Not tinned
Le point rouge marque le collecteur Non étamé
Der rote Punkt indiziert denKollektor Nicht verzinnt

3)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance of the circuit at this temperature is also
dependent upon the type of application
Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'operatlon
optimum du circuit a cette température est aussi dépen-
dante du genre de 1'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung der Schaltung bei dieser Temperatur
wird auch von der Verwendungsart bestimmt

938 2950 1.
3.3.1958 - . «—

Kenndaten

Common_base;_Base 4 la_masse; Bagisschaltung
min. max.

-Icgo (-VeB = 4,5V ) = 3,5 2,0 <6 pA

-Icpo (-VeB = 30V ) = 4,5 32,5 <9 pa

~-IgB0 (-VEB = 4,5V ) = 2,5 31,5 8 uA

-IgBo (-VEB = 30V ) = 3,5 21,5 <10 pA
-VeB = 10V ) _

fab g‘IE = 0,5 mAg = 500 ke/s

Common_emitter Fmetteur i la_masge; Emitterschaltung

-Icgo (-Vcg = 4,5V ) = 100 »40 <200 pA
-I¢ -VeE = 4,5V | = 0,6 0,35 <0,85 mA
-VBg |-IB = 10 pAf= 110 >75 <150 mV
-Ic -VCE = 4,5V | = 12 37,2 < 17 mA
-VBg |-IB = 250 pAf = 285 »200 . <385 mV

ate (TYCEZ 19T 45 >0 <65
F) gj‘l’gE 205 ;’m; = 10 >4 <15 4B

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air

Augmentation de la température de la ¢ o
jonction en l'air libre K = 0,4 °C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls

in freier Luft

])I;oise factor at £ = 1000 ¢/s with input source impedanceof
00 Q
Facteur de bruit a £ = 1000 Hz avec impédance de la
source d'entrée de 500 Q

Rauschfaktor bei f = 1000 Hz beil einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle von 500 Q

939 2385 2.



0C73 0C73

‘Commgn base Small voltage curves Common base
Base & la masse Courbes pour petites tensions Base & la masse
7R05583 Basisschaltung Kurven fur niedrige Spannungen Basisschaltung
0C73 15-7-'57 I~ FH T 1117 ©[0C73 15-7-557 .
()} HH : | ~Ic
mA) S i l 7o)
L 10 Ig= § Tj=constant (mA) Ir=
T 10mA ) 3
N\ 9 10mA
EERQN -
N S 8 P 9
NS 77 yd ]
X 6 ipZai 7
¥ A
5 5 P 6
- 4 /‘/ - ==5 5
Tj =constant 3 // A - y
2 / / ,/' ' - 4
W, / A 1
1 A4 YT 2T 1= 3
= / v y/ A L7 2
10[-Ig (mA 5 0 10t —Vca(v) 20 O S A A A =
f YA LN 71 A !
VA4 o
~1+Vea(V)-1105 0 05 —Ves(V)
|
0, Ig=
——1mA Ie=
= =TT 2 ImA
By D 2
P4 S 3 A ]
pd 1 4 .o 02 V.
p.d T o 5 Y154 I+
e =6 2 6
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o (v)
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0C73 0C73
Small current curves Common base 1000 7R05500 _
Courbes pour petits courants Base d la masse E 0C70 9-5-°57]
Kurven fur kleine Strome Basisschaltung E =
[oC7T 5757 1 r ]
B —Ic| ] : ]
Iy {4 - .
& \% Tj = constant (mA) i .
X 0,1
N\
T o I ]
L /A
C 4 ]
S /' ]
N [ 4
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N 100k - .
N( N L E 3
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0C73 0C73

Common emitter Small voltage curves Common emitter
Emetteur & la masse Courbes pour petites tensions Emetteur & la masse
7R05562 Emitterschaltung Kurven fir niedrige Spannungen Emitterschaltung
0C 73 15-7-57 mi) e :L[o c73 BT T15
— —Ig= b (]
{nﬁi} ,2soByA g —Ic
A & imA) Tj=constant
R T D00 (mA j = constan
NS s —I =
A \- 10 150 250uA
N\ P 7
5 10 7
;100 / 200
1 | 1
= 80 v
A — [/
5 N 150
Sl = =40 L.
Tj=constant A =] = = 5 / 100
= ] 420
—— il V. 80
\ 0 60
200-—Ip (A0 10 20—Vee(V) 40
0
S CETo T RR) 2 2
S| =B= \
+Hopa \ 05 —lee(v) ;
0, - oud
I N A AN OuA
20 A 20
/
0 N go
/ 60 02N g
A0,2 55350 150
6\& = 200
Py 150 250
- 1/
TN VBe 200 VBE
sele V) st Y
i
| 0,3 T 4
5.5.1957 E F
0C 73 0C73
Small current curves Common emitter ) Common emitter
Courbes pour petits courants Emetteur a la masse » ’ Emetteur ¢ la masse
Kurven fu‘r kleine Strome 1500 Emitterschaltung 7R05588 Emitterschaltung 25
o[0C 73 15-7-57 el 0C 73 15-7-57
2 | ~Ic I
k=]
& Tj =constant '(‘UAJ (mA)
Ll current limits
_\;A —_—— g;nites du courant|
TN romgrenzen
< 1000 20
N T T
D) [T
\ \A —Vce=4,5V
N Tamb = 25 °C
N
. N\
500 15
N N
N\, N
N N
\ A
AY
N
\ \‘ V\
;\ \\ 70
201 —Ip [uA) 10 ] 10-+Ip(uA) N 1
// \\‘
,4/ N
\
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= 0, S~ \
= 4’5v, ~ : N N \\ 5
I /V(‘/E,/r = N
- ~ NEN
V X \\
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—Ig {yA) 300 200 100 0
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0C73 I 0C73
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0C 75 0C 75

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes Characteristics o
TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con- Caracteristiques Tamp = 25 °C
struction tout-verre, prévu pour les usages généraux Kenndaten
p-n-p-GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik .
Common_base;_Base a la masse; Basisschaltung

Dimensions in mm
Dimensions en mm I
Abmessungen in mm re efm .

max 15 min37 e ¢
b
E ]
B == %
c :\:1% O 5 O
) .
max15 <
-VCB = 2 v
Limiting values (Absolute max. values) ﬁeaiugeg at -I¢ = 3 mA
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues) Gggegsen bei
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte) f = 1000 ¢/s
-VCE = max. 30 V °) Tre = 6,4 @
-VCEM = max. 30 V °) Ty = 720 @
re = 715 kQ
-I¢ (tav = max. 20 msec) = max. 10 mA
-Icy = max. 50 mA Tm = 722 ke
See page N h11p = 14 Q
Pc Voir page N -hy1p = 0,989
Siehe Seite N Nasb - 1,4 pA/vV
Ig (tav = max. 20 msec) = max. 12 mA hy2b - 10-107%4
IEM = max. 55 mA
-Ip (tav = max. 20 msec) = max. 2 mA “10B0 (-VGB = 4,5 V) = 4,5 <12 wA
-IBM = max. 5 mA
continuous operation °
Tj< service continu = max. 75 C 3) These values are permissible at Vpg 2 0.5 V. See also
Dauerbetrieb page M .
intermittent operation o 4 Cels)aéeenﬁurs sont admissibles a VBEQ 0,5 V. Voir aussi
Ty :ﬁggéggeig;irgézﬁgg = max. 90 °C °) Diese Werte sind erlaubt bei Vpg 2 0,5 V. Siehe auch
B Seite M
Storage temperature /475 ©
Température d'emmagasinage = -55/+75 ~C &y p ; ) .
otal duration max. 200 hours. Likelihood of full per-]
Lagerungstemperatur formance at this temperatureis also dependent upon
1 the type of application , ,

) The red dot indicates the collector Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'opéra-
Le point rouge marque le collecteur tion optimum a cette temperature est aussi dependante
Der rote Punkt indiziert den Kollektor du genre de l'application

2 . 2 ‘. Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeid

) Not timned; non-étamé; nicht verzinnt optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch

3)4) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2 von der Verwendungsart bestimmt
6.6.1958 938 3112 1. 936 3113 >,
0C75 0C75
Common base
Characteristics (continued) Base ¢ la masse
Caractéristiques (continuation) 7R05925 Basisschaltung
Kenndaten (Fortsetzung) 0C 75 25-4-56 1 1 [ 11 T |75
N [HAEEREN —
Common_emitter; Emetteur a la masse;_Emitterschal tung [T IC
_____ Temb=25°C mA)

Measured at -VCE = 2 v
Mesure a - -

Gemessen bel Ic B 5 mA

= 1000 c/s [g=
hite = 1,3 kQ 10 10m
hoie = 90 565 <130 S 9
hoze = 125_4 uwA/v P 8
hize = 8°10 0\\7 7
f(:e = 8 kc/s O\L 6
F) = 10 <15 dB S 5
v
4
-Iggo (-VeE = 4,5 V )= 350 <550 pA
-Ig  [-Veg = 4,5 V}: 1,1 50,75  <1,9 mA 3
-Vpg -Ig = 10 u4j = 120 >0,90 <175 mV 2
-Ig {—vcg =4,5V = 22 >13,5 <33 mA 1
-Vgg |-Iz = 250 pAj = 270 >210 <385 mV - -
01 Ig mAHT5 0 5 ea(V)i10

Junction temperature
Temperature de la jonction

Kristalltemperatur
Junction temperature rise in free ' IE=
air . o1 ImA
Augmentation de la temperature de la Kk £ 0,4 °C/mW =
jonction en 1'air libre = e 2
Temperaturerhdhung des Kristalls in s ] = 4
freier Luft > e m——
A} =
/V B et - =110
- - - |
02 A
') Noise factor at -IC = 0.5 mA with input source im-
pedance = 500 Q , Ves
Facteur de bdruit a -I¢ = 0,5 mA avec impedance de la /
source d'entree = 500 Q |V)
Rauschfaktor vei -I¢ = 0,5 mA bei einer Impedanz der 2
Eingangsspannungsquelle = 500 Q (e

6.6.1958 938 3114 3. 6.6.1958 A



0C 175 0C75

Small voltage curves Common base Small current curves Common base
Courbes pour petites tensions Base & la masse ﬁo‘-” bes f,l?o""f"; Pet'gst courants gasg 0,301;770559
Kurven fir niedrige Spannungen Basisschaltung urven Tur xleine otrome asisschaltung 100
o[0C75 25-4-58 T[] | mROC 75 30-5-58
S L —Ic o i —I
lé 1T o] {m A e= 3 } c
& Tomb=25°C A m g & (1A)
AV u N
N T =25°,
A ot 9 \‘\\g amb 25 C 60
d 8 %
/ o 7 “
"4 N
V904 7 =1 6 ‘;
r -t 5 5 ™
/ A & L 4 \\ 60
A 3 N
7 o 2
7 // ;
4 il 40
+eg(V)0.4 02 0 0.2 —Ves (V)
20
0] =
1mA
2 0
77 4 100 IE&JA)Z& 60 40 < 0 0
,1 P g r'
o7 =02 10 A
/ /Al 20
5
0.3 H —\c B e 40
[/ =] A
5 Ves
H v) (mV)

8 6.6.1958 ¢
0C 75 , 0C75
7R 05500 C it
7000: 70 9-5-57 E%ﬁﬂ%ﬁregq Ila e;;-wassoy
F = 7R05922 Emitterschaltung
: : 0C75 25-4-"58 _'I'C —g’B:
- i mA\ - - 9 [.l
( o Tomb=25°C L
i 1 10 =
i | | = {70
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_ // 1 \\\}d\ m - T sp
100 14 ] A= = T o
ZIcao(T) E E ST 30
N O\ 1 - i
Icpo(Tj=25°C)F ] ] e
; /1 sg i
71 \ 10
= / 0
- / 1 100-—Is [pA) O 5 101—Veelv)
10k |
E J ]
: : - —Ip=
C . OuA
i y . 0,
i 1 10
L 20
] /ufﬁ\l %0
- p — 7
iy’ 1 T 70
L1/ ] 90
;0 : 40 60 80 T;(°C) 100 02
JUH —Vee
| v)

6.6.1958 E



0C 75 0C 75

03

Small voltage curves Common emitter Small current curves Common emitter
Courbes pour petites tensions Emetteur & la masse Courbes pour petits courants Emetteur & la masse
Kurven fir niedrige Spannungen Emitterschaltung Kurven fur kleine Strome 15 Emitterschaltung
R[oC78 A FEFFHHH S[oC7E 9]
B Tmo=25°C —Ic
8 1| S \ (mA) - Tome=25°C -1
(mA) ] \
o) 1= AISN
90uA \
X2 1
s 70 X
O
i
\
I 50 X
4 40 05|
rmp X\
30
i 3\
2 I/ 20
& “
10
20+——Ip (yA)-—fl() 0 10 —FIB([.IA)
2 +ee(V)o 0
X 02 Q,4 0.6 —ee V10,8 /
f
Ig=
I OuA S
30 —Veg=42 A
0 2 =
"“_0
A
5 90 Vo
Vs (v)
W L
L) 02
F 6.6.1958 G
0C 75 0C 75
Common emitter 300 —Ig(uA) 200 100 0
Emetteur ¢ la masse f0C75 25-4-%8 0
7R05928 Emitterschaltung o; 4
0C75 25-4-59 50 3
_IC &
(mA)
IC:_omn;on em/itfer
—— metteur ¢ la masse
current limits :
———=—1limites du courant Emitterschaltung o1
Stromgrenzen % { % % % { IR ’
HHH O Peasl z
——VCE= 4’5 V 7&mb =250C Ed
Tomb =25°C m. 7
e | L
\ = - fHo2
> 30 o /
AN ] V.
/
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N, \ P
- 20 Z
N \ pd
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0C75

250 10 5257
PC pay =maximum  permissible P¢
PCrmox=Pc admissible cu max.
200 PCinax=maximal erlaubte PC
max
1M/)
150
100
50
0 o
25 45 65 85 Tamb(°C)
N

0C 76

Limiting values (Absolute max. values). continued
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues), suite
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte), Fortsetzung

aussetzender Betrieb

contlnuous operation
T service continu = max. 75 °C
Dauerbetriet
intermittent operation 5
T, service intermittent = max. 90 °c 7)

Storage temperature
Temperature d'emmagasinage = -559C/475 OC
Lagerungstemperatur

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)For derating curves at higher junctlon temperatures see
pages E, F and G i
Pour les zourbes d'abalssement auX temperatures plus
hautes de la jonction voir pages E, F et G
Fiir Reduktionskurven bei nbheren Kristalltemperaturen

siehe Sciten E, F und G

4)For derating curve at higher base 1o ground lmpedances
see page C
Pour courbe d'abailssement aux 1impédances plus hautes entire
base et masse voir page C
Fir Reduktionskurve beil hoheren Impedanzern zwischen Besis
und Erde siehe Seite C

5)Tota1 duration max. 200 hours. Likelihooa of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application ) i
Durée totale 200 heures au max. la probabllite d'opération
optimum a cette température est aussi dépendante du genre
d'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von der
Verwendungsart bestimmt

939 2381 - T ' 2.

0C 76

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all glass con-
struction with metal cover for switching and pulse-oscil-
lating circuits, such as D.C. converters. The transistor
can be used with a cooling fin for higher dissipations

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en
construction tout verre avec enveloppe métallicue, pour
circuits de commutation et d'oscillation pulsée comme
les convertisseurs a tension continue. Le trensistron
peut €tre utilisé avec une ailette de refroidissement
pour des dissipations plus €levées

D-n-p-GERMAJTUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metallum-
hiillung fir Schalt- und Impulsoszillstionsstromkreise wie
Gleichspannungswandler. Der Transistor kann fiir hdhere
Dissipation mit einer Kiihlschelle verwendet werden

max 157 min37 |
— gj 3
max 15 ©
15
923 A% Dimensions in mm
Dimensions en mm
© Abmessungen in mm
N .
0)1_
F—>
= ’ Cooling fin 56 200
Ailette de refroi-
_dissement 56 200
— Kiihlschelle 56 200

R W1
)

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

~VeB = max. 32 V 3) -Ic (tav = max. 20 msec) = max. 125 mA
-VeBy = max. 32 V [Zcu| = max. 250 mA
-VeE = max. 32 V3i4) IE (tav = max. 20 msec) = max. 125 mA
-Vomy = max. 32 V") |Tmy| = max. 250 mA
-VEBM = max. 10V -IB (tav = max. 20 msec) = max. 20 mA
See page D |Iny] = max. 125 mA
Ptot Voir page D
Siehe Seite D
Continued on page 2
Continué sur page 2
Fortsetzung auf Seite 2
939 2386 1.
3.3.1958
Characteristics
Caractéristiques Tamb = 25 ©C
Kenndaten
Common_base; Base_a_la masse; Basisschaltung
Min. Max.
-IcBo (-VCB = 10 V ) = 4,5 <10 phA
-Igpo (-VEB = 10 V) = 4,5 < 8 pA
-Vcg = 6V 3 _
fab E 158 = 10 ma) = 900 2350 ke/s

-Icg0 (-Vcg = 6 V) = 200 <600 pA
-1 -VeE =307V ; _
Io (WESIIY =75 5 ua
y (Vg = 27V ; = 8
F) EIE 20,5 ma <15 dB
Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors
_IB
I
i
|
1
|
i
]
L
—v ! Vee V]
CEK
-Ic = 125 mA
the value at which =-I¢ = 135 mA when -VCE =1V
-IB =< 1la valeur a laquelle -I¢ = 135 mA si -VCE=11V
der Wert bei dem -IC = 135 mA wenn -VCE = 1 V

Vogg = 0,3V < 0,4V

1)Noise factor measured at £ = 1000 c¢/s with an input source
impedance of 500 Q .
Facteur de druit mespré a £ = 1000 Hz avec une impédance
de la source d'entrée de 500 Q
Rauschfaktor gemessen bei £ = 1000 Hz mit einer Impe-

danz der Eingangsspannungsgquelle von 500 Q
3.3.1958 938 2951

3.



0C76

Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse Signale

-Vee | I | -VBg (V) aFE

(V) | (mA) max. min. [ max.

5,4 | 10 - > 45| < 330

0,7 | 80 < 0,45 | > 30| < 230

0,7 125 < 0,70 | > 25| < 170
11250 - > 15[ < 125

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air

without cooling fin and heat sink K < 0.4 °C/mW
with cooling fin type 56200 and
heat sink of at least 12.5 cm? K < 0.3 °C/mW

Augmentation de la température de la jonction en 1'air
libre

sans allette de refroidissement
et sans plaque additionnelle de
refroidissement

avec ailette de refroidissement
type 56200 et avec plaque addi-
tionnelle de refroidissement de
12,5 cm? au moins K < 0,3 °C/mW

Temperaturerhdhung des Kristalls in freier Luft

ohne Kiihlschelle und ohne zusdtz-
liche Kiih1fl&che

mit Kiihlschelle Type 56200 und
mit zus#dtzlicher Kihlfl&che von
mindestens 12,5 cm?

K < 0,4 °C/mW

K < 0,4 °C/mW

K < 0,3 °C/mW

938 2952 4.

0C 76

Operating characteristics of two transistors 0C76 as push-
pull D.C. converter
Caractéristiques d'utilisation de deux transistrons 0C76
comme convertisseur a tension continue zush pull
Betriebsdaten von zwei Transistoren OC76 als Gleichspan-
nungswandler o

Tamb = 25 °C

8uF —
. »
0Ag5, 2
h 4 -

Na 0465
Ne
8uF —
R sz0m v N
WWWy S + b

Without cooling fin
Sans allette de refroidissement
Ohne Kiihlschelle

47000pF

Vs = 6V
Ig = 154 mA
Na _ 10 Ps = 924 mW
Ne = 1,37 + 1, Vo 75,5 V
Ne _ Io = 9,4 mA
N— = 2,7
b Po = 710 mW
n = 77 %
Total transistor dissipation
Dissipation totale des transistrons = 86 mW
Gesamtverlustleistung deg Transistoren
Total diode losses
Pertes de diode totales = 39 mwW
Gesamtverluste in den Dioden
Total transformer losses
Pertes de transformateur totales = 35 oW

Gesamtverluste im Transformator

Total resistor losses
Pertes de résistance totales = 54 mw
Gesamtverluste in den Widersténden

Output resistance
Résistance de sortie <
Ausgangswiderstand

1,4 kQ

938 2661 i 6.

0C 76

Operating characteristics as D.C. converter
Caractéristiques d'utilisation comme convertisseur a tension
continue

Betriebsdaten als Gleichspannungswandler - Tagb = 25 ©C

No

; D
E
Re

h Ny

Without cooling fin. The oscillation is initiated by means
of the switches Sy and S2 which are mechanically coupled,
so that Sp opens after Sj has been closed.

Sans ailette de refroidissement. L'oscillation est démarrée
gar moyen de S1 et S2 qui sopt couplés meceniquement. de
agon que S2 soit ouvert apres que S1 a ete ferm

Ohne Kiihlschelle. Schwingungseinsatz wird erreicht mittels
der Schalter S1 und S2. die derart gekoppelt sind dass
S2 dffnet nachdem Sy geschlossen ist.

Na - Ny Vs = 6V
7y 0,12 Nt 0,32 Is - 28 mA
g% = 0,058 g% = 0,5 P3 = 168 oW
A Vo = 45V
= N

Nt = Na + Np + Ne + Na Io = 3m
Py = 135m¥

/] = 81 %

Total transistor dissipation

Dissipation totale du transistron = 11,7 oW
Gesamtverlustleistung des Transistors
Total diode losses
Pertes de diode totales = 6,1 oW
'Gesamtverluste in den Dioden
Total transformer losses
Pertes de transformateur totales = 14,3 oW
Gesamtverluste im Transformator
Total resistor losses
Pertes de résistance totales = 0,9 mW
Gesamtverluste in den Widersténden
Output resistance
Résistance de sortie = 2 kR
Ausgangswiderstand
3.3.1958 938 2619 5
0C 76
Common emitter
Emetteur ¢ la masse
JR05552 Emitterschaltung
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0C 76
250 7R05555
[ Protmay=max. permissible total dissipation “’C 76 13-6-57
Ptotmax =dissipation totale admissible au max. ]
—Ptotmax =maximal erlaubte Gesamtverlustleistung
|
200 a:Without cooling fin !
Protmax Sans ailette de refroidissement i
( W) Ohne Kiihlschelle
m b:With cooling fin 56200 and heat sink
of at least 12,5c¢cm?2.
Avec ailette de refroidissement 56200
b montée G une plaque de refroidissement
N de 12,5cm2 au moins.
150 -\ Mit Kihlschelle 56200 auf einer zusatz-
N lichen Kihifldche von mindestens 12,5¢cm?
montiert. i | :
AN l ‘ '
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100 ’
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5—Derating curves for the limiting value of —V¢ when
&—iswitching from a thermally stable ,,On” condition to
~__|n_lan unstabilised ,,0ff ” condition.
§ |o-{Courbes de réduction pour la valeur limite de —V¢
x _ldans le cas de commutation d’une condition ,.En circuit?
= S Ithermiquement stable d une condition ,Hors circuit”
28 3fnon-stabilisée.
S £'Q[[[JReduktionskurven fiir den Grenzwert von =V wenn
S S5[von einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein” nach
'S o @fefnem. nicht stabilisierten Zustand ,,Aus”umge—
n= E-(schaltet wird.
S
Lo EEEEEEE
S5 NN
:E%u [TTTTH lol
:vs Tamp=35"C
>
x X
o 0
&1
L
Il Y
30
\
\ \
A
\
A \ T
\ — () 3 Ig=0
2 N Aoy oo
oder
NG K=04C/mW|\pe=0,5v
NN
10 K=0,4°C/mW|—+—
0
40 60 §0 100 .
o) | Before switching
7]( C): Avant 1a commutation
Vor Umschaltung
5.5.1957 E
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Aprés la commutatiol

~VeBrmax (V) {After switchin,

_VCEmax {V)

L

20

0C 76
7R05557

~-|Derating curves for the limiting value of —Vc when

~—switching from a thermally stable ,,On” condition to

w-an unstabilised ,,0ff” condition.

——|Courbes de réduction pour la valeur limite de —V¢
DR—dans le cas de commutation d’une condition ,En circuit’
3|8 thermiquement stable a une condition ,,Hors circuit’
< Hnon-stabilisée.
< rTiReduktionskurven fiur den Grenzwert von —Vr wenn
@[ von einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein” nach
€[ leinem nicht stabilisierten Zustand ,,Aus” umge—
S|schaltet wird.
< [

g H
=
=45°C
0
\
\ \
N \
\
AWAY A 9 Ig=0
. KI 0,3‘C[/r1nl or,ou,
N LT oder
K=04C/mW|Vge=0,5V
N
\\
NN <
INONK=03°C/mW] {7
10 ™ Voe=0
K=04°C/mW | °E
0
“ Gf—)
efore switching
7]'(°C) Avant la commutation
Vor Umschaltung
F
0C 77

GERMANTIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all glass con-
struction with metal cover for switching and pulse-oscil-
lating circuits, such as D.C. converters. The transistor
can be used with a cooling fin for higher dissipations

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUK du type p-n-p, en
construction tout verre avec enveloppe metallique, pour
circuits de commutation et d'oscillation pulsée comme
transistron

les convertisseurs a tension continue. Le

peut étre utilisé avec une ailette de refroidissement

pour des dissipations plus élevées

p-n-p-GERMANTUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metallum-
hiillung fir Schalt- und Impulsoszillationsstromkreise wie
Der Transistor kann flr hoOhere
Dissipation mit einer Kihlschelle verwendet werden

Gleichspannungswandler.

o}

mgutat/

la com

Yy

res

p
Nach Umschaltung

After switchin

f

)
)

'-btfhnax ﬂ/
—VCEmax v

W
S
p.

10

0C 76
7R05558

:.?,jDeratm_g curves for the limiting value of —VC when
&, switching from a thermally stable ,,On” condition to
L lan unstabilised ,,0ff” condition.

—Courbes de réduction pour la valeur limite de —V¢
T|dans le cas de commutation d’une condition ,,En circuit’|
—|thermiquement stable & une condition ,,Hors circuit”
non-stabilisée.
Reduktionskurven fir den Grenzwert von —VC wenn
von einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein” nach
einem nicht stabilisierten Zustand ,,Aus”umge~
schaltet wird.

TTTT
NN
1T 5
Tamb=55°C
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0 100.
Before switching }
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0C 77

© ) max 15,7 min37
S r
E °+_{ St ] |
8 PGS EiiiiEii
c g | 7
—"12) 3
max15 A
«_ 15
03 le_ %5 Dimensions in mm
" Dimensions en mm
‘ Abmessungen in aom
2
©
<
Cooling fin 56 200
Allette de refroi-
_dissement 56 200
F Kiihlschelle 56 200
)
T e

Limiting values (Absolute max. values)

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VCB =
-VCcBy =
-VCE =
-VCEM =
-VEBM =

Ptot {

Continued on page 2; Continue sur page 2; Fortsetzung auf S.2

max. 60 v 3)
max. 60 V
max. 60 v3)%)
max. 60 v %)
max. 10 V

See page D
Voir page D
Siehe Seite D

max. 20 msec)

max. 20 msec)

max. 20 msec)

max. 125 mA
max. 250 ma
max. 125 mA
max. 250 mA
max. 20 mA
max. 125 mA

Tentative data. Vorlaufige Daten

Caractéristiques provisoires.

1.

Limiting values (Absolute max. values). continued
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues), suite
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte), Fortsetzung

continuous operation
T service continu = max. 75 °c
Dauerbetrieb

service intermittent = max. 90 oc ?)

T intermittent operation
aussetzender Betrieb
Storage temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-550¢/.75 °C

»

‘)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)For derating curves at higher Jjunctlon temperatures see
pages E, F and G .
Pour les courbes d'abalssement aux températures plus
hautes de la jonction voir pages E, F et G
Flir Reduktionskurven bei hoheren Kristalltemperaturen
siehe Sciten E, F und G

4)For derating curve at higher base 1o ground lmpedances
see page C ,
Pour courbe d'abaissement aux lmpédances plus hautes entre

base et masse voir page C
Fir Reduktionskurve bei hoheren lmpedanzen zwischen Basis

und Erde siehe Seite C

5)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature 1s also dependent upon the
type of application X X
Durée totale 200 heures au max. la probabilité d'operation
optimum a cette température est aussi dépendante du genre
d'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkelt
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von der
Verwendungsart bestimmt

Tentative data. Vorlaufige Daten 2.

39 2
Caractéristiques provisoires

939 2381
7.5.957



0C 77

Characteristics o
Caractéristiques Tamp = 25 C
Kenndaten
Common_base;_Base a la_masse; Basisschaltung
Min, Max.
-IcBo(-VcB = 10V ) = 4,5 <0 pA
-Iggo(-VER = 10V ) = 4,5 <10 pA
VeB = 6V ; _
fab % - 10m) = »350 ke/s
Common_emitter; Emetteur_a_la masse;_Emitterschaltung
-Icgo(-Veg = 6 V) = 200 <600 pA
- -VCE = 60 V g = 1 30 uA
I 5 VBg 2 0,5V 5 30w
1 -Vcg = 2V
F') {IE - 0,5 mA <15 dB
Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors
-\ |
i 1
i 1
| i
| 1 .
1 1
P
v i —Vee V)
e ce V]
-IC = 125 mA
the value at which ~-IC = 135 mA when -Vgg=17V
-IB =< la valeur a laquelle -IC = 135 mA si -Veg=1V
. der Wert bei deam -Ic = 135 mA wenn -VCE= 17V
~-VCEK € 0,4 V

])Noise factor measured at = 1000 ¢/s with an input source
impedance of 500 i
Facteur de bruit mesure & f = 1000 Hz avec une impédance
de la source d'entrée de 500 Q
Rauschfaktor gemessen bei f = 1000 Hz mit einer Impedanz
der Eingangsspannungsquelle von 500 @

Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fir grosse Signale

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air

Augmentation de la température de la jonction en l'air

Temperaturerhchung des Kristalls in freier Luft

-VCE I -VB&(V) | aFE
(v) | (ma) liax. Min.
5,4 10 > 45
0,7 80 < 0,45 | > 30
0,7 125 < 0,70 | » 25

1 250 > 15

without cooling fin and heat sink K < 0.4 °C/mW
with cooling fin type 56200 and
heat sink of at least 12.5 cm? K < 0.3 °C/mW

libre
sans ailette de refroidissement et
sans plaque additionnelle de re-
froidissement
avec ailette de refroidissement
type 56200 et avec plaque addi-
tionnelle de refroidissement de
12,5 cm? au moins

K < 0,4 °C/mW

K < 0,3 °C/mW

ohne Kiihlschelle und ohne zusétz-
liche Kihlfladche

mit Kiihlschelle Type 56200 und
mit zusdtzlicher Kihlfl&dche von
mindestens 12,5 cm?

K < 0,4 °C/mW

K < 0,3 °C/mW

939 2382 Tentative data. Vorldufige Daten 3. 939 2383 Tentative data. Vorliufige Daten 4.
5.5.1957 Caractéristigues provisoires Caractéristiques provisoires
0C 77 0C 77
Common emitter .
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g

After switchin,

0C 77 0C 77

—VCEMmax »—VCE max=maximum permissible values of —VCEM and —VCE

—%Bmax{V }

o 250 7R05555
ETTT T I I ] ERSS 1 Ptot may=max. permissible total dissipation (175 76 13-6-57
F ]_[QI?D.I. I I B [ Protmax =dissipation totale admissible au max. T
w §§ ! g . —Ftotmay =maximal erlaubte Gesamtverlustleistung
LY8 s 88 ! 1=
| ? 2 ng s ; q
-~ o w3 i: [ | 4 s_
vR[® EERE | § 200
-~
T3y 3588 N a:Without cooling fin
Wolo eeog / R
L E‘ 9 ESct : Pfotmax Sans ailette de refroidissement
| © & ng £ ] (mW) Ohne Kiihlschelle
o] g SLET / ] b:With cooling fin 56200 and heat sink
S *QQE g% / 4 of at least 12,5¢cm2
5§ 4355 9 / S Avec ailette de refroidissement 56200
g S|g8sngR = b | montée G une plaque de refroidissement
g |Sgee=d v, B \\ de 12,5¢cm2 au moins.
3 L la”a= o g y ] 1501 Mit Kihlschelle 56200 ouf emner zus&tz-
w 2 |STEGIS % . lichen KihlflGche von mindestens 12,5¢m2
2 o [8E35%w /i montiert.
QR ISc 9"y | | ] \
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I l :I | | | \\
3R ]
N ! N
ISIEN
S ] S 0
S [S) ’
S5 3 o S S S 25 45 65 85 Tams(*C)
= S&s
e ¥
T o 551957 c b
5o 0C 77 5 0C 77
5 Spatry e § P Deraf for_the limiting value of —Vo_ wh
S -6 7 imiti is—Derating curves for the limiting value of —V when
E% Qfe rﬁ}}g’gwgg’;"‘;fw-’;‘c’g,-,fgef’,’gf,',t’g%,,{,‘},’,‘,’gny gf'gg I—sw:tch/ngg from a thermally ;tcvgtale »0n”condition to
£8 stable”,,On”condition to an unstabilised 5 ER|&”an unstabilised ,,0ff” condition. .
b 2 condition. =8 —Courbes de réduction pour la valeur limite de —
Sh Off” conditi 8 g [X—Courbes de réduct - la valeur limite de —V¢
of Courbes de réduction pour la valeur li- 2 9 & [R—dans le cas de commutation d’une condition »En circuit”
mb mite de —V dans le cas de commutation e IS thermiquement stable @ une condition ,,Hors circuit”
£5 d’une condition ,,En circuit” thermique— 3-o 5 [ [Inon-stabilisée.
<:§ ment stable a une condition ,,Hors cir- g D - Reduktionskurven fiir den Grenzwert von =V wenn
—_ cuit” non-stabilisée. =2 -von einem thermisch stabilen Zustand ,.Ein” nach_einem
= Reduktionskurven fiir den Grenzwert =S [[nicht stabilisierten Zustand ,,Aus” umgeschaltet wird.
< von —VC wenn von einem thermisch = =
g stabilen Zustand ,,Ein” nach einem g 8 C
Nnicht stabilisierten Zustand ,,Aus” QW
§ umgeschaltet wird. ?U ? \
] ‘ Tamb=45°
50 \ E 40 amb C
I N\
i Tamb= 35°C 3
\ i ‘\
NEAY
40
30 \
\ A
\
30 \\ \
\ \
20 NN NK=03%C/mW) Ig=
H L
=01 oder
20 \¥aY K=037C, f",“,“} o%ou,ﬁ N K=04°C/mW| Vae205V
N 40 oder -+
NLK=04 C/mW ]y e > 05 N
\ I i
f RS EEREN AN
e maaas NSy
I T NONK=0,3C/mW|
K=0,3°C/mW 'V‘E;OV: 70 ™ r’\,=0,4°c mW}‘VﬁE=0
10 K=04°C /mW/BEZ:
| ! |
: T T |
0 TIT7 i - 0 i
40 60 60 100 120 40 60 60, 100
0| | Before switching Before switching
Ti(°C){ Avant 1a commutation 7(°C) 4 Avant 1a commufation
Vor Umschaltung Yor Umschaltung
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0C 77
7R05558
[N—Derating curves for the limiting value of —V when
L, -lswitching from a thermally stable ,,On” condition to
——J&lan unstabilised ,,0ff” condition.

S o |Courbes de réduction pour la valeur limite de -

S g’g:dans le cas de commutation d’une condition ,,En circuit”
Qge S_lthermiquement stable & une condition ,,Hors circuit”
S5 [{jnon-stabilisée.

§ E§[[[IReduktionskurven fiir den Grenzwert von —Vc wenn
o wlllvon einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein” nach
igg leinem nicht stabilisierten Zustand ,,Aus’”umge-

™ ischaltet wird.

o< T

£&8 EEEE N

I T 5

S

o W
£
[

30 R
AN
N
N
N
NN
ANHAN
20 \\\
NW=03°c/mw) IE=0
[TIILIL b % ey
AN % 0,
r\=0,4c 'mW VBE_Z_O’5V
NCEINC
10 UNK=03C/mW\
Nk=04°C/mw  BE=0
0C
40 60 80 100
o\ | Before switching
7]( C)1Avant 1a commutation
) Vor Umschaltung
5.5.1957 (¢}
0C170
Characteristics(continued) °
Caractéristiques (suite) Tamb = 25 C

Kenndaten (Fortsetzung

-Icpo (-Vep = 6V ) = 2pa
-VeB {"%g z%9 SQ} >20v ")
-VEB {'%g 2ot o5 v
ran {782 2 QL) 10N
Common_emitter; Emetteur & la_masse; Emitterschaltung
15 {TTE D Ty owm

-V = 67V _
-VBE {IgE - “m} =0,3 V

-VCE = 6V
afe IE = 1 mA = 80
f = 1 kc/s

Small signal parameters
Parametres pour petits signaux
Parameter flr kleine Signale

-—

Vo Jre V/')’Iel -|-Coe Goe |Yo

Measured at -Veg = 6 6V
Mesuré a 1 _ 1 1 m
Gemessen bel E
b = 0)45 1017 MC/S
8ie = 0,5 3 mA/V
cie = 90 65 DF
~“8re = 0,1 20 pA/V
-Cre = 1,8 1,6 pF
lvee] = 36 30 mA/V
]
-%re = - 30 )
8oe = 1 60 pA/V
Coe = 5 4,5 pF
'32)3) see page 3; voir page 3; siehe Seite 3
938 3092 Tentative data. Vorldufige Daten 2.

Caractéristiques provisoires

0C 170

H.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in alloy-
diffusion technique with low collector capacitance and
‘high cut-off frequency. The transistor is suitable for use
as oscillator-mixer in short wave broadcast receivers and
as I.F. amplifier in F.M. receivers. It is hermetically
sealed in a metal can and absolutely moisture-proof

TRANSISTRON H.F. a cristal de germanium du type p-n-p en
technique alliage-diffusion avec faible capacite de col-
lecteur et fréquence élevée de coupure. Le transistron
est congu pour l'utilisation comme oscillateur-changeur
de fréquence dans les récepteurs de T.S.F. a ondes courtes
et comme amplificateur M.F. dans les recepteurs F.M.
I1 est scelle hermétiquement}dans un boitier métallique
et protégé contre 1'humidité

HF p-n-p-GERMANTUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffusions-
verfahren mit kleiner Kollektorkapazitdt und hoher Grenz-
frequenz. Der Transistor ist geeignet zur Verwendung als
Oszillator-Mischer in Kurzwellen-Empfangern und als ZF-
verstdrker in FM-Empféngern. Er ist hermetisch ab-
geschlossen in einem Metallgehduse und absolut sicher
vor Feuchtigkeit

max95, min 36,

o
E.Ez%

mm <O
=
]
R
max 9
r

0,05
+005
015

+
+

1,25
1,25
5.

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VcB = max. 20 V -Vgg = max. 0,5 V
-Ic = max. 10 mA Ig = max. " 10 mA
Pe (Tamp = 45 °C) = max. 60 mW Ty = max. 75 °C
Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = =55 C/+75°C
.Lagerungstemperatur
Characteristics
Caracteéristiques
Kenndaten

Junction temperature rise in free
air of 0 to 55 °C |

Augmentation de la temperature de la K
jonction en l'air libre de 0 a 55°C

Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft von O bis 55 OC

= max. 0,5 °C/mw|.

A

938 3091 Tentativg data. Vorl&dufige Daten 1.
6.6.1958 Caractéristiques provisoires

0C 170

Characteristics(continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

-VCE = [ 6 6 V
Ig = 1 1 1 mA
r = 1073 0,45 10,7 Mc/s
R*) = 500 200 150 @
F = 25 4 5 dB

f = 0,45 10,7 Mc/s
Po/py °) 57 31 4B

') Collector breakdown voltage
Tension de rupture du collecteur
Durchschlagsspannung des Kollektors

2

~

Emitter breakdown voltage
Tension de rupture de 1l'emetteur
Durchschlagsspannung des Emitters

3

~

Phase angle of transfer admittance yfe
Angle de phase de 1'admittance de transfert yfe
Phasenwinkel der Ubertragungsadmittanz yfe

‘)R
R
R

input source impedance ;
impédance de la source d'entree
Impedanz der Eingangsspannungsquelle

5

~

Maximum available unilateralised power
gain , 2

Amplification de puissance unilatérale %2 = _._l_&fiL
disponible au max. 1 48ie.8oe

Maximal verfigbare einseitige Leistungs-
verstérkung

938 3093 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
6.6.1958 Caractéristiques provisoires




0C170

Operating characteristics for use as self-exciting convertor

Caractéristiques d'utilisation comme convertisseur auto-
excitateur

Betriebsdaten als selbsterregter Mischer

—i)—v
g
8 g
Cz = 5 i g
(=1 i
S ©S2 & pE P70 &
”
S 4
& O
2200-L = =
PFT =
< - ¢ o+
= f 15 - 25  Me/s
Ry 47 @
C1 55 - 180  pF
C2 = C4 3 - 25 DF
Cs 220 pF
Cé 47  DF
Ve 7,8 v
Ig = 1 1 mA.
r — ——A—
f = 6 16 15 25" Mc/s
Vose 20,13 0,23 0,3 0,2 V')
fe = 25 20 10 8 aB 2)

Py
1) Oscillator voltage between emitter and earth
Tension d'oscillateur entre émetteur et terre
Oszillatorspannung zwischen Emitter und Erde

2) Conversion gain (Ro/Pi ) is the ratio between the I.F.
power in a 1600 Q load resistor connected to the out-
put terminals of the I.F. transformer and the available
R.F. power in the aerial circuit 81600 Q i1s the input
resistance of the I.F transistor

L'amplification de conversion (Po/Pi) est le rapport
entre la puissance M.F. dans une resistance de charge
de 1600 @, connectée aux bornes de sortie du transfor-
mateur M.F. et la puissance H.F. disponible dans le
circuit d'antenne (1600 @ est la résistance d'entrée
du transistron M.F.)

Die Mischverstdrkung (Po/pi) ist das VerhdItnis zwischen
der ZF-lLeistung in einem Belastungswiderstand von 1600Q,
angeschlossen an den Ausgangsklemmen des ZF-Transforma-
tors und der zur Verfiigung stehenden HF-Leistung im
Antennenkreis (1600 Q ist der Eingangswiderstand des
ZF-Transistors)

938 3094 Tentativg data. Vorlaufige Daten 4.
Caractéristiques provisoires

0C170

Sy and S3 closely wound on formers with diameter of 10 mm
S2 wound in Sq

S4 and S5 wound in S3

Transformer ratio S7to Sg 11.6 : 1

g1 eg S3 enroulés jointifs sur des mandrins de diameétre
e 10 mm

Sz enroulé entre les spires de Sj

S4 et S5 enroulés entre les spires de S3

Rapport”de transformation de S7 et Sg 11,6 : 1

S7-und S3 anschliessend auf Spulenkdrper mit Durchmesser
von 10 mm gewickelt

Sp zwischen die Windungen von S1 gewickelt

S4 und Ss zwischen die Windungen von S3 gewickelt
Ubersetzingsverhiltnis S7 und Sg 11,6 @ 1

Notes from page 7
Notes de la page 7
Noten von Seite 7

) Input source resistance = output resistance of preceding
transistor ,
Résistance de 1la source d'entrée = résistance de sortie
du transistron précédent
Widerstand der Eingangsspannungsquelle = Ausgangswider-
stand des vorangehenden Transistors

2) Load resistance= input resistance of following transistor
Resistance de charge = resistance d'entrée du transistron

suivant
Belastungswiderstand = Eingangswiderstand des folgenden
Transistors
938 3096 Tentative data. Vorldufige Daten 6.
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0C 170

Coil data | Egh side Sz 5 Call former
Données des bobines i’ &
Spulendaten '

landrin
Spulenkorper

Mandrin |
Spulenkorper |

. |
Earth side, S6 S5 'S4 S5 Coil former |
Cété mise g la terre.

§ee5dete Seite

L SIS
S 7

Frequency range 6-16 Mc/s
Gamme de fréquences 6-16 MHz
Frequenzbereich 6-16 MHz

Coil Wire1 Number of turns >
Bobine| Fil ') | Nombre de spires L Q)
Spule | Draht Windungszahl

S1 0,8 mm 23 2,5 yH | 110
S2 0,25 mm 3 - -
S3 ..0,8 mm 21 2,15 uH | 100
S4 0,25 mm 6 - -
S5 0,25 mm 2 - -
S6 0,25 mm 6 - -
s7 - - 0,55 mH | 160
Frequency range 15-25 Mc/s
Gamme de fréquences 15-25 MHz
Frequenzbereich 15-25 MHz
Coil | Wire, |Number of turns | - : Q?
Bobine | Fil ') | Nombre de spires| - L
Spule | Dranht Windungszahl 15 Mc/s|25 Mc/s|
S1 0,8 mm 8 0,64 pH 105 125
S2 0,25 mm 1 - - -
S3 0,8 mm 7,5 0,58 pH - -
sS4 0,25 mn 4 - - -
s5 0,25 mn 1 - - -
s6 0,25 mm 2 - - -
s7 - - 0,55 mH 160

') Enamelled copper wire
Fil de cuivre émaillé
Emaillierter Kupferdraht

2) Unloaded; sans amortissement additionnel; ohne Belastung

938 3095 Tentativg data. Vorlaufige Daten 5.
6.6.1958 Carqcteristiques provisoéires
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Operating characteristics as I.F. amplifier at 10.7 Mc/s

Caracteristiques d'utilisation comme amplificateur M.F. &
10,7 MHz

Betriebgdaten als ZF-Verstdrker bei 10,7 MHz

AMAAAAS

Power gain between input terminals of
transistor and load resistance of

100 Q

Amplification de puissance entre les P .

" bornes d'entrée du transistron et la P2 =22aB
résistance de charge de 100 @ 1

Leistungsverstarkung zwischen den Ein-
gangsklemmen des Transistors und
dem Ausgangswiderstand von 100 Q

Insertion losses of each tuned circuit ,
Pertes par insertion de chaque circuit accordé 3,8 dB
Verluste in jedem Abstimmkreis"

Coil data
Données des bobines
Spulendaten

Coil . ’
Bobine S4 Sy
Spule .

L . 2,47 pH| 2,47 uH
unloaded

Q < sans charge 100 100
unbelastet

chargé, transistrons nominaux 35 35

loaded, nominal transistors
Q
belastet, nominelle Transistoren

')2) See page 6

Voir page 6

Siehe Seite 6
938 3097 Tentative data. Vorl#dufige Daten 7.
6.6.1958 Caractéristiques provisoires
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General purpose GERMANIUM PHOTODIODE, sealed in a metal case

PHOTODIODE AU GERMANIUM, congue pour usages generaux, en-
fermée dans un cylindre de metal

GERMANIUM-PHOTODIODE in Metallgehduse fiir allgemeine Ver-
wendungszwecke

The symbols used in these data are those normally used for
semi-conductors. See List of Symbols for Semi-Conductors,
pages Sem 501-505, ,

Les symboles utilisés pour les donnees suivantes sont ceux
utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir 1a
Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, pages Sem 501-505

Die fiir diese Daten verwendeten Symbole sind die flr die
Halbleiter iblichen. Siehe die Symbolenliste fir Halb-
leiter, Seite Sem 501-505

The green dot indicates the position
of the anode (negative pole of the

Dimensions in mm battery)
Dimensions en mm Le point vert marque la position 4
Abmessungen in mm 1'anode(pble négatif de la batterie)
Der griine Punkt indiziert die Anoden-
seite (negativer Pol der Batterie)

Glaslinse

[} { 33
-
==y
3
Average photosensitive area

Surface sensible a la lumiere moyenne 1 mm?
Lichtempfindliche Flédche

31002
s

Glass lens
Lentille de verre

Characteristics °
Caractéristiques Tgpp = 25 C
Kenndaten

Tllumination
Eclairement
Beleuchtungsstérke

il
S
o
—
&

Golour temperature
Température de couleur = 2500
Farbtemperatur

_ID

-up = 0,5-30V

Internal impedance
Impedance interne > 5 NQ
Innenwiderstand

938 3087

7R05803

6.6.1958 Caractéristiques provisoires
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Tentative data. Vorlaufige Daten 1.
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

-Vp = 10 v
Dark current

Courant d'obscurité < 15 uA
Dunkelstrom

-VD = 10 v

r = 1 ke/s
B = 1 c/s
Noise of the dark current “12
Bruit du courant d'obscurite < 3x10 A

Rauschen des Dunkelstroms

_VD = 10 v
Cut-off frequency 1

Fréquence de coupure ) = 50 k¢/s
Grenzfrequenz

Max. spectral response .
Réponse spectrale maximum a A
Max. spektrale Empfindlichkeit bei

1,55 [

Zero spectral response at
Seuil de réponse a A= 2,0 "
Grenze der Empfindlichkeit bel

Limiting values (Absolute max. values)

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)
-Vp = max. 30 v
-Ip = max. 3 mA
Wp = max. 30 mW

1) Frequency at which the sensitivity is half the sensi-
tivity at 1 kc/s i
Frequence .a laguelle la sensibilité est la moitié de la
sensibilité & 1 kHz
Frequenz bei der die Empfindlichkeit die H&lfte der
Empfindlichkeit bei 1 kHz ist

938 3088 Tentative data. Vorl&dufige Daten 2.
Caractéristiaques provisoires
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CADMIUM SULFIDE PHOTOCONDUCTIVE CELL with top sensitivity

CELLULE PHOTOCONDUCTRICE A SULFURE DE CADMIUM avec la
surface sensible du cdté supérieur

KADMIUMSULFID PHOTOLEITER fir frontalen Lichteinfall

Application: Flame control, smoke detection, industrial
on-off switching )

Application: Contrdle de flammes, détection de fumées,
commutation industrielle "en circuit-hors
circuit"

Anwendung : Flammeniiberwachung, Rauchmeldung, industrielle
Ein-Ausschalter

The symbols used in these data are those mormally used for|
semiconductors. See List of Symbols for Semi-Conductors,
pages Sem 501-505

Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux
utilises normalement pour les semi-conducteurs. Voir 1la
Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, pages Sem 501-505

Die fiur diesen Daten verwendeten Symbole sind die fiir die
Halbleiter ilblichen. Siehe die Symbolenliste flir Halb-
leiter, Seite Sem 501-505

Dimensions in mm

Dimensions en mm lH
Abmessungen in mm max 39
R ~
B
SN
g3
£
. A
R A A
Base, culot, Sockel: OCTAL
Sensitive area 2

Surface sensible
Empfindliche Fl&che

3,4 cn

938 2905 Tentative data. Vorldufige Dater 1.
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Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
v = 10

Illumination
Eclairement = 50
Beleuchtungsstérke

Colour temperature

Température de couleur = 1500
Farbtemperatur
> 20
I = 40
< 75
v = 300
Tamb = 25
Dark current i
Courant. d'obscurité = max. 5
Dunkelstrom

Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzen)

Ve = max. 350
Va = max., 250
P (Tamp = 25 °C) = max, 1,2
Tamb = -4OOC/+70

LA

I{mA)

938 2906 Tentative data.Vorliufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires
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140
N
(%)
120
100
\
80
60 I
\
\
40
\
20
0
4000 5000 6000 7000 8000 A[A)9000
| | | | .
ultra-violet R 53 Tng  Tes Sos Infra-red
ultraviolett 'S& 223 $§5 35T 298 Infra-roug”
S§ <933 {35 Egm 8 = nfrarot B



ORP 90 ORP 90

CADMIUM SULFIDE PHOTOCONDUCTIVE CELL with side sensitivity Characteristics
CELLULE PHOTOCONDUCTRICE A SULFURE DE CADMIUM avec 1la —>| Caracteristiques
surface sensible du cdté latéral Kenndaten
KADMIUMSULFID PHOTOLEITER fiir Lichteinfall von der Seite v - 10 10 Vv
Application: Flame control, smoke detection, industrial Illumination
on-off switching Eclairement . = 50 53,8 lux
Application: Contrdle de flammes, détection de fumées, Beleuchtungsstarke
commutation industrielle "en circuit-hors Colour temperature °
circuit" Température de couleur = 1500 2700 K
Anwendung : Flammeniiberwachung, Rauchmeldung, industrielle Farbtemperatur
Ein-Ausschalter > 6 3 mA
I = 20 10 mA
The symbols used in these data are those normally used for < 31 16
semiconductors. See List of Symbols for Semi-Conductors,
pages Sem 501-505
Les symbqles utilisés pour les données suivantes sont ceux v = 300 X
utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir la Tamb = 25 [
Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs, pages Sem 501-505 Dark current
Die fiir diese Daten verwendeten Symbole sind die fiir die Courant d'obscurité = max. 2,5 pha ")
Halbleiter iblichen. Siehe die Symbolenliste fiir Halb- Dunkelstrom

leiter, Seite Sem 501-505

Dimensions in mm frax’s, Limiting values (Absolute limits)
Dimensions en mm A Caractéristiques limites (Limites absolues)
Abmessungen in mm L\ Grenzdaten (Absolute Grenzen)
(TN
— Vem = max. 350 V
7 ﬁg “— Va, = max. 250 V
~ ol x|© o)
~ 1"’ E x P (Tamp = 25 “C) = max. 1 W
T | IS — P (Tagp = 70 °C) = max. 0,3 W
EI Tamb = -40°c/+70°C
R UIm_ Y )
?ﬁ Remark ¢ It is recommended that the photocell be stored
Base, culot, Sockel: MINIATURE 7 P in the dark ; .
The arrows indicate the direction of the incident light —> | Observation: {%Oggguxr‘f%gmmande d'emmagasiner le cellule dans
Les fleches indiquent la direction de la lumiere incidente . N N B
Die Pfeile zeigen die Richtung des einfallenden Lichtes Benarkung : B8 Wird girrohien der Fhotoleiter iu Dunkeln
Total area to be illuminated 2.9 cmg
Sensitive part of this area 1.8 cm
s . . 2 > 1) The current falls after the light has been removed, but
Surface totale a étre éclairee 2,9 cmy — there will be some delay before the value of 2.5 pA
Partie sensible de cette surface 1,8 cm is reached .
- 2 Le courant diminue aprés que la lumiére a été éloignée
Zu beleuchtende Flache . 2,9 cm; mais il y aura quelque délai avant que la valeur de
Empfindlicher Teil dieser Fl&che 1,8 cm 2,5 pA soit atteinte
Nachdem das Licht entfernt ist, wird der Strom abnehmen,
aber der Wert von 2,5 pA wird erst nach einiger Ver-
zogerung erreicht werden
938 3064 Tentative data. Vorldufige Daten 1. 938 3065 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
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